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Katalog 33-R ,,Elementy péiprzewodnikowe”

WAZNIEJSZE BEEDY ORAZ ZMIANY FOWSTARLE W CZASIE DRUKU

Stro-

\
o8 Miejsce biedu Jest 1} Powinno by¢
10 |15 wiersz od gory gERes ’ Ui sigo
121559 =~ o ,, dotu |Symbole czestotliwosci l Symbole pojemnosci
36 |Podpisy pod ry-
sunkami Zamieni¢é podpisy pod rysunkami
49 | 6 wiersz od dolu 300 — 1500 Q2 i 700 — 3500 Q
ST S Ry, = 25— 80 i hyy, = 25—80
8510 L e fo =0,7 MHz fr == 0,6 MHz,
_fp = 40,2 MHz
69 |Rysunek Uggo UEB_
69 - Igpo —IEBo
73 - Ip =200uA —Ip =200 A
79 | 1wiersz od dolu 9216 | Yage |
92 1 »” » 2 ) y21e l y21e I
102 8 , gory| Iy =2mA, _IBlM = 1mA,
—Ipyy = 1mA Igoy = 1mA
103 3 5 ”» 3 tj mxa tj max
WBT20 7, e —I, ;= 2mA —Ip y=1mA
1043 ,» dotu —I ;= 2mA —Ip,y=1mA
1050 7L L, . 10 mA 11 mA
106 5 wiersz od gory f =05, MHz f= 0,5 MHz
1 1406 0 Y 10 mA 11 mA
107 T 55 . % przy Ucp =15V przy —Ugsp =15V
107 | 4 , ,, dotu| mocy i wielkiej cze- | matej mocy, wielkiej
stotliwosci czestotliwosei
w08 |9 , , gory 10 mA I mA
109 |14 ,, S0 sy 10 mA 11 mA
110253 5 ,, dotu wstawié: f, =100 MHz
Hi 2, - f, = 100 MHz
LA 10k » (Ro1E min = 29)
L » (Ry1E min = 35)
o L T R 7 (g1 E min = 25)
128 2 3 i » 2 (hZIEmin = 35)
1834 YA e » (PaiE min = 25)
134 2 s » ’ » (h21E.min =35)




& | Miejsce bledu

na | [ Jest Powinno byé
140 |14 wiersz od goéry przy —I. =1V przy —I.=1A
140 |16 b —I.=01A —I. =1A
154 ‘ 1 ' ,, dotu 2 UA 0,5 uA
58 e h 2V ; 08V
154 | 3 . e fp = 100 MHz ‘, fr > 60 MHz
154 |3 S, § = 100 MHz f § = 20 MHz
154 X iy - C. = 33pF C, =< 25 pF
155513 L=ty T 2 uA | 0,5 uA
155 | 8.~ 5 SR 2V 0,8V
155 3= % 55 5 )‘T >~. 1700 MHz | fT >~ 60 MHz
f =100 MHz ‘ f= 20 MHz
155 2v ., s C. =< 35pF C,. =< 25pF
156 |11 = 5 @ 2 uA ‘ 0,5 LA
156 8 . . 2V | 0,8V
156 3 ., = fr > 100 MHz 1 fr > 60 MHz
156 3 -5 3 e f > 100 MHz ‘ f >~ 20 MHz
156. |25 i C. =< 35pF C.=25pF
213 |Rysunck gérny UR max U p Al max
241 1 wiersz od goéry PK220/60 PK 220/C6
241 |Rysunek max 3. 2+0,15 2+ 0,15
241 5 max 28 max 26,5
241 | 1wiersz od dotu 100 uF 200 uF
242 |Tablica — 4 ko- :
lumna z lewej
strony 100 130
100 130
100 120
100 129
243 | Tablica — 4 ko-
1umna z lewej
> strony:
2 wiersz od gory 15 10
17 % 5 - 102 130
18, . 100 120
250 % s ,, doiu maksymalna maksymalnej
297 1 i 2 wiersz od
goéry astabilnego II astabilnego III
298 11 2 wiersz od
géry astabilnego III astabilnego II
310 5 wiersz od dotu rezystencji rezystancji




Uwaga:

Aktualnie stosowane obudowy dla nizej wymienionych tranzystorow:
Rys. A — TG87-40, AF426—AF429

Rys. B — TG50-55

Rys. C — TG2—TG5, TG8, TGS—11, TG20—21
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WAZNE DLA UZYTKOWNIKOW KATALOGU 33-R

Od II kwartalu 1968 r., wycofuje si¢ z produkcji tranzystory typu AF514 (str. 110)
i AF515 (str. 111) zastepujac je tranzystorem AF516 o nastepujacych parametrach:

Tranzystor germanowy PNP malej mocy, wysokiej czesto-

tliwosci, konstrukeji ,,Mesa”.

Zastosowanie: we wzmacniaczach wstepnych, mieszaczach

i oscylatorach.

AF516°

045005 E 6 C
N \ .
el 1%
T ;,_;_ > R & - v
*:':-:-::.-4. e [ ‘\g" w9,
] 15205 | 5,53"5 Chudava l #2594

Cigzar 0,4 G, wyprowadzenia gietkie

Wartosé
Lp. Parametr Symbol Jedn. przy Warunki pomiaru
ty == 25° C
1 | Maks. napigcie kolektor-baza “Ucpmax v = 25 “Tepe = 100 pA
2 | Maks. napiecie kolektor-emiter ~Ucpmax A% =18 =TI = 500 pA
3 | Maks. napiecie emiter-baza ~UkBmax Vv =0,3 “Ipgp = 100 pA
4 | Maks. prad kolektora I mA 5
5 | Maks. temp. zlgcza timax °C 90
6 | Maks. moc strat Bl mW 50 t, = 45°C




‘ Warto§é
Lp. Parametr Symbol Jedn. | przy Warunki pomiaru
i
| ta=2°C
7 | Prad zerowy kolektor-baza ~lepo e-A <10 “Uep =12V
8 | Czestotliwo$é graniczna fr MHz = 150 -Io =1mA, Uz =12V,
f, = 100 MHz
9 | Wspoblezynnik wzmocnienia I, =1mA, -Ucg=12V,
pradowego Rote — =12 fp = 1kHz
10 | Stala czasu sprzezenia zwrotnego | 7,,C. ps 15 I,=1mA, -Usp=12V,
f, = 5 MHz
11 | Pojemno$¢ sprzezenia zwrotnego Cioe® pF 0,5 -Io=1mA, -U.;=12V,
fp =95 MHz
12 | Wspoélczynnik szumow F* dB 5,5 I =1mA, -Upgpg =12V,
f, =200 MHz, R, = 60 &
13 | Wspotczynnik wzmocnienia mocy | G, dB > 14 -Ip =3mA, -Us.g =10V,
; fp = 200 MHz

* WartosSci $rednie parametrow elektrycznych podano informacyjnie.

Uwaga. Tranzystory beda produkowane w obudowie TOI18,

WPC ,,WEMA"”. Warszawa 1968, Nakiad 8.090 egz. Ark. wyd. 0,15. Ark. druk. 0,125. Zam. 13/406/1/64.
Bitk 867/68 % N-21.
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SPIS TRESCI

Tranzystory germanowe dyfuzyjne:

AF514 .
AF515 .

Tranzystory germanowe stopowe:

TG50
TG51
TG52
TG53
TG55 .
AD365 .
AD366 .
TGT70
TGT1
TG72

Tranzystory krzemowe dyfuzyjne:

BF504 .
BF505 .
BF506 .

3. Diody

Diody germanowe ostrzowe:

DG20 .
DG21

DOG31
DOG52
DOG53
DOGS55
DOG56
DOG58
DOG61
DOG62

Diody germanowe ostrzowe impulsowe:

DG51 .
DG52
AAY3T

Diody germanowe stopowe:

DZG1 .
DZG2 .
DZG3 .

110
111

112
118
123
127
133
138
139
140
145
149

154
155
156

157
160
163
166
169
172
175
178
181
184

187
191
195

196
199
203
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SPIS TRESCI

DZG4 . 206
DZGS5 . 210
DZGS6 . 213
DZGT7 . 217
DMG1 220
DMG2 223
DMG3 225
DMG4 227
Diody krzemowe stopowe:
DK60 229
DK61 232
DK62 235
DK63 238
Blok prostowmczy Z dlodarm krzemowyrm PK220/06 i 241
Diody krzemowe Zenera:
BZ1/C i BZ1/D 242
BZ2/C i BZ2/D . 248
Fotodioda germanowa stopowa FG2 252
4. Zastosowanie elementéw péliprzewodnikowych
Wzmacniacze akustyczne:
100 mW 261
400 mW . 263
Wzmacniacz adaptelowv 400 mW 264
Wzmacniacze akustyczne:
10 W 266
Hi-Fi 267
Zasilacze stabilizowane:
z dioda Zenera . G s 270
z tranzystorem szeregowym e LA 271
z kaskadowym tranzystorem szeregowym . 273
ze wzmacniaczem sprzezenia zwrotnego . 274
z podwojng stabilizacjg napiecia odniesienia . 276
wysokiej klasy, duzej mocy 277
Przetwornice:
6/60 V : : 280
do $wietlowki 20 W A 282
do lampy blyskowej . 283
60 W 285
KATALOG 33-R 5 1967



SPIS TRESCI

Generatory:

tancuchowy RC . 287

RC z czwornikiem dwuteowym . 288

akustyczny z czwoérnikiem dwuteowym . 290

LC L. 291
Przelacznik czasowy 293
Przekaznik fotoelektryczny 294
Multiwibratory astabilne:

I 295

II . 296

II1 297
Multiwibratory na napiecie zasilajace:

15 V 268

30 V . 299
Multiwibrator astabﬂny o) przeblegu Drostokatnvm 301
Generatory impulsowe - 302
Multiwibratory:

symetryczny astabilny 304

niesymetryczny 306

nastawny . 307

trojtaktowy . R 309

astabilny o czestothwosm regulowane3 I 310

astabilny o czestotliwosei regulowanej II . 312

z bramkg a3 314
Impulsator tranzystorowy 316
Trigger:

I 316

II 318

111 319
Multiwibratory monostabilne:

I 321

II : 3 P 322
Dekada licznika 323
Licznik fotoelektryczny 325
Przekaznik fotoelektryczny T . 327
Przystawka do pomiaru niejednoczesnosci zwierania stvkow ; 328
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1. WIADOMOSCI OGOLNE

1.1. Zakres katalogu

Tranzystory
Tranzystory germanowe m. Cz.
Tranzystory germanowe m. cz., du-
zej mocy
Tranzystory germanowe impulsowe

Tranzystory germanowe w. Cz.

Tranzystory krzemowe w. cz.

Diedy

Diody ostrzowe

Diody impulsowe

Diody prostownicze germanowe

— TG2, TG3A, TG4 TGS, TGS,
TG50, TG51, TG52, TG53, TG55

— ADS365, AD366, TG70, TG71, TGT2

TGY, TG11, TG21, ASY34, ASY35,
ASY36, ASY37

TG10, TG20, TG37, TG38, TG39,
TG40, AF514, AF515

BF504, BF505, BF506

DG20, DG21, DOG31, DOG52,
DOG53, DOG55, DOG58, DOG38,
DOG61, DOG62,

DG51, DG52, AAY3T7

DZG1, DZG2, DZGS,
DZG5, DZG6, DZGT,
DMG2, DMG3, DMG4

DZG4,
DMG1,

Diody prostownicze krzemowe — DK60, DK61, DK62, DK63, PK-
-220/06, DK95, DK96, DKJ97,
DK98, DK99, DK100

Diody Zenera malej mocy — BZ1/C, BZ1/D

Diody Zenera duzej mocy — BZ2/C, BZ2/D

Fotodiody germanowe — FG2

Warikapy — BA505 (w opracowaniu)

KATALOG 33-R 7 1967



WIADOMOSCI OGOLNE

Symbole ogdlne

Prad

Napiecie

Moc

Wartosé szezytowa
Warto$é skuteczna
Wartos$é stala
Warto$¢ maksymalna
Warto$¢ optymalna
Wartos$¢ minimalna
Impulsowo

1.2. Oznaczenia

I 1lub ¢

U lub u

P lub p
indeks M
indeks eff
bez indeksu
indeks max
indeks opt
indeks min
indeks imp

Wejscie indeks 1
Wyjscie indeks 2

Baza B lub b
Emiter E lub e
Kolektor C lub c

Anoda A lub a
Katoda K lub k
Kierunek przewodzenia diody indeks F lub f
Kierunek wsteczny diody indeks R lub r
Wartos$ci stale (duze litery) I, U, P

Wartosci skuteczne (duze litery z in-

deksem eff) Ieff’ UEff’ Peff

Wartosci szezytowe (duze litery z
indeksem M) IM, UM, PM

Prad calkowity l
Napiecie catkowite

indeksy B, E, C
Moc catkowita BRe
Skladowa stala

Sktadowa zmienna indeksy b, e, ¢

Zastosowanie praktyczne tych symboli w odniesieniu do pradu kolek-
tora przedstawiono na rys. 1.1. Oznaczenia te obowiazuja w odniesieniu do
innych pradéw, napie¢ i mocy.

KATALOG 33-R 8 1967



WIADOMOSCI CGOLNE

L
ST T T T RN e o —_Prad catkowly
=
g =2 o
* __Skiadowa stata
lcerr | lc! ki e ic
v i ||
| i 1 }
|| 1 ‘
N e
| | [ f\lc |'em7 e eff
g | Czas

Ryvs. 1.1. Praktyczne zastosowanie symboli do oznaczania

pradéw, napie¢ i mocy

I- — skladowa stala ] X

I, — warto§¢ szezytowa J catkowitego pradu
I, £ = warto§¢ skuteczna | .

ic — warto§¢ chwilowa J caliowitego: pradu
S warto§é szezytowa

Iceﬁ — warto$¢é skuteczna sktadowej zmiennej
i — warto$é chwilowa

c

Symbole pradow

Za dodatni uwaza sie prad wplywajacy do elektrody.
Prad bazy Ip
Prad kolektora I-
Prad zerowy kolektora (Ip=0) Icgo
Prad zerowy kolektora (Uggp = 0) ICOK
Prad emitera Ip
Prad zerowy emitera (I =10) Irgo
Prad przewodzenia diody Ip
Prad wsteczny diody I,
Prad Zenera I,
Prad zmienny wejSciowy iy
Prad zmienny wyj$ciowy i,

KATALOG 33-R 9
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WIADOMOSCI OGOLNE

Symbole napieé

Napiecie oznacza sie symbolem U lub u z dwoma indeksami. Pierwszy
indeks oznacza elektrode, na ktoérej mierzy sig¢ napiecie w stosunku do
drugiej, wspblnej elektrody oznaczonej drugim indeksem. W przypadku

wykluczajaecym pomylke drugi indeks mozna opuscié.

Polaryzacje pierwszej elektrody w stosunku do drugiej wskazuje znak
matematyczny umieszezony przed symbolem napiecia. Znak ten umieszcza
sie przed symbolem napiecia tylko w przypadku znaku minus.

Napiecie baza-emiter

Napiecie kolektor-baza

Napiecie przebicia kolektor-baza przy otwartym obwo-
dzie emitera

Napiecie kolektor-emiter

Napiecie przebicia kolektor-emiter przy otwartym ob-
wodzie bazy

Napiecie nasycenia

Napiecie przebicia kolektor-emiter przy zwartym ob-
wodzie baza-emiter

Napiecie emiter-baza

Napiecie przebicia emiter-baza przy otwartym obwo-
dzie kolektora

Napiecie przewodzenia

Napiecie wsteczne

Napiecie Zenera

Napiecie zmienne wejsciowe

Napiecie zmienne wyj$ciowe

Symbole meocy

Moc tracona w obwodzie kolektora
Moc tracona w obwodzie emitera
Maksymalna dopuszezalna moc strat (dla tranzystordw

Pmax =PC+ PE)

Symbole rezystancji

Rezystancja dynamiczna diody Zenera
Rezystancja zewnetrzna miedzy baza i emiterem
Rezystancja generatora

Rezystancja obcigzenia

Rezystancja szeregowa

Rezystancja wejSciowa

Rezystancja wyjsciowa

Ugg
Ucp

U (BR)CBO

T

DCE
U (BR)CED
UCE sat

U (BR)CES
Ugp

U Br)EBO
Ur

g8
2]

(O

KATALOG 33-R 10



WIADOMOSCI OGOLNE

Symbole temperatur

Temperatura otoczenia t,
Temperatura ziacza tj.
Maksymalna dopuszczalna temperatura zigeza tj —
Symbole czaséow przelaczen
lg
I _74‘#‘—'—4:
3 iR
A | S
o= L 3
- i Ig1
€ ! - St
’ 99 O
/a2
' - O—— —0
t t
] o -
Rys. 1.2. Symhbole czaséw
Czas opOznienia ty
Czas opadania >
Czas narastania t,
Czas przeciggania t,
Symbole parametréw h; i
Wspélna baza
Rezystancja wejSciowa przy zwartym wyjsciu hitp
Wspblezynnik sprzezenia zwrotnego przy otwartym
we]jsciu hlzb
Wspolczynnik wzmocnienia pradowego przy zwartym
wyjsciu —ho1
Konduktancja wyjsciowa Pgop
Wspdlny emiter
Rezystancja wejSciowa przy zwartym wyjsciu Piie
Wspélezynnik sprzezenia zwrotnego przy otwartym
wejsciu Rise
Wspodlezynnik wzmocnienia pradowego przy zwartym
wyjsciu ¢ Pote
Konduktancja wyjsciowa przy otwartym wejsciu 25e

KATALOG 33-R 11
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WIADOMOSCI COGOLNE

Symbole parametrow vy i

Admitancja wejSciowa przy zwartym wyjsciu Yy
Admitancja zwrotna przy zwartym wejsciu Yis
Admitancja przej$ciowa przy zwartym wyjsciu Ypy
Admitancja wyjSciowa przy zwartym wejsciu Yyy

Symbole parametréow 2

Impedancja wejsciowa przy otwartym wyjsciu 2y
Impedancja zwrotna przy otwartym wejSciu 2,
Impedancja przej$ciowa przy otwartym wyjsciu 2y
Impedancja wyjSciowa przy otwartym wejsciu z,,

Symbole parametréow dla ukladu zastepczego tranzystora typu =

Baza wewnetrzna b’

Pojemno$¢ miedzy wewnetrzng baza a kolektorem Cpic
Pojemno$¢ miedzy wewnetrzna baza a emiterem bre
Konduktancja kolektora e
Konduktancja emitera Ipre
Konduktancja kolektor-emiter © e
Wewnetrzne nachylenie 9.

Rezystancja rozproszona bazy Ty

Symbsle czestotliwoSci

Czestotliwosé f
Szeroko$¢ pasma Af
Czestotliwo$§é graniczna w ukladzie OB 2
Czestotliwo$§¢ graniezna, gdy |Prore|=1 fr

Symbole czestotliwosci

Pojemnos$é diody Cak
Pojemnos¢ wejsciowa przy zwartym wyjsciu (OE) Ci1e
Pojemnoé¢ zwrotna przy zwartym wejsciu (OE) Cioe
Pojemnos$¢ wyjsciowa przy zwartym wejSciu (OE) Cone
Symbole konduktanecji
Konduktancja wejSciowa przy zwartym wyjsciu (OE) 911e
Konduktancja zwrotna przy zwartym wejsciu (OE) 919e
Konduktancja wyjsciowa przy zwartym wejsciu (OE) G55,

KATALOG 33-R 12 1967



WIADOMOSCI OGOLNE

Symbele roznych wielkosSei

Sita elektromotoryczna generatora

Wspoélezynnik szuméw przy f=1kHz, 4Af 7 1kHz
Wspoéiczynnik wzmocnienia prgdowego
Wspoéiczynnik wzmocnienia napieciowege
Wspélezynnik wzmocnienia mocy

(]

ua

QOQ™
S

]

Wspobiczynnik wzmocnienia mocy przy obustronnym do-

pasowaniu S apt

Q)

~~

Oporno$¢ cieplna

Stalopradowy wspéleczynnik wzmocnienia prgdowego (OE)
Sprawnosé¢ detekeji

S &
o
ol
™

Symbolika oznaczen elemeniéw péliprzewodnikowych produkeji
Fabryki Polprzewodnikéw , TEWA”

Podstawa do oznaczania elementéw poédiprzewodnikowych jest podziat na
dwie grupy pod katem ich zastosowania, a mianowicie:

a) elementy péiprzewodnikowe przeznaczone do powszechnego uzytku,

b) elementy poéiprzewodnikowe przeznaczone do urzadzen profesjonal-
nych.

Dla grupy ,a” przyjmuje sie oznaczenie skladajace sie z dwéch liter
i trzech cyfr, dla grupy ,b” za$§ oznaczenie skladajgce sie z trzech liter
i dwéch cyfr.

Przyjeto, ze pierwsza litera oznaczenia elementéw poéiprzewodni-
kowych okre$la typ podstawowego materialu uzytego do produkcji tych
elementow.

Do oznaczenia poszczegblnych materiatéw uzyto nastepujgcych liter:

A — german,

B — Kkrzem,

R — inne materialy poiprzewodnikowe.

Druga litera odpowiada typowi elementu poélprzewodnikowego wg
ponizszego zestawienia: i

A — diody (z wyjatkiem diod mocy, diod Zenera, tyrystoréw, diod tu-

nelowych, fotodiod),
€ — tranzystor malej mocy, matej czestotliwosei
(R; =15 deg/W, fr <2,5 MHz),

D — tranzystor mocy, maltej czestotliwosci
(R, < 15 deg/W, f < 2,5 MH2),

E — dioda tunelowa,

F — tranzystor maltej mocy, wielkiej czestotliwoS$ci
(R, =15 deg/W, f; > 2,5 MHz),

KATALOG 33-R 13 1967



WIADOMOSCI OGOLNE

L — tranzystor mocy, wielkiej czestotliwosci
(R, <15 deg/W, fr > 2,5 MHz),

P — fotoelement,

R — tyrystor
(R, =15 deg/W),

S — tranzystor do ukladdéw przelzczajacych
(R; =15 deg/W),

T — tyrystor mocy
(R; <15 deg/W),

U — tranzystor mocy do ukladéw przelaczajacych
(R; <15 deg/W),

Y — dioda mocy (powyzej 10 A),

Z — dioda Zenera.

Trzecia litera jest stosowana dla odréznienia elementéw profesjo-
nalnego uzytku. Dla wszystkich grup elementéw przyjeto litere Y.

Pierwsza cyfra okre§la zasadniczo rodzaj technologii stosowanej
przy produkeji danego elementu, przy czym:

3 — oznacza technologie stopowg i ostrzowa,

4 — oznacza technologie stopowo-dyfuzyjna,

5 — oznacza technologie dyfuzyjna.

Druga i trzecia cyfra jest w zasadzie liczbg porzadkowa i moze
ckre§la¢ grupe oraz konkretny typ w danej grupie.

Przyktad oznaczenia:

BF416 — krzemowy tranzystor malej mocy, wielkiej czestotliwo$ei.

W przypadku diod mocy i diod Zenera oznaczenie cyfrowe ma okres1ac
w spos6b umowny gléwne parametry.

1. W przypadku diod mocy oznaczenie cyfrowe bedzie sie sktadalo
z liezby ulamkowej, gdzie licznik okre§la warto§é pradu wyrazong
w amperach, mianownik za§ wartoéé napiecia wstecznego w setkach
woltow.

Przyktad oznaczenia:

BY100/3 — krzemowa dioda mocy o pradzie przewodzenia 100 A i na-
pieciu wstecznym 300 V.

Diody mocy o specjalnym rozwigzaniu konstrukeyjnym (np. odwroécena
biegunowo$é) oznacza sie przez stosowanie dodatkowej litery stawianej
na koncu oznaczenia. Wyboru litery dokonuje F. P. TEWA.

2. W przypadku diod Zenera oznaczenie (poza oznaczeniem typu)
zawiera: wielko$¢ tolerancji napiecia Zenera i wartosé napiecia Zenera.
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Przyktad oznaczenia:

BZ2/ C 6V8
typ diody - }
tolerancja (U, 45%) | <
napiecie Zenera (np. 6,8 V)
Tolerancje napiecia Zenera oznacza sie literami: C — ok. +5% i B —

ok. +10.

1.3. Uklady polgczen tranzystora

W praktyce najczesSciej stosuje sie trzy sposoby polgczenia tranzystora
z generatorem i obcigzeniem: uklad o wspélnej bazie — OB, uklad
o wspblnym emiterze — OE i uklad o wspélnym kolektorze OC (rys. 1.3.).

|
|
|
|

Rys. 1.3. Uklady polaczen tranzystora:

a) uklad o wspdlnej bazie, b) uklad o wspblnym emiterze, ¢) uklad o wspol-
nym kolektorze

Poszcezegblne uklady polgczenia tranzystora réznig sie miedzy sobg zna-
cznie pod wieloma wzgledami, przede wszystkim pod wzgledem wartosci
R, R e G G i Gp. Najwazniejsze ich cechy zostaly zebrane w ta-
blicy 1.
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Uklad OB

Uklad OE

Ukiad OC

we

Jest najmniejsza ze
wszystkich ukladow.
Wynosi od kilkudzie-
sieciu  do kilkuset
omoéw. Rezystancja
obcigzenia R, wply-
wa nieznacznie na
wartos¢ R .

Wieksza niz w ukla-
dzie OB, ale mniej-
sza niz w ukladzie
OC. Wynosi od kil-
kuset do kilkudzie-
sieciu tysiecy omow.
Maleje przy wzros-
cie R,.

Jest najmniejsza ze
wszystkich ukladow.
Wynosi od kilkuset
oméw do kilku me-
gaomOw. RosSnie ze
wzrostem Ro.

Rwy

Jest najwieksza ze
wszystkich ukladéow.
Wynosi od kilkudzie-
sieciu kilooméw do
kilku megaoméw.
Ro$nie ze wzrostem
Rg.

Wieksza niz w ukla-
dzie OC, ale mniej-
sza niz w ukladzie
OB. Wynosi od kil-
kudziesieciu do kil-
kuset kiloomo6w. Ma-
leje ze wazrostem

Rg.

Najmniejsza ze wszy-
stkich uktadow. Wy-
nosi od kilkudziesie-
ciu oméw do kilku-
dziesieciu kiloomow.
Ros$nie ze wzrostem

Rg.

Wynosi w przyblize-
niu — jak dla OE —
kilkadziesigt decybe-
li. Ro$nie ze wzro-
stem R . Nie ma od-
wrécenia fazy.

Wynosi kilkadziesigt
decybeli, podobnie
jak w ukladzie OB.
Rosnie ze wzrostem
R,. Zachodzi odwr6-
cenie fazy (ujemne
wzmocnienie napie-
ciowe).

Jest mniejszy od je-
dnosci (O dB). Nie
ma odwrécenia fazy.

Najmniejszy ze
wszystkich ukladow.
Jest mniejszy od je-
dnosci.

Podobnie jak w ukla-
dzie OC, wynosi kil-
kadziesigt decybeli.
Maleje ze wzrostem
R .

o

Podobnie jak w ukla-
dzie OE, wynosi kil-
kadziesigt decybeli.
Maleje ze wzrostem
R

o

Mniejszy niz w u-
kladzie OE, a wie-
kszy niz w ukladzie
OC. Wynosi kilka-
dziesigt decybeli.

Najwiekszy ze wszy-
stkich ukladéw, naj-
tatwiejsze dopasowa-
nie ze wzgledu na
najmniejsze roéznice
migdzy R, i Rwy.
Wynosi kilkadziesigt
decybeli.

Najmniejszy ze wszy-
stkich ukladéw. Wy-
nosi kilkana$cie de-
cybeli.
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Najczestsze zastosowanie praktyezne maja uklady tranzystorowe o wspol-
nym emiterze. Uklady te cechuje najwieksze wzmocnienie mocy (zalezne
od stopnia dopasowania) oraz najbardziej zblizone do siebie wartosei rezy-
stancji wejsciowej i wyjsciowej.

Uklady o wspblnym kolektorze majg wiasciwosci podobne do wtérnikéw
katodowych i podobne zastosowanie.

1.4. Uklady zastepcze tranzystora

Najbardziej rozpowszechnionym ukladem zastepczym tranzystora jest
przedstawienie go w postaci czwérnika czynnego (rys. 1.4.).

Rys. 1.4. Tranzystor w postaci
czwélrnika

Tranzystor jako czwornik elektryczny ma cztery zaciski: dwa wejéciowe
i dwa wyjSciowe, przy czym jeden zacisk jest wspélny dla obwodu wejs-
ciowego i wyjSciowego. Wikasciwosei tranzystora dla takiego ukladu
zastepczego mozna okrefli¢ za pomocy czterech wielko$ei charakterystyez-
nych, zwanych parametrami.

1.41. Uklad =zastepczy {ranzystora wyrazony za pomocg parame-
tréw h;.
j
Przy matlej czestotliwo$ci 1 matym sygnale wlasciwosci tranzystora cha-
rakteryzuje sie zasadniczo za pomoca parametréw h ij (rys. 1.5.).

i, 7

R g iy
o— 1+ —0
hyy v
l oty Paryy
| | |
Uf] Q; ‘ 6,\ hop U2
! Neat ] 7/ ad |
Rys, 1.5. Uklad zasiepczy tranzy- i 7 ] L]
stora wyrazony za pomoca para-
metréw h
o—
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Rownania opisujace czwornik za pomoca parametréw mieszanych hl.j
maja postac:

uy =hy; e i+ hyy e,
ey T
zz—hn.z1 ! hzz‘uz-

Wartosci liczbowe parametréw mieszanych hyy, Ry, By, Ry, sa okreSla-
ne na podstawie nastepujgcych wzoréw:

u . s
Bl = — rezystancja wejsSciowa przy zwartym wyjsciu
11 : p s
hlu,= 0
2
U
hy,= {LL ) — wspblezynnik sprzezenia zwrotnego przy otwartym
2|t =0 wejsciu,
iy | ] . Loy
h,,= = —- wspbélezynnik wzmocnienia prgdowego przy zwartym
2 i = S
1 l Uy =0 wyijseiu,
i [ - .
h,, = -2 — konduktancja wyjéciowa przy otwartym wejsciu.
227 g i
1|t = 0

Parametry tranzystora zaleza od punktu pracy (zmieniaja sie wraz ze
zmiang tego punktu), od ukladu polaczen itp. Normalnie tranzystor pra-
cuje z generatorem o s. em. roéwnej e, i rezystancji wewnetrzne] Rg na
wejsciu oraz z rezystancja obcigzenia Ro na wyjsciu (rys. 1.6). Podstawowe
wlasciwosei takiego ukladu mozna okre$lié za pomoca rezystancji wejscio-
wej R, rezystancji wyjSciowej Rwy, wsp6tezynnika wzmocnienia prado-
wego G, wspobiczynnika wzmocnienia napieciowego G,, wspéiczynnika
wzmocnienia mocy Gp, wspélezynnika wzmocnienia mocy przy obustron-

. {
—— il
"3 | i M
o Uy Us 112 Rys. 1.6. Tranzystor z generatorem
~~ < | |70
8y~ U i obciazeriem
N | !

nym dopasowaniu Gp opt? optymalnej rezystancji obcigzenia R, bt opty-

malnej rezystancji generatora R, opt’
g

u hy +4h«R,
1+ hZZ'Ro
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R :ﬁ'{ ﬁRg
1
vy iy Ah + hyy+R
¢,=2 P+ By
u, ;+4rR
G.= _zL = o

G .G.— h .R
o) e (hl-,—Ah R) (1—|—h -Ro)

h..2
G, oot = 2
pop T
V Ah Ry - hyy)

S g
o opt ]/ Ah'hzz

R t:V Anhy,
gop hyy

Ah=h -h -—h oh

Uklady zastepcze tranzystora, wykorzystujace parametry h dla wszyst-
kich trzech konfiguracji, sa przedstawione na rys. 1.7. Par ametry tranzy-

a) .
3 le ‘c t) b le
i €y < ey <=
] o— -0
‘A i A i
i . Prte 3 A ;
| | i
1 | /
| Uy 2 hatsle Upp |Uea i Uheze (> hatels Uce
| « 5 | | -
[ hizlc v i 1 hizetc |
! ! v
o —0 o— 0
c) ;
{
o e -
S
[} [}
hyre
Upp ‘ U:‘?&c \) h?‘c lo Uec
b fe 1
V
(o3 —0

Rys. 1.7. Ukiady zastepcze tranzystora wykorzystujace parametry mieszane:
a) ukiad o wspolnej bazie, b) ukiad o wspdlnym emiterze, c¢) ukiad o wspol-
nym kolektorze

KATALOG 33-R 19 1967

2%



WIADOMOSCI CGOLNE

stora w ukladach OB i OC mozna wyrazi¢ za pomocg parametréw tranzy-
stora w ukladzie OE. Dokladne wzory na zalezno§ci miedzy parametrami
mieszanymi dla réznych ukladéw polaczenia tranzystora sg zebrane w ta-
blicy 2., przy czym zostaly zastosowane nastepujace oznaczenia parame-

trow h”:

hijb — tranzystor w ukladzie OB,

hije — tranzystor w ukladzie OE,
hl.jc — tranzystor w ukladzie OC.
OB OE ocC
i—h,, -+h, + 4%
-y 12 21 —
hub e = h . £ hue hnc i hue
1le
Ah, —h
Rypp = € _1Z¢ h h,.=1—h
12b | 12 12¢ 12e
1— h12e & hZIe =+ Ahe ‘ ¢
—4h, —h
h ) e 21e h h =—1—h
21b 7 21 21 21
1——-h12€—{— h212+ Ane g : )
h
oo, = 22 h Rype=h
2b 22 22 22
2 b= hlze + hZIe + Ahe & ; )
dh, = Ahe Ah Ah . =1—h, -+h, -+ 4¢h
b 1 _hlze + hzle + ﬁhe e c 12e 2le e
Ahe = h’lle = h‘22e i hlze ht h21e

1.4.2. Uklad zastepczy tranzystora wyrazony za pomoca parame-
tréw  y;
j

Przy wielkiej czestotliwoéci i malym sygnale wiaSciwosci tranzystora
charakteryzuje sie zasadniczo za pomoca parametréow Y;j (rys. 1.8.).
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/ %
——ps et
o o)
Uz Y12 Us Yot
vl Ynl | (R ~)
_J \,‘/ | o A
Rys. 1.8. Uklad zastepczy tranzystora \ v \
wyrazony za pomoca parametréw y

< o}

Roéwnania dla ukladu zastepczego tranzystora w postaci czwoérnika wy-
razone za pomocg parametrow admitancyjnych Y;j sa nastepujace:

i =Yy o Uy T Ypp e Uy
Gy =Ygy » Uy F Ypy + Uy,

Sens fizyczny parametréw ¥;, Uy, Yyps Uy, Jest nastepujacy:

i
Yy = 1 ’ — admitancja wejsciowa przy zwartym wyjsciu,
Uy | uy= 0
i | . .
Yy = - . — admitancja zwrotna przy zwartym wej$ciu,
Uy u, =0
| 1
i |
Ygy = - 2| — admitancja przej$ciowa przy zwartym wyjsciu,
Uy u, =0
iz | - - sz ae e
Ypy = — — admitancja wyjSciowa przy zwartym wejSciu,
o o | u, =0
przy czym:

e 1 ;
Yy = 9y; T I0Cyys
Yy =91+ JCyys
— 1 A
Yoy = Jpy T J0Cyy,

Ygy = Ugp T J0Cpy.

Gdy tranzystor pracuje z generatorem e, 0 rezystancji wewnetrznej Rg
na wejéciu i z rezystancja obcigzenia R na wyjsciy, to:

R U 1t¥pR
we i yll + A,y. Ro
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= U, 1+ Yyp® Rg
L‘J'_\. = —121 = ——————yzz + /_1y ) R:—
Gu:ﬁ— :ﬁy,z,l.Ro
Uy - y22' Ro
G.=_i2 .. | :
! Z1 yll + —/]y' R
2
G =l = e | Yz |- B,
PooTE T (It yyy e R (W, + Y- R))
_ Yy ?
POPY (VAy +Vyy - Uy
g
R =g/ Y
o O:DL Ay é yzz
P e
= _ 4/ Y
Hoopt = 1/ Aas < 57
S Or AY e yll

gdzie LY =Y.y Uy — Ypp* Uy

1.4.3. Uklad =zastepczy tranzystora wyrazsny za pomoca parame-
trow z;.
i
Roéwnania dla ukladu zastepczego tranzystora wyrazonego za pomocag

parametréow impedancyjnych 2 (rys. 1.9.) maja posta¢ nastepujaca:

iy iz
O —————O
i M M i
qu | 1\ 7 >
| | |22z
| |
ur| : Uz
Ryvs. 1.9. Uktad zastepczy 1
tranzystora wyrazony za I :: 20 ‘_
pomoca parametrow z | 21212\ N el |
| [
N ‘ ‘ )
Uy =2y 0 T 20ty
— |
u2 =z, .‘l,l T R9g 12,
1967
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przy czym:

u, | . -y o
211 = sy — impedancja wejsciowa przy otwartym wyjsciu,
| i,=0
2y = _1[‘ — impedancja zwrotna przy otwartym wejsciu,
2] i, =0
u, | ] . pee =
2y = i — impedancja przej$ciowa przy otwartym wyjsciu,
2 b | i,=0
2y = 2| — impedancja wyjsciowa przy otwartym wejsciu.
2] 4=0
1.4.4. Zaleino§¢ miedzy parametrami hl.j, Ysip 2
< ‘ \
i Z | |
j [2] i [y] ! [h]
| na | |
y-’yz ylz 4h }212
Ay Ay oy Ry
‘ [=] b
i — Uy Yy —hy, 1
| Ay Ay w B, By
|
b g 7
; 299 —zl3 | 1 . h12
E Az Az hyy hq,
| [yl | —
f | T s P i T
! | Az Az hyy by
y |
} 5 1z ! — Yo
' : : 22 229 Ui Y
{ [h] ! =
‘; f 2 1 ‘ Ya1 Ay
| | =
3 [ Z9n 292 Yn Y
| | ‘
‘ A=z .2, — 2,02y
AY =Yy oYy — Yy Uy
AR =Ry;+Ryy—Ry, o by
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1.45. Uklad zastepczy tranzystora typu = (Giacoletto, uklad OE)

Coe
1l
L
i b v 5 bt c i
Lo 1 —~ ‘ <t
3 { s‘ ’ [
| | i @ |
u ‘: g m (o= |u 9 ‘—jl (~ 2 Uce
p . | s — D r ) | “¢
z:e1 DE'T’ be be ce L '°§ ‘
! | | |
Y | v T
2 e

Rys. 1.10. Uklad zastepczy tranzystora typu =

Uklad ten jest stosowany gléwnie przy wielkiej czestotliwosci. Zaleznosé
miedzy parametrami Y;; 2 parametrami dla ukladu zastepczego tranzy-

stora typu = jest nastepujgca:

1 Y11e Y12e 1 | Ype + Ypre Ypre j

e !

1 y21e Yage | M | I~ Ypre (yb’c+yce)']\’]+rbb"yo'c (gm'—yh'c) 5
gdzie:

Ypre = Ipre + jmcb'c

Ypre = Gpre + jwcb’e

Yee = Yce * jwcce

M =1 +‘(y'n’c+ yb’e)'rbb"

1.5. Podzial tranzystoréw na typy

Wszystkie tranzystory, w zaleznoS$ci od grupy (przeznaczenia), dzieli sie
na typy wedlug okres§lonych parametréow. Poszczegblne typy tranzystoréw
r6znig sie miedzy soba wartoSciami takich parametréw, jak: U.p max? Taie
Rorps Fs Tor Fps Cppe

Np. tranzystory:

— TG2, TG3A, TG4, TG5, TG8 maja zasadniczo rézne —Uqp zizs Ry F

— TG9, TG11, TG21 N Ja
— TG10, TG20 5 3 T
— TG37— TG40 5 5 Trs Cige
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Py
#

— TG50, TG51, TG52, TG53, TG55 méaja zasadniczo rdzne _UCE,max’ hat g,
spadek hyp W

funkeji I,
— TG70, TG71, TG72 % " o —UCE max
— ASY34, ASY35, ASY36, ASY3T i Ta
— BF504, BF505, BF506 i A —Vep pix
— AF514, AF515 i Ty Ce

1.6. Diody germanowe ostrzowe
Diody ostrzowe sa wykonane z germanu typu N (rys. 1.11). Kierunek

Katoaa _Anoda

Rys. 1.11. Budowa diody ostrzowej ) /[ i \ 1L 3.

T—{h

U

przewodzenia jest zaznaczony na obudowie. Dioda przewodzi, gdy katoda
jest spolaryzowana ujemnie. Wszystkie diody ostrzowe polskiej produkeji
majg obudowe szklang.

W zalezno$ci od zastosowania, diody ostrzowe dzieli sie na grupy podane
ponizej, scharakteryzowane dalej w katalogu odpowiednim zestawem pa-
rametrow.

Diody uniwersalne — DOG52, DOG53, DOG55, DOGH56,
DOG62
Diody uniwersalne o wysokim na-
pieciu wstecznym — DG20, DOG58
Diody do detektoréow stosunkowych
dobierane parami — 2XDO0G5?H3, 2XDOGH8, 2XDOG61
Diody do modulatoréw kolowych — DG21
Diody wielkiej czestotliwos$ei — DOG31, DOGS#61
Diody impulsowe — DG51, DG52, AAY37

1.7. Diody prostownicze

Do tej grupy nalezg diody germanowe DZG1—DZG7 i DMG1—DMG4
oraz diody krzemowe DK60—DKG63, przy czym te ostatnie mogg pracowac.
w wiekszym zakresie temperatur. Obudowa wszystkich tych diod jest me-
talowa. Kierunek przewodzenia jest zaznaczony na obudowie, podobnie jak
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w przypadku diod ostrzowych. Wyprowadzenie katody diod DMG1—DMG4,
DK60—DKS63 jest poigczone z obudowa. Sa one przystosowane do pracy
z radiatorem.

Poszezegblne typy diod, np. DK60—DKS63, otrzymuje sie przez selekcje
wedlug wartosei maksymalnego napiecia wstecznego.

1.8. Diody Zenera

Diody Zenera s3 diodami krzemowymi, w ktérych wykorzystuje sie za-
krzywienie charakterystyki wstecznej w obszarze przebicia (rys. 1.12)).

- A
[md]

J U= [v]

N

UelV] U

Obszar [ Rys. 1.12. Charakterystyka diody
pracy i /p : Zenecra
Y[’T?AJ/

W tym obszarze napiecie graniczne, przy ktorym nastepuje gwattowne za-
krzywienie charakterystyki wstecznej, zwane napieciem Zenera, malo
zalezy od pradu przeptywajacego przez diode i z tego wzgledu diody te
stosuje sie w ukladach stabilizujacych.

Przebieg charakterystyki przewodzenia jest analogiczny jak dla zwykilej
diody krzemowej, przy czym dla okre$lonej grupy diod Zenera, np. 0 ma-
ksymalnej mocy strat rownej 250 mW, jest ona identvezna bez wzgledu
na wartos$¢ napiecia Zenera.

Rézne typy diod Zenera otrzymuje sie przez selekcje wedlug wartosci
napiecia Zenera z okreslong tolerancja, np. +109, (symbol D w oznaczeniu
diody). Oznacza to, ze np. w grupie diod o znamionowym napieciu Zenera
réwnym 8,2V z tolerancja 109, beda diody o napieciu Zenera od 7,3
do 9,2 V.

Niemozliwe jest wykonanie dobrych diod Zenera o napieciach ponizej
3,9V, dlatego do stabilizowania tak niskich napie¢ wykorzystuje sie za-
giecie charakterystyki przewodzenia, ktére nastepuje przy okolo 0,65 V.

Napiecie Zenera zalezy od temperatury. Zmiane napiecia Zenera, w za-
lezno$ei od temperatury, charakteryzuje wspélezynnik temperaturowy na-
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piecia Zenera TKU, wyrazony w 1/deg. Poniewaz TKU, moze mieé war-
to$¢ ujemna lub dodatnia, tzn. napiecie Zenera moze male¢ lub rosnagé
ze wzrostem temperatury, wiec dla zmniejszenia wplywu temperatury
stosuje sie dwie diody Zenera o réznych TKU, polgczone w szereg.

Napiecie przewodzenia maleje z temperatura. Mozna zatem kompenso-
waé¢ wplyw temperatury, wiaczajac w szereg z diodg Zenera o dodatnim
TKU, diode Zenera lub zwyklg diode krzemowa w kierunku przewodzenia.

Ze wzgledu na stosunkowo maty TKU, i mala oporno$¢ dynamicznag
najwygodniej stosowa¢ diody Zenera o znamionowym napieciu Zenera
8,2 V.

Fabryka Polprzewodnikéw ,,TEWA” produkuje diody Zenera o maksy-
malnej mocy strat 250 mW i 5 W (odpowiednio BZ1 i BZ2).

1.9. Fotodiody

Fotodioda FG2 jest zwykla stopowa dioda germanowa, w ktorej wyko-
rzystuje sie zalezno$§¢ pradu wstecznego od natezenia os$wictlenia. Obu-
dowe ma szklang. Jest wyposazona w soczewke pozwalajgcg na oswietlenie
odpowiednich obszaréw zlacza. Podczas eksploatacji nalezy zwracaé uwage,
aby nie przekroczy¢é dopuszczalnej wartosci natezenia o$wietlenia podanej
w danych katalogowych, gdyz w przeciwnym razie moze nastgpi¢ uszko-
dzenie fotodiody.

1.10. Warikapy

Warikap jest dyfuzyjna dioda pojemnosciowsg. Pojemno$é warikapu za-
lezy od przylozonego napiecia wstecznego i jest w przybliZzeniu proporcjo-

3 —
nalna do 1;"] Up. Warikapy stosuje sie w ukladach automatycznego dostra-
jania w odbiornikach radiowych i telewizyinych, w ukladach modulacyj-

nych itp. Uktady te wymagaja elementéw o duzej dobroci @ = 21 «7+f«Rg.

Dlatego rezystancja szeregowa warikapu RS powinna byé mozliwie mala.

1.11. Uklady pomiarowe niektérych parametréw diod
i tranzystoréw

Ponizej podano uktady pomiarowe niektérych parametréw diod i tranzy-
storé6w stosunkowo tatwych do sprawdzenia.

8]
-3
ot
0
=
~
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Prad zerowy kolektora ICBo

Podstawowy uklad jest przedstawiony na rys. 1.13.

o /ceo
: 9 e L =
0 f
31 | Zasilacz
| O |
| V statego .
E |
+
Rys. 113, Uk d iaru 1
ys 3 tad do pomiaru CBo

Prad zerowy kolektora mierzy sie przy okreslonej wartosei napiecia
kolektor-baza UCB'

Prad zerowy emitera IEBo

Podstawowy uklad jest przedstawiony na rys. 1.14.

R A leso _
R RN :
| ; {
| IR | |
! Zaosilacz | - | |5
| prgdu ! Uss @ |
f statego j L r
1 I '
% 1 : i
| |+
Rys. 1.14. Uklad do pomiaru I
24 ¥ EBo

Prad zerowy emitera mierzy sie przy okreslonej wartoéci napiecia emi-
ter-baza Ugp.

Maksymalne napiecie kolektor-emiter UCE max Przy Upp=10

Podstawowy uklad jest przedstawiony na rys. 1.15.
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= /." 0K

7
N/

Zasilocz predu |

(D B " statego o state ;
/3 > LAt {
Vrgd@u@o;l

pradowey

Rys. 1.15. Uklad do pomiaru U
CE max

UCEZUCEmax’ jezeli prad zerowy kolektora I, jest réwny pewnej,
okre§lonej dla danego typu tranzystora, wartoSci.

Maksymalne napiecie emiter-baza Ugp ..
Podstawowy uklad jest przedstawiony na rys. 1.16.

Zasilacz prgdu
statego o statej p” C\ g
e b Uzs v
wydojnosc )

prodowey '

4

7

Rys. 1.16. Ukilad do pomiaru U
) EB max

Upg="Ugp o jezeli prad zerowy emitera' .IEBO jest rowny pewnej,
okre§lonej dla danego typu tranzystora wartosci.

Statopradowy wspélezynnik wzmocnienia pradowego R, p
Podstawowy ukltad jest przedstawiony na rys. 1.17.

<»—/Ev

/s c A

e S 2
PP
b oy
£

S

({D ;UCE
!

LN
|

~i

Rys. 1.17. Uklad do pomiaru hmE
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Stalopradowy wspoélczynnik wzmocnienia pradowego mierzy sie przy
okreSlonej warto$ci pradu kolektora I- i napiecia kolektor-emiter U

Cp
przy czym

Prad wsteczny I R

Podstawowy uklad jest przedstawiony na rys. 1.18.

Rys. 1.18. Uklad do pomiaru IR

Prad wsteczny mierzy sie przy okreslonej wartosci napiecia wstecz-
nego UR.

Napiecie przewodzenia Ug

Podstawowy uklad jest przedstawiony na rys. 1.19.

5 (S
—_— {4
|
f ,\ 5 Zasitace
g KPR

A
;

inlen,

siatego

Rys. 1.19. Uklad do pomiaru U]‘

Napiecie przewodzenia mierzy sie przy okreslonej warto$eci pradu prze-
wodzenia I, przeplywajacego przez diode.
Napiecie Zenera UZ

Podstawowy uklad jest przedstawiony na rys. 1.20.
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,
I
asuac.

L |
Yy @l [
: I statego

Rys. 1.20. Ukiad do pomiaru UZ

Napiecie Zenera mierzy sie przy okreslonej wartosci pradu Zenera I,

przeplywajacego przez diode Zenera.
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Tranzystor germanowy stopowy TG2
(PNP)

445 Czerwong kropka _C

\

e ‘31*\ -
==—) &
T NE

l.mn38 | max 13

Szkic rozmiarowy tranzystora TG2

Tranzystor germanowy stopowy jest tranzystorem matej mocy, matlej
czestotliwosci, przeznaczonym do pracy w ukladach wzmacniajacych.
Obudowe ma metalowa. Ciezar jego nie przekracza 0,9 G.

Dane maksymalne (wartoéci graniczne)

_UCBM max 1;_-) ‘i
w—UCB max 15V
_CEMmax zob. wykres na str. 40.
CEmax
~UEBM may =10V
—UEB max =10V . |
—ICM o 50 mA najwyze] przez 20 ms
A =10 mA ! o
IEM - = 55 mA najwyzej przez 20 ms
E . =11 mA
max . . .
_IBM ol 5 mA najwyzej przez 20 ms
. — zob. wykres na str. 39.
max o
i max =75C
R, = 0,6 deg/mW

Dane statyczne (ta = 25°C)
—Icpo=<15uA  przy —Ucp= 6V
—ICBOé50 uA przy —Uqp, =15V
—Ioox =50uA  przy —U,, =15V

KATALOG 33-R 33
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e
—Ipgy=20uA przy —Ugp= 6V
—Iggy<50uA  przy —Upp =10V

Dane dynamiczne (f,= 25°C)

My = 25+ 10—

Ry, = 300 —1500Q l
= 20—80 j przy —Ugp=2V, —Ic=3mA, f=1kHz

h21e
Ryge = 300 uS

F =30dB przy —Ucp=1V, —I.=02mA, i =1kHz, Rg=600Q
I, > 600kHz przy —UCBZQV' —I,=3mA
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~Ugers max i -
~Uge max i

I ;
i B—

frez2 7 1 TTT710 [T | ERERHR
11 T i i
J

10
’ T HH
[E|
Ll
. |
a1 1 79 : 100 Rae [k

Zalezno$¢ maksvmalnego napiecia Kkolektor-emiter tranzystora
TG2 cd rezystancji miedzy baza a emiterem

Tranzystor germanowy stopowy TG3A
(PNP)

5 Czerwona kropia L
min38 | max 13 _ |

Szkic rozmiarcwy tranzystora TG3A

Tranzystor germanowy stopowy TG3A jest tranzystorem matej: mocy,
malej czestotliwosei, przeznaczonym do pracy w uktadach w zmacniajgcych.
Obudowe ma metalowa. Ciezar jego nie przekracza 0,9 G.

Dane maksymalne (wartoéci graniczne)

—Ucppmmax =15V

—UCB max — 18V

~UCEM max |

Irrd = max zob. wykresy na str. 46.
CE max
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Vg gy =10V

%UEB max v . .
“ICM max < O0mA najwyieJ‘ przez 20 ms
T °C max =10mA .
EM max == 55 mA najwyzej przez 20 ms
B i =11 mA
max
—Ipmax = 5 MmMA najwyzej przez 20 ms
- — z0b. wykresy na str. 47.
max
- 7RO
t,j max =T75°C
R = 0,6 deg/mW

t

Dane statyczne (ta = 235°C)

—Iggy =15 1A
—Icpo = 50 uA
—Igox =< 50 A
—Ipgy =< 20 UA
—Ipp, =< 50 UA

przy _UCB = 6V
przy _UCB =15V
przy —Ugp=15V
przy —Ugp= 6V
przy _UEB =10V

Dane dynamiczne (ta =25°C)
h, = 700 — 300002

ile
4
Mipe = 20+ 10

h,, =T75—130

2le

R, < 300 uS

22e =

f, >=1MHz

I' przy —Ucp=2V

przy —Ucp=2V,

KATALOG 33-R

41

1967



TRANZYSTORY

| B

L T63A Ip Ty
[/T]A ta‘25 C
: D
w : /’/ %}“’ ‘(‘)Q/
S A o
g; A A >
E‘%\\\;’ L' . P
A=Y - A A0
AYANEA 4 A L
Hh by} B L~
- \ 9 L~ B
W LA e
\ p= =T
A T
A et}
"[8:0/1/4 T
-
Vi
~Ig=0u A
y i
7
N aaml
s
20
e 101
—\)ct
g 20 60
02 100
~Uge
v

Charakterystyki statyczne tranzystocra TG3A
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Charakterystyki statvezne tranzystora TG3A przy malych wartosciach na-
piecia kolektera '
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Tranzystor germanowy stopowy TG4
(PNP)

405 Czerwona kropka C
= 1—33
min38 _| _max 13

Szkic rozmiarowy tranzystora TG4

maz6

Tranzystor germanowy stopowy TG4 jest tranzystorem matej mocy,
matej czestotliwos$ei, przeznaczonym do pracy w uktadach wzmacniajgcych.

Obudowe ma metalowa. Ciezar jego wynosi najwyzej 0,9 G.
Dane maksymalne (warto$ci graniczne)

~Vcammas =15V

—Ucp max — 19 v
_UCEM miax zob. wykresy na str. 54.
CE max

_UEB)I max v
_UEB max v X e
= 50 mA najwyzej przez 20 ms

T CM max

~*C max =10 mA . v
EM max = 55 mA najwyzej przez 20 ms
Eimax =11mA ) o

—Ipimax = 5 MA najwyzej przez 20 ms
max -— zob. wykresy na str. 56.

&, 4 = 75°C
j max

R, = 0,6 deg/mW

Dane statyezne (t, = 25°C)
_ICBoém UA przy -—UCB= 6V
—Icpo =< 50 A przy _UCB:15V
_ICOK = 50 uA przy —Ucp =15V
—Igp, =20 uA przy —Ugp= 6V
_IEBo = 50 uA przy —Ugp =10V

Dane dynamiczne (¢, = 25°C)

hi1e = 300 —1500 Q

hige = 30+ 10— l i .
h21e = 20— 50 I przy —UCE=2V, —I,=90,5mA, f=1kHz
Roge =< €0 S

F =10dB przy —Ucp =1V, —Io=02mA, f=1kHz, R,=600Q
f, =600kHz przy —Ugp=2V, —I;=05mA
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4 — Elementy poéiprzewodnikowe



TRANZYSTORY

764 Iz [
2] —2r0
f mA =25
~Upe=2V \ Max L 7£ i
s T
A = 8
i l.ﬂ A - = ﬂét’ 1
\\ \ -] L= = 15 U —
oy = i /’ /”T"
— T 125 4
\\ 5 1 | ] =T _
N
‘\ \\ | BiE ---'—Z'é V
A\ — =] 50
\, \\ 75
N\
—Ig[uA] 100 | 0 5 —'UICEI[ VH
] MR
I! =Ig=0uA B
il
I
I
4“\11 Ji ~75
B\ / 504
L - ! / 75
21 02 100
S ZaRNEI 200 ]
1 250
& [Y] 11

Charakterystyki statyczne tranzystora TG4
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Charakterystyki statyczne tranzystora TG4 przy malych wartoSciach
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Tranzystor germanowy stopowy TG5

(PNP)
805 Czerwona kro ika C
TR El@
min 38 max 13 1

Szkic rozmiarowy tranzystora TG5

Tranzystor germanowy stopowy TG5 jest tranzystorem matej mocy,
matlej czestotliwo$ci, przeznaczonym do pracy w ukladach wzmacniajgcych.
Obudowe ma metalows. Ciezar jego wynosi najwyzej 0,9 G.

Dane maksymalne (wartosci graniczne)

im0V
—Uehnas. T 0V
_ZCEM o zob. wykresy na str. 62.
CE max
= Wi nas - 20V
_UEB. max 10V
CMman = 50mA najwyzej przez 20 ms
Crmax =10 mA
EM max = 55 mA najwyzej przez 20 ms
E max =11 mA
—Igpmax — SMA najwyzej przez 20 ms
T — zob. wykresy na str. 64.
t} max =15°C
R, = 0,6 deg/mW

Dane statyczne (¢ 1= 25°C)

ICBO = 15 uA przy —Ugg= 6V

—Icpg =< 50 UA przy '_‘UC_B_ =30V
—Icox < 50 HA przy —Ugsp =30V
—Ippy =< 20 LA przy —Ugg= 6V
—Ippy, =< 50 uA przy —Upg =10V

Dane dynamiczne ({,= 25°C)

hyq, =300 —1500 2

Ryge < 20 + 10—

Py, < 25— 80 przy —Ugp =2V, . —Io=3mA, f=1kHz
Pgge <= 300 1S ]

F =15dB przy —Ug =1V, —Ic=02mA, f=1kHz, R,=600Q
i, ==800kHz przy —Ucpg=2V, —I,=3mA
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Tranzystor germanowy stopowy TGS
(PNP)

805 Czerwona kropka C
| IS

‘ min 38 max 1. ; \£

— =

Szkic rozmiarowy tranzystora TGS

Tranzystor germanowy stopowy TGS8 jest tranzystorem malej mocy,
malej czestotliwo$ci, przeznaczonym do pracy w ukladach wzmacniajg-
cych, generacyjnych i przelgcznikowych.

Obudowe ma metalows. Ciezar jego wynosi najwyzej 0,9 G.

Dane maksymalne (wartoéci graniczne)

—UcBM max =60V
—UCB T 60V

CEM max
=Uchmac . |
~UrgM max =30V
_UEB max = 30V

zob. wykresy na str. 70.

—Icy max — 90mA najwyzej przez 20 ms
—Ie ok =10mA

IEM o = 55 mA najwyzej przez 20 ms
Ip hax =11 mA

_IBM o 5mA najwyzej przez 20 ms
Pmax — zob. wykresy na str. 70 i 71.
j max =T75C

R = 0,6 deg/mW

Dane statyczne (ta = 25°C)

—ICBOéls UA przy —UCB_=15V
—Icpo < 50 UA przy —Ucp =160V
_ICOK = 50 LA przy —Ucp=60V
—Ipp, =10uA przy —Upp =10V
—Ipp, =50 uA przy —Ugp =30V
h21E = 20—100 przy —UCB =02V, I,=10mA

Dane dynamiczne (t, = 25°C)
F 2 0,7 MHz przy —UCE =6V, —IC = 5mA

KATALOG 33-R 65 1967
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Zalezno$§¢ maksymalnej mocy strat tranzystora TGS od
temperatury otoczenia

Tranzystor germanowy stopowy TG9*
(PNP)

Czerwona kropka £

14
s o o B
== §&
L. min38 max13_| £

Szkic rozmiarowy tranzystora TGS

* Przewiduje sie wycofanie z produkecji.
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Tranzystor germanowy stopowy TG9 jest tranzystorem maltej mocy,

malej czestotliwo$ei, przeznaczonym giéwnie do pracy w ukladach impul-
sowych. i

Obudowe ma metalowg. Ciezar jego wynosi najwyzej 0,9 G.

Dane maksymalne (wartosci graniczne)

—UcRMmax =15V

_UCB max 15V

~—UCEM max | ,

_y, W& ¢ zob. wykresy na stronie 74.
CE max J

_UEEM max 6V

_UEbi max 6V

—Icpmax = 125 MA najwyzej przez 20 ms

—Ig . = 50mA

IEM méx = 125 mA najwyzej przez 20 ms

Ip Ak = 50mA

—IB st max 50 mA najwyzej przez 20 ms

_IB max = 25 mA

Pmax — zob. wykresy na stronie 75.

t] max = 75°C

R = 0,6 deg/mW

t

Dane statyczne (ta = 25°C)

—Iepy =< SUuA przy —Ugcp= 6V
_ICBO = 50 uA przy —Ugp =15V
—Ioog =< 50 LA przy —Ugcp=15V
—Ippy =< 5UuA rzy —Ugg= 6V
_IEBD = 50 A przy —Ugp =10 v
hop = 20 przy —Ucp =02V, Ip= 10mA
hyp > 10 przy —Ucpg = 0,2V, I, =100mA

—UCp st =< 0,25V przy —Ip=3mA, —Io=50mA

Dane dynamiczne (f, = 25°C)

Ta 21,5 MHz przy ——UCB=6V, I,=3mA
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TRANZYSTORY

3 ]
| ]C
[IHA] [0:2500
1g =700 uA
\ 6 r, } i
NE" 8
= 2 770
d Zasamsgy)
\ { %
™ 0
]
A Z L = = 6‘[17
] EEERESE)
N 0
1] ,
=1g [uA] 1100 01 3 10=Upe [V]E
: LIg=20uA]
/ B =
= 40
a 650
pyA - . 80
T UCE S Q% ; e 120
i . 700 !
~Ugr :
[V ! ! |

Charakterysiyki statyczne tranzystora TGI

-3
)

KATALOG 33-R 1967



TRANZYSTORY

T '\ 8
1 |
] S &
e
T i O =
T T ]
1 | w
T T i T >
1] 1 I 8
11 T T 1 I =) <
[ | 1 11 1 -t
1\". { | | ‘[i ! %V“ﬂ
T mm o i I g8
(P EQ E EX ! 1= o &
| [ B AR Pl T ; | | =
S| ’ . 1 2w
HE S ! N : 25
T i I 1 . T =]
jr O T 1 I \\ 1 % &;
I ! L 1 [ 1 e &
‘ FE’ ] I ® 5
1 1 S 1 | 1 [
[ K ] ‘ o z &
T ol o I ] IS 3
T 3| 3 t = 5e
T bT"T‘ T T N N
1 u I K S ='g
I ! I v l
i i i NC 5
i i <
i ! '~\\ &
T : 1 ol
T = T =~ e
SEEmmm | ma i g
> 2 ~ Q
5 S S i
= N
= Upem max | TG 9 . I
“Uce max | g +—
v b
15 ——
i —— i
- N
N
[ AN 1
‘5‘\
0 AN ] =
-,
L —— I ]
N I P N I A
N
N
= ! \\
5 i T S——r— -
U = | | | | |
a1 1 10 Roe [K2]

Zalezno$¢ maksymalnego napiecia kolektor-emiter tranzystora TGY od rezystancji

miedzy baza a emiterem

KATALOG 33-R

74

1967




TRANZYSTORY

JONWA-I0)d[0Y erddideu oSaujeuwrAsyrin ~eIuaz2030 Ainjerddurd)
PO 6OX rvIOG)SAZUEBI} 3JeIIS Adow [IujewrASyeU QPFOUZI[BZ PO ¢9J, ®BIO)SAzURI) JeI)8 Adow [IujeuwIASHeUS J$0UZI[RZ
D
Wjrowsn. g o g 0 [e] o
TR 0 \EEE "
yn EEEEEEEE..
o \EEE i
- =
B g 02 y
N = T N
N,
N T B 0¢
o \
N AY
Uil M 0b
ov
| X
N\
NTInT
N 05 N
N [
B O O T
\ Nl 09
A 09 AY
s N
\ /r
0/
: N J
B 5 1 0 O T au)panjou J3zZPoNyYY)
o 08
T o o —HHHHH 06 e R
] S . - - & 1 ) S \.\SQ\.\ 3 o i ) i \.\:t&\
18 O O T 5 1 o R %

1967

KATALOG 33-R



TRANZYSTORY

Tranzystor germanowy stopowy TG10*
(PNP)

05 Czerwona kropka L

Szkic rozmiarowy tranzystora TG10

Tranzystor germanowy stopowy TG10 jest tranzystorem malej mocy,
$redniej czestotliwo$ei, przeznaczonym do pracy w ukladach wzmacniajg-
cych posredniej czestotliwo$ei i w ukladach generacyjnych.

Obudowe ma metalows. Ciezar jego wynosi najwyzej 0,9 G.

Dane maksymalne (warto$c! graniczne)

Vg = 18V

_UCB iy 15V

:UCEM mix } zob. wykresy na stronie 79.
CE max

UM max = 6V

_—UEB max Y

~Icp max = 10 mA najwyzej przez 20 ms

_IC max = 5mA

TEAL max =10 mA najwyzej przez 20 ms

Ig max = 5mA

D — zob. wykresy na stronie 80.

tj e = T75°C

R = 0,6 deg/mW

t
Dane statyczne (ta = 25°C)

_ICBO =10 uA przy _UCB = 6V
———ICB0 = 50 A przy —Ugg =15V
—Icog =< 50 LA przy —Ucp=15V
'—IEBU = 50 uA przy _UEB = gV

Dane dynamiczne (t, = 25°C)

i > 3MHz przy —Ucp =6V, —I-=10,5mA
Ry  =20—130 przy —Ugp =6V, —I,=05mA, f=1KkHz
Ty =200Q  przy —U, ,..=2V, —Is=1mA, f=05MHz

* Przewiduje sie wycofanie z produkcji.
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Zalezno$¢ maksymalnego napiecia kolektor-emiter tranzystora TG10 od rezystancji
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ZaleznoS¢ parametréw 1/g2_)e i 0?_2‘2 tranzystora TG10 od czestotliwoS$ci

Tranzystor germanowy stopowy TG11*
(PNP)

Szkic rozmiarowy tranzystora TGI1

Tranzystor germanowy stopowy TGi1 jest tranzystorem matej mocy,
przeznaczonym gtéwnie do pracy w uktadach impulsowych.
Obudowe ma metalowa. Ciezar jego wynosi najwyzej 0,9 G.

Dane maksymalne (wartoéci graniczne)

eam max =15V
_UCB mix. = 15V

—UcEM max |

U zob. wykresy na stronie 86.
Y CE max

* Przewiduje sie wycofanie z produkeji.
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—UpgM max =
—UEB max
—Icn T 125 mA najwyzej przez 20 ms
= e 50 mA
Igat max = 125 mA najwyzej przez 20 ms
Ig My = 50mA
—Iparsy 50 mA najwyzej przez 20 ms
—Ip ax = 25mA »
o — zob. wykresy na stronie 87.
tj = = 75°C
R, = 0,6 deg/mW
Dane statyczne (f,= 25°C)
—I gy < Sub przy —Ucg= 6V
Ic304°0 uA przy —Ucg =15V
—Icox = 50 uA przy —Ucp = 15V
—Ippy = 5 uA przy —Ugg= 6V
—Ippo = 50 uA przy —UEB =10V
Ry p =20 przy —-UCB402V Ip= 10 mA
hyp =10 przy —UCBAOZV I, =100 mA
DCE at.402:;'\7 przy ——IB—3mA, -—IC-—-SOmA
Dane dynamiczne (t,= 25°C)
f.,>2MHz przy —UCB=6V, l1,=3mA
KATALOG 33-R 84 1967
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Tranzystor germanowy stopowy TG20*

(PNP)
405 Czerwona kropka £
il 8
o 33 514
e E' :
,Emm 38 max 13 | ' \£

Szkic rozmiarowy tranzystora TG20

Tranzystor germanowy stopowy TG20 jest tranzystorem malej mocy,
fredniej czestotliwo$ci, przeznaczonym do pracy w ukladach wzmacniaja-
cych posredniej czestotliwo$ci oraz do mieszaczy.

Obudowe ma metalowg. Ciezar jego wynosi najwyzej 0,9 G.

Dane maksymalne (warto$ci graniczne)

—UcaM mex
_UCB max

_UCEM max
_UCE max

—UEBM max
_UEBA max
e max
—Ic max
T max

IE max
P

max
tj max

B,

|

J

15V
15V

zob. wykresy na stronie 92.

6V
6V

10 mA najwyzej przez 20 ms

5 mA

=10 mA najwyzej przez 20 ms

— zob. wykresy na stronie 91.

5 mA

75°C
0,6 deg/mW

Dane statyczne (ta = 25°C)

_ICBO =10 A przy —Ugcg= 6V
—Icpy =50 uA przy —Ugg =15V
_ICOK = 50 LA przy —Ugp =15V
_IEBO = 50 LA przy _UEB_ = 6V
Dane dynamiczne (t, = 25°C)
fs >~ 7TMHz przy —Ugpg=6V, —I-=05mA
Byt =20—225 przy —Up=6V, —I,=0,5mA, f=1kHz
Typr =2500 przy —Ug ;s =2V, —Io=1mA, f=10,5 MHz
Twiduje sie wycofanie z produkcji.
KATALOG 33-R 38 1967
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~Ucem max
~Uce max

vl

5

10

Zalezno$¢ maksymalnego napiecia kolektor-emiter tranzystora TG20 od opornosci
miedzy baza a emiterem

iyel [7620 L[] [
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Zalezno§¢ parametru y21e tranzystora TG20 od czestotliwosci
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Zalezno$§¢é parametrow 1lg11 i tranzystora TG20 od czestotliwosSci
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Zalezno$¢ parametréow 1/g116 i c12e tranzystora TG20 od czestotliwoSci
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Yaz2e [76 20 Czze
k2] [of]
—IE =0,5mA
—Upg=6V
60 L=25% 4
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Coze
J0 \ 12
20 8
~N
10 - \\ i
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Zalezno$é parametréw llgzze i c228 tranzystora TG20 od czestotliwosci

Tranzystor germanowy stopowy TG21*

(PNP)
805 Czerwona kropka  C
g KB
o | N
r![ g
L min 38 max13_| \£

Szkic rozmiarowy tranzystora TG21

Tranzystor germanowy stopowy TG21 jest tranzystorem malej mocy,
§redniej czestotliwos$ci, przeznaczonym do pracy w ukladach impulsowych.
Obudowe ma metalowa. Ciezar jego wynosi najwyzej 0,9 G.
Dane maksymalne (wartosSci graniczne)
’—UCBA\I = 15V
“Ucgmx =15V

—UCEM max ]

2 zob. wykresy na stronie 98.
CE max

* Przewidziany do wycofania z produkcji.

KATALOG 33-R 95 1967



TRANZYSTORY

—UEBM max 6V
_UEB max 6V
—Ica max = 125 mA najwyzej przez 20 ms
—IC i = 50 mA
TEM mex =125 mA najwyzej 20 ms
Ip o = 50 mA
—Ippmmax = 50mA najwyzej przez 20 ms
—Ip o = 25mA ‘
Pmax — zob. wykresy na stronie 99.
: = = 752°C
j max
R, = 0,6 deg/mW

Dane statyczne (t‘E = 25°C)

—Icpo=< 5uA przy —Ugcg= 6V
—Icpy=50uA przy —Ugg =15V
—Icox =50 LA przy —Ugp =15V
—Igpy = SuA przy —Upg= 6V
—TIpgy = 50 uA przy —Upp =10V
Py =20 przy —Ugp =02V, —Iy= 10mA
hypp =10 przy —Ugcp =02V, —I;=100mA
—UCpea: =025V przy —I,=3mA, —I,= 50mA

Dane dynamiczne (t,=25°C)

f.> 7TMHz przy —UCB=6V, Ip=3mA
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Zalezno§¢ maksymalnege napiecia kolektor-emiter tranzystora TG21 od rezystancji
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KATALOG 33-R

98

1967



TRANZYSTORY

I9)1TUI9-10939103 ®rodideu oFourewAsyewr eIuazd030 Axnjeradwa)
PO I2OJ BIO)SAZURI) JLI)S AJOW [IU[BRLIASHRW JSOUZI[BZ PO IO, vIOISAZUEBI} JBI)S AJ0W [IUJBWASHBUW DFOUZI[CZ

[rowp. ¢ o ¢ 0 [9o] " 09 0k 02
s 70 N ¥ : )
. ] G A

s

|

A N i 1 (11 T |
L e )
RN ENEE R - T 0 W
il E INEREENEEEn N 1]

02 0

0¢

SO N e o

N

I ANEEEENEE N Tl N\
AN o
o z : i aujpInibu 3azpojy)
e - -H o9 : 08

!

T Wl 06
- N A RNENNENEERERnE ) (M

+Hrr 1 .b\..mA\ xBSQ RQEQ

1967

99

KATALOG 33-R



TRANZYSTORY

Tranzystor germanowy stopowy ASY34

(PNP)
85 C [
= 1d 2 2
| he §
|, mnd40 j max7. L@/

Szkic rozmiarowy tranzystora ASY34

Tranzystor germanowy stopowy ASY34 jest tranzystorem maltej mocy,
§redniej czestotliwoéei, przeznaczonym do pracy w ukladach impulsowych,

przelgczajacych.

Dane maksymalne (warto$ci graniczne)

_UCB max

—UCE max

—Ugp max

—I¢ max

_IB max
max

tJ' max

= 15V

= 15V przy Rpp=0, —IcoK=50 uA
= 10V '

=200 mA

= 30mA

=150mW przy t,=25C

= 75°C

Dane statyczne (t, = 25°C)

—Icpo
_IEBO
—Icp
—Icok.
—Igpo
RoiE
horE

—UCE sal

a

= 5uA przy —Ucg= 6V
= 5uA przy —Ugp= 6V
=50uA przy —Ucpg=15V
=50uA przy —Uc =15V
=50 uA przy —Ugg =10 v

> 20 przy —Ucp =02V, I,= 10 mA
>~ 10 przy —Ugp =< 0,2 v, I, =100 mA
= 0,25V przy —IB=3mA, —IC=50mA

Dane dynamiczne (¢, = 25°C)

fr = 2 MHz przy —Up=6V, Ip=3mA
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Tranzystor germanowy stopowy ASY35
(PNP)

805 c

\

—en N )
U | SRS | S T

]
SH
N
S|
e | R R &
{ | 1 0
Y Y. yl

Szkic rozmiarowy tranzystora ASY35

Tranzystor germanowy stopowy ASY35 jest tranzystorem matej mocy,
fredniej czestotliwosci, przeznaczonym do pracy w ukladach impulsowych,
przelgczajgcych.

Obudowe ma metalows.

Dane maksymalne (wartosci graniczne)

~Ugppes=— NV

I

—UCE max 10V przy RBE =00, — ICM =200 mA
“UCEmax= 20V przy Rz =0, —I,, =100uA
~Ugg 0= 20V

—Ic nax  =200mA

Iy e 30 mA
Ay =150 mW przy t, = 25°C
tj T = 75°C

Dane statyczne (¢ 2 —25°C)

—Ipgy = 6uA przy —Ugs=10V

—Iepy = 6uA przy —Ugg=15V

—legy = 100uA  przy —Upp=20V

—Icpy, = 100uA przy —Ucp=30Y

ook = 100pA  przy —Ugp =20V

—Uck st = 02V przy _IE = 5mA, —I.=50mA
ho g = 30—300 przy —I,=10mA, —Ucp=1V
RotE > 20 przy —Io=200mA, —U,=035V
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Dane dynamiczne (t, = 25° C)

—Ugrces =10V przy —Ic,=200mA, Rpp =00

fr >~ 3MHz przy —Ugg=5V, —Ic=1mA

Coop = 20 pF przy —Ucg =5V, Ip=1mA, f=1 MHz
Thpr =300Q przy —Ugg =5V, Ip=1mA

td = 0,3 us

t. = 0,6 us et "

ts Z10us [ PV —loy=10mA, I, =2m4, —Igyy=1mA
t = 0,6 us

Tranzyster germanowy stopowy ASY36

(PNP)
foﬁ C ‘
—_— | 2] g
| | Q):
i1 sy E (8]
p— g
| i |
! min 40 maxA 53

Szkic rozmiarowy tranzystora ASY36

Tranzystor germanowy stopowy ASY36 jest tranzystorem matej mocy,
§redniej czestotliwo$ei, przeznaczonym do pracy w ukladach impulsowych,
przelgczajacych.

Obudoewe ma metalowa.

Dane maksymalne (warto$ci graniczne)

—Ucp max 30V

Ucgmx = U0 v przy Rpp= 00; —I ;=200 mA
_UCEma.\: = 25V przy RBE=0, —Icpx = 100 uA
~—Upp mex = 20V

—I: o =200 mA
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gy = 30mA
P = 150 mW przy t, =25°C
t ke == 5°C

Dane statyczne (t, = 25°C)
—lg, = 6uA przy —Ug,=10V
—ICB0 = 6uA przy _UCB =20V
—Ipg, =100 UA przy —Ugg =20V
'—'ICBO = 100 A przy —UCB =30V
'_ICoK = 100 uA przy —Ugp=25V

—Ucpsat = 0,2V przy —Iz=33mA, —I.=50mA
horE =40—300 przy —Io=10mA, —Ugg=1V
hypp =20 przy —Io=200mA, —Ugp=035V

Dane dynamiczne (¢ o = 25° C)

—Ugrcen =10V przy —Ic, =200mA, Rpp =00

fr >~ 5MHz przy —Ugp=5V, Io=1mA

Coop = 20 pF przy —Ucg =5V, Ip=1mA, f=1MHz
Ty = 30002 przy —Uqog =57, Ip=1mA

ty = 0,3 us

t, = 0,6 us

o =1,0us przy —Igcy=10mA, —I ,, =2mA, Ip,,, =1mA
i = 0,6 us

Tranzystor germanowy stopowy ASY37

(PNP)
05 c
—-yi— ]
| _L‘D Q:
] 84 E Q
i '] E
min 40 max7 [ K

Szkic rozmiarowy tranzystera ASY3?
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Tranzystor germanowy stopowy ASY37 jest tranzystorem malej mocy,
$redniej czestotliwosei, przeznaczonym do pracy w ukladach impulsowych,

przelgezajgeych.

Obudowe ma metalows.

Dane maksymalne {wartoSci graniczne)

—Ucsp max — 30V
—UCE max =10V
—Ucp max =20V
—UEB max =20V

przy Rpp =00,
przy RBE =0,

—I: . =200 mA

_IB max 30mA
- =150 mW przy ¢, =25°C
i max = 7T5°C

Dane statyczne (f, = 25°C)
a

—Iggy = 6uA przy —Ugp =10V
—Icpy = 6uA  przy —Ugp=15V
—Igpy =100uA  przy —Ugy=20V
—Icgy, =100uA  przy —Ucp =30V
—leox  =100uA  przy —Ugp=20V
“Ucp et =< 02V przy —Ip =2,5mA,
Motk =60—250 przy —I,=10mA,
RorE > 30 przy —I; = 200 mA,

Dane dynamiczne (t, =25°C)

—U Br)cro =10V

fr > 10 MHz przy —Ucp=5V,
szb = 20 pF przy —UCB =5V,
Ty =300 przy —Ugg =35V,
t, =03 us

tr = 0,4 us

t, = 0,7us l ey

t = 0,35 us

~

r —Ioy=10mA, —I,, =2mA,

—Icp =200 mA
—Icog =100 A

—I-,=50mA
—Ucg=1V
—Ucp=035V

przy —Ic, =200mA, Rpp=co

——Ic=1mA
Ip=1mA, f=1MHz
1E=1mA

Ip,y=1mA

KATALOG 33-R 104

1967



TRANZYSTORY

Tranzystor germanowy stopowo-dyfuzyjny TG37*

(PNP)
4
305 N g
'
S gt o
| —TE 3
R e | S B WL

' min 38 7nax b
S ] el

Szkic rozmiarowy tranzystora TG37

Tranzystor germanowy -stopowo-dyfuzyjny TG37 jest tranzystorem ma-
lej mocy, wielkiej czestotliwo$ei, przeznaczonym do pracy w ukladach
wzmacniajacych wielkiej i poSredniej czestotliwosei oraz w ukladach ge-
neracyjnych i mieszajgcych.

Obudowe ma metalowg. Ciezar jego nie przekracza 1,8 G.

Dane maksymalne (wartoSci graniczne)

~Ucm mex — 15V
——UCB R 15V
~—VUcem max =15V

|
: przy RBE =0
-—UCE max 15V ]

“UEBM max =05V
_UEB max 05V
—I- s e =10mA
Finse =10 mA
_IB max = 1lmA
Beos =50mW przy t,=45°C
e =175°C

Dane statyczne (¢t L, = 25°C)

—Icpp= 8uA przy —Ucpg=6V —Icpy <50 uA przy —Uepg=15V
_IEBo = 50 uA przy _UEB =05V —Icox =50 A przy _UCE =15V

* Przewiduje sie wycofanie z produkecji.
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Dane dynamiczne (¢ L, =25°C)

]yme[ > 25 mA/V

917 =2mS

913 =2uS

Oy =10uS | przy —Ucp=6V, —I,=1mA, f= 05, MHz
Cje =200pF l

€y, =35DPF

O T

h21e 20 przy —Uqop =6V, —I.=1mA, f=1kHz
Ir > 40 MHz przy —Ugp=6V, —I.=1mA

Tranzystor germanowy stopowo-dyfuzyjny TG38*
(PNP)

05
—{ = r 5o
: 5
I g
} min 38 max b

Szkic rozmiarowy tranzystora TG33

Tranzystor germanowy stopowo-dyfuzyjny TG38 jest tranzystorem ma-
tej mocy, wielkiej czestotliwosci, przeznaczonym do pracy w ukladach
wzmacniajacych wielkiej i posredniej czestotliwo$ei oraz w ukladach ge-

neracyjnych i mieszajgcych.
Obudowe ma metalows. Ciezar jego nie przekracza 1,8 G.

Dane maksymalne (wartosci graniczne)

—UcBMmax =15V

_UCB_ max — 15V
—U =15V ]
CEM max
. _ przy Rpor.=20
_UCE max - 19 v f BE

UM max =05V
—Ugg max — 09V
—I =10 mA

C max

* Przewiduje sie wycofanie z produkcji.
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R =10mA

—Ip ax = 1mA

Pmax =50 mW  przy t8=45°C
tj ok = T75°C

Dane statyeczne (t, = 25° C)

—Icpy =<8 uA przy —Ugg=6V —Icpy =50 uA  przy —Uy=15V
—Ipp, =< 50 uA przy —Ugg =105 v —Icox = 50 LA przy Ucp =15V

Dane dynamiczne (¢, =25° C)
]y21e| >~ 20 mA/V

9y3¢ =2mS

Y12¢ =2uS

G0 = 10 uS przy —Ugp =6V, —I,=1mA, =05 MHz
Clye = 200 pF'

Cloe = 10 pF

Cppe =25 pF

hoe = 20 przy —UCE=6V, —I,=1mA, f=1 kHz
T >~ 20 MHz przy —Ucgp =26 v, —I,=1mA

Tranzystor germanowy stopowo-dyfuzyjny TG39*
(PNP)

605
N
p— ©
| 5
- E
R | -y
\ A
{ min 38 \max 6

Szkic rozmiarowy tranzystora TG39

Tranzystor germanowy stopowo-dyfuzyjny TG39 jest tranzystorem ma-
lej mocy i wielkiej czestotliwosci, przeznaczonym do pracy w ukladach
wzmacniajacych wielkiej i posredniej czestotliwo$ei oraz w uktadach ge-
neracyjnych i mieszajacych.

Obudowe ma metalowa. Ciezar jego nie przekracza 1,8 G.

* Przewiduje sie wycofanie z produkeji.
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Dane maksymaline (wartosci graniczne)

“UcBMmax =15V
_UCB max 15V

~UCEM max =15V

_UCE max 15V e RBE =
—UERM max =05V
“UEB max =05V
"T*C max =10mA

E max =10mA
"B max = IlmA

i =50 mW przy ta =45°C
tj max =175C

Dane statyczne (t,=25°C)
—Icpy <=8uA przy —Ucp=6V —Icpy < 50 UA przy —Ucp=15V
—Ippy <50 uA przy —Ugp=105V —Icog =< 50 uA przy —Ucp=15V
Dane dynamiczne (t)9 = 25°C)
[¥210] = 25 mA/v |

911 =2mS

9120 =2uS

O99e =10uS przy —UCE =6V, —I-=1mA, f=10,5 MHz
Co = 200 pF

C12¢ =6pF

Cope = 25DF j

My, 20 przy —Ucp =6V, —I.=1mA, f=1KHz

fT > 20 MHz przy —UCE =6V, —I-=1mA

Tranzystor germanowy stopowo-dyfuzyjny TG40+
(PNP)

845
——] 3
— |—tE

[l ey

f min 38 7770)( b

Szkic rozmiarowy tranzystora TG40
e im e
* Przewiduje sie wycofanie z produkeji.
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Tranzystor germanowy stopowo-dyfuzyjny TG40 jest tranzystorem ma-
lej mocy, wielkiej czestotliwo$ci, przeznaczonym do pracy w ukladach
wzmacniajacych wielkiej i poSredniej czestotliwo$ei oraz w ukladach ge-
neracyjnych i mieszajgcych.

Obudowe ma metalows. Ciezar jego nie przekracza 1,8 G.

Dane maksymalne (wartcSci graniczne)

—UCB_M max 15V

_UCB max 15V

—UcEpmax =15V

—UCEmax = 15V
~—UEBimax =05V
—UEE max 0,5V
—I6 inax =10mA
Ipihas =10 mA
—IB_ max = 1mA
=50 mW
tj inaE ="75°C

Dane statyczne (t,

—Icpy =< 8uA przy
—Ippy = 50 uA przy

Dane dynamiczne

]yme ] >~ 25 mA/V

9y =2mS
O19e =2US
G900 = 10 uS
¢, = 200pF
clze = 6 pF
Cope =12 pF
h21e = 20

fr > 40 MHz

} przy R3E=O

przy t,= 45°C

= 25°C)

—Ugg=6V
—Upp =105V

(t, = 25°C)

|
! przy —Ugcp =6V,
J

przy —Ucp =6V,
przy —Ucp=6V,

—Icgy=<50uA przy Ucp=15V

—Icog =50 pA przy Usp=15V

—Io=1mA, f=0,5MHz
—I.=1mA, f=1kHz
—I,=1mA
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Tranzystor germanowy dyfuzyjny AF514%
(PNP)

s

—_—

834,

~15 68

Szkic rozmiarowy tranzystora AF514

Tranzystor germanowy dyfuzyjny AF514 jest tranzystorem malej mocy,
wielkiej czestotliwos$ei, konstrukeji ,Mesa”, przeznaczonym do pracy
w ukladach wzmacniajgeych i generacyjnych wielkiej czestotliwoseci, w te-

lemetrii i automatyce.
Obudowe ma metalows. Ciezar jego nie przekracza 1,1 G.

Dane maksymalne (wartesSci graniczne)

—UCB max 15V
_UCEmax =12V przy IB_=0
_UEB max 0,3V
o e = 10 mA
g = 90°C
j max
P = 50 mW przy ta=450

Dane statyczne (¢ L = 25° C)

—Icpo =10uA przy —Ug,p=6V
—Usr)ycpo =15V przy —Icp, =100 uA
—Upr)cro =12V przy —Iop, =100 uA

—Urygps =03V przy —Ipp, =100 uA

Dane dynamiczne (ta = 25°C)

C. = 3pF przy —Ugp =6V, Ip=0, f=5MHz
Tppr Co == 150 ps przy —Ugcp =06V, Ip=2mA, f=5MHz
fT >~ 150 MHz przy —Ucp=6 V, —Io=2mA

e =10 przy —Ugp=6V, —I-=2mA, f=1kHz

* Dane tymeczasowe.
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Tranzystor germanowy dyfuzyjny AF515%

(PNP)
05 i a8,
0
] <o
hst

~15 58

Szkic rozmiarowy tranzystora AF515 L

Tranzystor germanowy dyfuzyjny AF515 jest tranzystorem malej mo-
cy, wielkiej czestotliwosei, konstrukeji ,Mesa”, przeznaczonym do pracy
w ukladach wzmacniajaeych i generacyjnych wielkie]j czestotliwosei,
w telemetrii i automatyce.

Obudowe ma metalowa. Ciezar jego nie przekracza 1,1 G.

Dane maksymalne (wartosci graniczne)

_UCB max =25V

—UCEmax=15V przy IB=O
'_UEB_ max — 05 \Y

—Ic max =10 mA

t. : = 90°C

j max

P =50mW przy t,=45C

Dane statyczne (t, = 25°C)

—Icpo =Z10uA  przy —Ugp, =6V
—U(gr) cB0 = 25V przy —Igp, =100 uA
—Ugrycpe =15V przy —Igp =100uA

—U(gr) EBo = 0,5 \% przy —Ipp, = 100 uA

Dane dynamiczne (¢, = 25°C)

Cc = 3pF przy ——UCB=6V, IE=0, f=>5MHz
Tppr C = 60 DS przy —Ucgg =6V, : Ip=2mA, f=5MHz
fr >~ 150 MHz przy —Ugp=6YV, —I,=2mA

Rote ~ 10 przy —Ugp =6V, ——IC=2rnA, f=1kHz

* Dane tymeczasowe.
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Tranzystor germanowy stopowy TG50

(PNP)

-~
= A S
=3 i\ el
L min 38 77""2 - C,el,,,,m kropka

Szkic rozmiarowy tranzystora TG50

Tranzystor germanowy stopowy TG50 jest tranzystorem $redniej mocy,
matej czestotliwos$ci, przeznaczonym do pracy w ukladach wzmacniaja-
cych (stopnie wyjsSciowe).

Obudowe ma metalows. Ciezar jego nie przekracza 1,8 G.

Tranzystory TG50 sg dobierane parami do pracy w ukladach przeciw-
sobnych.

Dane maksymalne (wartosci graniczne)

—UcBp max =30V

_UC,B max 30V
—UCEM max
_UCE max

'—UEBM mai v
_UEB max v

— zob. wykresy na stronie 117.

CE—

—Icamex = 300 mA najwyzej przez 20 ms
—Ic pax = 150mA .
TEpf max = 300 mA najwyzej przez 20 ms

E max =150 mA . o
—I g max = 25 mA najwyzej przez 20 ms
R — zob. wykresy na stronie 116 i 117.
j max = 15°C

: = 0,3 deg/mW

Dane statyczne (¢ , = 25°C)

_Icgo = 20 uA przy —Ugp =12V
_ICBO = 100 A przy —Ucp =30 v
_ICoK = 100 uA przy —Ugp=30V
_IEBO =100 A przy —Ugg = 10V
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h
h

= 30—120 przy —Uepp, = 6V, —I,=10mA
>~ 20 przy —Ucp= 1V, —Ic=125mA

21E
21E

Dane dynamiczne (t, =25°C)
7, > 300kHz przy ——UCB =6V, —Io=10mA

Dopuszczalny stosunek h, g W przypadku fabrycznie dobranej pary tran-
zystorow TG50:

h?lE irl

h‘21E tr2

h21E trl

h

=13 przy —Ucp =6V, —Ic=10 mA

=13 przy —Usp =1V, —IC=100mA
21F #r2
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'7650 Ic] N {
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Charakterystyki statyczne tranzystecra TGS50
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Charakterystyki statyczne tranzystora TG50 przy matych warto$ciach
napiecia kolektora
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7650 | 1 |
=UgeMmax | |

~Ugemax RS
i ] |||
30 = —

20 i

) W./' D )

10

|
00, 7 1 10 Ree (k2]

Zalezno$§¢ maksymaluego napiecia kolektor-emiter tranzystora TG50 od rezystan-
cji miedzy baza a emiterem

|
Pmax 7650 %
[mw]
N ‘ : Chtodzenie naturalne ] ]
L ] ]
150 : ] N EEEE
‘ et
kR IHE N 1
100 mm
S :
50 1 - 1 ‘
| !
N N
0 —
25 35 75 55 65 5 g0

Zalezno§é maksymalnej mocy strat tranzystora TG50 od temperatury otoczenmia
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Zalezno§¢ parametru hgip tranzystora TG50 od pradu kolektora

Tranzystor germancwy stopowy TG51
(PNP)

405
—_ ]
ST

| H

| min 38 max 6
e, @

LLzerwona_kropka

Szkic rozmiarowy tranzystora TG51

Tranzystor germanowy stopowy TG51 jest tranzystorem $redniej mocy,
matej czestotliwosei, przeznaczonym do pracy w ukladach przelaczajgcych
i w przetwornicach.

Obudowe ma metalowa. Ciezar jego nie przekracza 1,8 G.
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Dane maksymalne (warto$ci graniczne)

_UCB,M max 60V
_UC_B fax 60V

__UCE“-' max 1 zob. wykresy na stronie 122.
CE max

—UEBJI max 1Y
“—UEB max = Y

—Icamax = 300mA najwyzej przez 20 ms
—I; .. —150mA

Ie M mex — 300 mA najwyzej przez 20 ms
(T =150 mA

=Tott mix. — 25 mA najwyzej przez 20 ms

P i __ zob. wykresy na stronie 121 i 122.
L) wux = 75°C -

R = 0,3 deg/mW

Dane statyezre (t, = 25° C)

—Icpy = 20 UA przy —Ucg = 12V
—Icpy = 100 UA przy —Ucgg = 60V
—Icog = 100 uA przy —Ucp =60V
—Ipp, = 100 [77:N przy —Ugg =10 v
hyp =15—120 przy —Uep=07V, —I,=250mA

Dane dynamiczne (t, = 252 C)

f, > 300 kHz przy —Ugg =6V, —I,=10 mA
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Tranzystor germanowy stopowy TG52

(PNP)
3
405
11 i 1 B
—| g o
—' __4_5 :
Al
———J 14 A
!
| mingg _lmwg| ] ‘

Czerwona_kropka

Szkic rozmiarowy tranzystora TG52

Tranzystor germanowy stopowy TG52 jest tranzystorem Sredniej mocy,
malej czestotliwoséei, przeznaczonym do pracy w ukladach przelgezajacych
oraz w przetwornicach.

Obudowe ma metalowa. Ciezar jego nie przekracza 1,8 G.

Dane maksymalne (wartcéci graniczne)

—UcBMmax =30V

—-U:CB max 30V

_pCEMmes L z0b. wykresy na stronie 126.

CE max

_UEBM mas 10V

R TEB max v

—ICM max 300 mA™Tajwyzej przez 20 ms

—L6 wax =150 mA

T p max = 300 mA najwyzej przez 20 ms
Foands " =150mA

~—Iprmax  — 20 mA najwyzej przez 20 ms
max — zob. wykresy na stronie 126 i 127.

tj max =15°C

R = 0,3 deg/mW

Dane statyczne (¢, = 25°C)

_ICBO = 20 uA przy —UCB =12V
—I gy = 100 uA przy —Ugcpg =30V
—Ioox =< 100 uA przy —Ugcp=30V
—lgp, = 100 uA przy —Ugpg =10V

hyp =15—120 przy —Ugp=01V, —I;=250mA
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Dane dynamiczne (¢ 2 —25°C)

fo >300kHz  przy —Ucp =6V, —I.=10mA

A e Irgp przy ty=param.
T Teaoproy ;=57
100
/f
/
/
v
/
/
10
V.
4
/
V‘/
/
/
LA
20 40 60 80 4 [7]

ZaleznoS¢ pradu zerowego kolektora tranzystora
TG52 od temperatury ziacza
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Charakterystyki statyczne tranzystora TG52
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Zalezno$éé maksymalnego napiecia kolektor-emiter tranzystora TG52 od rezystancji
miedzy baza a emiterem
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Zalezno§é maksymalnej mocy strat tranzystora TG52 od temperatury otoczenia
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Zalezno§é maksymalnej mocy strat tranzystora TG52
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Tranzystor germanowy stopowy TGS33
(PNP)

min 38 Tmax 6 l

PR
/Czerwona_kropka

Szkic rozmiarowy tranzystora TG33
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TRANZYSTORY

Tranzystor germanowy stopowy TG53 jest tranzystorem $§redniej mocy,
matej czestotliwosci, przeznaczonym do pracy w ukladach wzmacniajacych
(stopnie wyjsciowe).

Obudowe ma metalowa. Ciezar jego nie przekracza 1,8 G.

Tranzystory TG53 sa dobierane parami do pracy w ukladach przeciw-
sobnych.

Dane maksymalne (warto$ci graniczne)

_UCQM man 15V
_UCE max —18 A%
_UCEM max
_U:CE max

“VYEBMmax — v
_UEB max — 10V

zob. wykres na stronie 133.

—Icn max — 300mA najwyzej przez 20 ms
—le s =150 mA . .
EM s = 300 mA najwyzej przez 20 ms
Fmdsx =150 mA o
_IBM max — 25mA najwyzej przez 20 ms
r — zob. wykresy na stronie 131 i 132.
tj s = 75°C
Rt = 0,3 deg/mW

Dane statyczne (t, =25°C)

—ICB0 = 20 uA przy ———UCB =12V

——ICBOélOO uA przy —UCB=15V

—ICOK = 100 uA przy —Ugp=15V

_IEBO = 100 uA przy '_UEB: 10V

hy g =30—120 przy —Ucp=6V, —I-=10mA
Dane dynamiczne (t, =25°C)

f, > 300kHz przy —Ucp =6V, —Io=10mA

Dopuszezalny stosunek h,,p w przypadku fabrycznie dobranej pary tran-
zystorow TG53:

h
S HEML 21,8 przy —Ugp=6V, —I,=10mA
h21E ir2

hZIE 121
—&oir  ~1,3 przy —Ucp=1V, —I,=100mA
RorE tr2

|
\
\
|
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Zalezno§¢ maksymalnej mocy strat tranzystora TG53 od temperatury otoczenia
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Zalezno§¢ parametru hy;p tranzystora TG353 od pradu kolektora
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Zalezno§¢ maksymalnego napiecia kolektor-emiter tranzystora TG53 od rezy-
stancji miedzy baza a emiterem

Tranzystor germanowy stopowy TG55

(PNP)
805 :
:1— o
—
| min38 awxij /1

Czerwona kropka

Szkic rozmiarowy tranzystora TG55

Tranzystor germanowy stopowy TG55 jest tranzystorem $redniej mocy,
i matlej czestotliwoéci, przeznaczonym do pracy w ukladach wzmacniajg-
cych (stopnie wyjsciowe).
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Obudowe ma metalowg. Ciezar jego nie przekracza 1,8 G.
Tranzystory TG55 sa dobierane parami do pracy w uktadach przeciw-

sobnych.

Dane maksymalne (warto$ci

_UC§1\I max 0V
_UCB g 30V

—UCEM max l
_UCE max

UM max =10V
—UEB max v

graniczne)

zob. wykresy na stronie 137.

—Ic i = 300 mA najwyzej przez 20 ms
—Ic, .. ~=150mA

TEat max = 300 mA najwyze] przez 20 ms

| L =150 mA

—'IBM I 25 mA najwyzej przez 20 ms
Pmax — zob. wykresy na stronie 136 i 137.
by e =5

R = 0,3 deg/mW

t

Dane statyczne (f, = 25° <)

—Icpo =< 20 A przy —Ugp=12V
—ICB0 = 100 uA przy _UCB =30V
—Icog =< 100 LA przy —Ugp =30V
_‘IEBo = 100 A przy _UEB =10V

h21E

=30—120 przy —Uop=6V, —I;=10mA

Dane dynamiczne (f, = 25°C)

f, >300kHz przy —Ugp =6V, —Jo=10mA

Mgyp (0r2y —Ucp =07V, —Io=250mA)

hg g (PTZY —Uep=0"7V, —I-= 10mA)

> 05

Dopuszczalny stosunek h,, p w przypadku fabrycznie dobranej pary tran-

zystoréw TG55:

nZJE trl. 1.3
iy
hZIE tr2

hZIE trl =12

h21E tr2

przy —Ucp=26 V, —Io=10mA

przy —Ucp=1V, —I-=100 mA

KATALOG 33-R
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Zalezno§¢ maksymalnego napiecia kolektor-emiter tranzystora TGS55 od rezystancji
miedzy baza a emiterem
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Zalezno§¢é maksymalnej mocy strat tranzystora TGS55 od temperatury otoczenia
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Tranzystor germanowy stopowy AD365
(PNP)
3*0,2.5
IS
A
sl
1200 B
L\ ) g
RN
|
|
!
||
| min 13 max85

Szkic rozmiarowy tranzystora AD365

Tranzystor germanowy stopowy AD365 jest tranzystorem $redniej mocy,
matej czestotliwo$ei, przeznaczonym zasadniczo do pracy we wzmacnia-
czach $redniej mocy.

Obudowe ma metalows. Ciezar jego nie przekracza 13 G.
Tranzystory AD365 sa dobierane parami do pracy w ukladach przeciw-

sobnych.

Dane maksymalne (warto§ci graniczne)

—UCB max
—U_CE max
_UEJSZ max
T *C max
E max
_Iﬁ max
max

tj max
t
t

a max

& min

=30V
=15V
=10V
=15A
=15A
=025 A
=05W
= 1T75°C
= —40°C
=--70°C

przy t,=45°C

Dane statyczne (¢, = 25°C)
a

—ICB_O

—Igpy

= 50 uA
= 50 uA

—Usr)cpo=30V
—Usr)cps> 30V

przy —Ugcp =12V
przy —Ugg= 6V
przy —I-, =200 UA
przy —Io =200 uA

KATALOG 33-R
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—U(BRr) CE0 = 15V przy —Io=02A, —Ip=0
—U(gr) EBO = 10V przy —Ip =100 uA

—U cko = 1V przy —Io=1A

hoig =20—120 przy —Ucg=56V, —I,=01A
hoiE >~ 12 przy —Ugcp=1YV, —I.=1A

Dane dynamiczne (t, = 25°C)

fr>100kHz przy —Ugg=6V, —Ic=01A

Tranzyster germanowy stopowy AD366

(PNP)
34025 B 6
1= = £
~J1- \ f\\\ 4
oS- | /
oo T O
= e . ’ AN i
i ‘ } -
N ] g F 2
g INT TR
| &
|mn i3 | maxg5 v rpm\'1 18,5 \_C_

Szkic rozmiarowy tranzystora AD366

Tranzystor germanowy stopowy AD366 jest tranzystorem $redniej mocy,
malej czestotliwoéci, przeznaczonym zasadniczo do pracy we wzmacnia-
czach $redniej mocy.

Obudowe ma metalows. Ciezar jego nie przekracza 13 G.

Tranzystory AD366 sg dobierane parami do pracy w ukladach przeciw-
sobnych.

Dane maksymalne (warto$ci graniczne)

—UCB max 60V
o mix = 30V
_UEB max Y
I max = L5 A
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IE max =15A
_IB mex — 020 A

max =05W przy t,=45°C

j max =15°C
ta min =—40°C
ta max == +70°c

Dane statyczne (f, = 25°C)

—Icpo =50uA  przy —Ugp=12V
) =50uA  przy —Upp= 6V
—U (Br)cBo > 60V przy —I, =200 uA
—U (Br)cgs =60V przy —I, =200 uA
—U (Brycgs =30V przy —Io =024, —Ig=0
—U (Br)zy =10V przy —Ip =100 A
—Ucko =1V przy —I.=1V
hotg =20—120 przy —U =67V, —I,=01A
hoiE > 12 przy —Ucp =1V, —I,=0,1A

Dane dynamiczne (¢, =25°C)

fr > 100 kHz przy _UCB =6V, —Io=01A

Tranzystor germanowy stopowy TGT70

(PNP)
3 1
) £
‘g‘ —B~ m \r—
3 \/| O
A |
¥4 Ty \ i 5
! ‘ E% @. , fe
( S =
J S &
|
| N
min 1 |max 11 : max 26

Szkic rozmiarowy tranzystora TG76
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Tranzystor germanowy stopowy TG70 jest tranzystorem duZej mocy, ma-
tej czestotliwo$ei, przeznaczonym do pracy w ukladach wzmacniajacych
duzej mocy, przeltacznikowych i przetwornicach.

Obudowe ma metalowg. Ciezar jego nie przekracza 20 G.

Tranzystory TG70 sa dobierane parami do pracy w ukladach przeclw-
sobnych.

Dane maksymalne (warto$ci graniczne)

—UC_BM max 30V

_Ucﬁ max 30V
_oEMmax L z0b. wykresy na stronie 144.
CE max

_UE,B."I max 10V

—UEB max 10V e

—Icimax = 3A najwyzej przez 20 ms

T *C max =15A ) )

Tt max = 3,3 A najwyzej przez 20 ms
Frias =16A ‘ e

—Iparmax = 0,5 A najwyzej przez 20 ms
P — zob. wykresy na stronie 143 i 144.

e =75°C
j max

Dane statyczne (t, = 25° C)

ICBO =100 uA przy —Ucp = 12V

ICB0 = 500 uA przy —Ucp = 30V

—Icog =< 500 LA przy —Ucp =230V

IEBO = 30 uA przy ——UEB= 6V

IE 0 = = 100 uA przy _UEB=1OV
hyyp = 16—120 przy —Ucg=6 v, —I,=03A
hgyg =65 przy —Ugcp=1YV, —I.=3A

Dane dynamiczne (¢, =25° C)

f, > 100kHz przy ——Uc§=6V, —I.=03A
Dopuszczalny stosunek hy p W przypadku fabrycznie dobranej pary tran-
zystorow TGT0:

h
21F #r1 =1,3 przy _UCE =6V, fIC =0,3A
h’ZIE tr2

hy
21F fr1 - 1,3 przy U =1 V, —I.=3A
21E tr2
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Charakterystyki statyczne tranzystora TG70

KATALOG 33-R 142 1967



TRANZYSTORY

vzokiz Ainjeradwd) po £IUaz0030 Axnjeradwd)
09X, ©IO0)SAZURI) €IOPNA[0Y OFomorxoz npkad Psouzarvz PO 0LOI, 'IO)SAzZULI) jer)s Adowr [ouvWASHBW JFouZI[eZ
[30] B 69 Gp 5
[3] o8 09 06 0z =< 75 0
\‘ / il i/_ B o w.ll.[
\ Mt e
L / i PSS /
’ ]
/ i e
i 7 T B i T EEEE HAE D10} DIpD. BEN
/ R 8 _ gb\NmQIIIN
B § \ &
EEREnEN 1 . HE HH+ -+
xxxxx 5 0 B TELELE 7 nl4
1 \ - -] ) 1 i i [ O / Pl [
duERERNE g
S5t o B =SSR B E ik - K 5 | \wi/.’i o T
/ 2L, il ke 3 5 9 R
B / 1 R g
oo o N wwe x 05 x 054 1y waiojoipos 2| / 5 1
C A
‘ |
am - \mw 8
&mmn.o hizad 08) — ) 2 Y e N 27 o 3 ‘\WW1m
- =Y p fe ] Al il 5 A D |
wo.avd '] had 082)— _ v T 2 % 2 I B \\s\
b fr HEE PR 0 97 2

196

143

KATALOG 33-R



TRANZYSTORY

P\'
S
S O
= § g
= S =3
o a8
23 i3
>,l
< §§
- :;
A =}
E '~
> £
] - nE
: . o g &
] i ~ Eg
| T 7 | ‘Ec
i - =
I : A -
- g2
X ! <
| S %E
| P 1] = >
I . | || R
I ! g3
11 o
| 50 ) | 11 :g:
| | =]
= | [ [ £
PN 1 | [ [ I ©
{1 I [ 11 =
’.5:;, = © ~ © [y < - ~ - S N
SN )
“Uremmax 7670 !
‘U_L‘Emax
W
|
30 -
|
AN L1 ;
| | | |
20 ‘ \\ ‘ |
N | |
= 1 |
T —— =
B
10
|
|
| i
0 % . |
a1 1 0 ﬁgf[kf?]

Zalezno$¢ maksymalnego napiecia kolektor-emiter tranzystora TG70 od rezy-
stancji miedzy baza a emiterem
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Tranzystor germanowy stopowy TG71
(PNP)

—

.QM_J

Szkic rozmiarowy tranzystora TG71

Tranzystor germanowy stopowy TGT71 jest franzystorem duzej mocy,
matlej czestotliwosci, przeznaczonym do pracy w ukladach wzmacniajacych
duzej mocy, przelgcznikowych i przetwornicach.

Obudowe ma metalowg. Ciezar jego nie przekracza 20 G.

Tranzystory TG71 sg dobierane parami do pracy w ukladach przeciw-
sobnych.

Dane maksymalne (wartesci graniczne)

—UcpMmax =20V

—U, Bmax —20V
__UCEM T zob. wykres na stronie 149.
CE max

= pp % e =30 ¥

—U Paas = 10V

—Icprmax =34 najwyzej przez 20 ms

T°C max =154

IEM . "=3,3 A najwyze] przez 20 ms
E max =16A

_IBM max —O05A najwyzej przez 20 ms
G — zob. wykresy na stronie 146 i 148.

t j max =75C

Dane statyczne (¢, = 25°C)
’_ICBO =100 uA przy _UCB =12V
_IcBo = 500 uA przy ——UCB =20V
—I g =< 500 uA przy —Ugp=20V
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TRANZYSTORY

_IEBO = 50 uA przy _UEB = 6V
—Igpy =100uA  przy —Ugy=10V
hypp =16—120 przy —Ugp=6V, —Io=03A

hyg =65 przy —Ugp=1V, —I-=3A

Dane dynamiczne (t, =25°C)
fo > 100kHz przy —Ugp =6V, —I,=03A
Dopuszczalny stosunek h,,p dla pary tranzystoréw TGT71:

h
2Etl 13 przy —Ugp=6V, —I;=03A
h’zlE tr2

h
_2Etl .13 przy —Ucp=1V, —I.=3A
hzlE tra

7671

pmax

]

[

0 10 20 30 Ugemex (V]

Zalezno$¢ maksymalnej mocy strat tranzystora TGT1
cd maksymalnego napigcia kolektor-emiter
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Charakterystyki statyczne tranzystora TG71
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Zalezno§¢ maksymalnego napiecia kolektor-emiter tranzystora TG71 od rezy-
stancji miedzy bazg a emiterem

Tranzystor germanowy stopowy TG72

(PNP)
I
TS —
A 1‘
¢1 ,A>F Y & |
S
PR ___g 2' =
s §’|
N
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] ‘ 7 |
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Szkic rozmiarowy tranzystora TG72
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TRANZYSTORY

Tranzystor germanowy stopowy TG72 jest tranzystorem duzej mocy,
malej czestotliwoéci, przeznaczonym do pracy w ukladach przelgczniko-
wych i przetwornicach.

Obudowe ma metalowa. Ciezar jego nie przekracza 20 G.

Dane maksymalne (wartosci graniczne)

—UcpMmax =60V

_UCE max

=60V

S I : .
CEM max | zob. wykresy na stronie 153

_UCE max

UM max =10V
~Uppmex. =1V

~Icpmax = 3A najwyzej przez 20 ms

——IC max = 1’5 A

TEat max = 3,3 A najwyzej przez 20 ms

Ip nex =16A

—IpMmax =054 najwyzej przez 20 ms

P oo« — zob. wykresy na stronie 152 i 153
tj e = 175°C

Dane statyczne (t, = 25°C)

—Icpy =< 100 A
—Icpy =< 500 LA
—Ioog = 500 uA
—Ippy = 50 1A

I, =100 uA
hyp =16—120
hpp =65

przy ——UCB =12V

przy —Ugp =60V

przy —Ugp =60V

przy —Ugg= 6V

przy —UEB =10V

przy —Ugp=6V, —I,=03A
przy —Ugp=1V, —Io=3A

Dane dynamiezne (¢, = 25°C)

f, & 100 kHz

przy —Ugpg =6V, —Io=03A

KATALOG 33-R
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Charakterystyki statyczne tranzystora TG72
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Zalezno$é maksymalnego napiecia kolektor-emiter tranzystora TG72 od rezy-
stancji miedzy baza a emiterem
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Tranzystor krzemowy dyfuzyjny BF504

(NPN)
805
‘ \ g.__ﬁ_
s | osrnwuns | RN -
p—— A
| T
e 25 _mm |

0
H .

£
¢« i B

~L

Szkic rozmiarowy tranzystora BF504

Tranzystor krzemowy dyfuzyjny BF504 jest tranzystorem $redniej mocy,
wielkiej czestotliwosci, przeznaczonym do pracy w ukladach przelgczni-
kowych i wzmacniajgcych wielkiej czestotliwo$ei oraz w ukladach gene-

racyjnych.

Obudowe ma metalowa. Ciezar jego nie przekracza 1,1 G.

Dane maksymalne (wartoéci graniczne)
UCZ.i —— 15V
UCEmax =15V
UEB max 4V

Ic wax 50 mA
P = 250 mW przy t,=45°C
timex = 150°C

Dane statyczne (t,=25°C)

ICBO = 2UuA przy UC§= 6V,
Upgrycpo=15V przy Icp, =10 uA,
Usr) B0 = 4V przy Ipp, =10 uA,
Ucreat = 2V przy I, =10mA,
hyyp 10 przy Usp= 6V,

Dane dynamiczne (t, =25°C)

U(BR) ceo =15V przy I, =10 mA,
Pote > 10 przy Ucp=6V,
fT > 100 MHz przy Ugg=6V,
C, = 35 pF przy Ugg =6V,

Thpt Cc = 2700 ps przy Usp =16V,

I;=0
Tg=1D
Io=0
hp g =10
Ic=10mA
IB_= 0

Io=5mA, f=1kHz
Ic=10mA, f=100 MHz
I,=0, f=5MHz
I-=10mA, f=35NMHz
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Tranzystor krzemowy dyfuzyjny BF505
(NPN)

Szkic rozmiarowy tranzystora BF503

Tranzystor krzemowy dyfuzyjny BF505 jest tranzystorem $redniej mocy,
wielkiej czestotliwo$ci, przeznaczonym do pracy w ukladach przelaczniko-
wych i wzmac_niajqcych wielkiej czestotliwo$ci oraz w uktadach genera-
cyjnych.

Obudowe ma metalowa. Cigzar jego nie przekracza 1,1 G.

Dane maksymalne (wartoSci graniczne)
Uch max = 30V
UCEmax =30V
UEB max 4v
IC max 50 mA
Poix = 250 mW przy t,=45°C
t = 150°C

j max

Dane statyczne (t, = 25° C)

Tcho = 2uA przy Ugg= 6V, Ip=0
Usr) cpo =30V przy Icp,=104A Ip=0
UpryeBy = ¢V przy Ipg,=10u4A, Ic=0
Ucgaat = 2V przy I =10mA h, =10
hotE > 10 przy Ugz= 6V, Ic=10mA

Dane dynamiczne (f, = 25° C)

U 3Ry cE0== 0V przy Iy =10 mA, Ip=0

Poie >~ 10 przy U =6V, I, =75mA, f=1kHz
fr =~ 100 MHz przy Ugg=6V, Io=10mA, §=100 MHz
c. = 35pF przy Ugg =6V, Ip=0, f =5 MHz
Tppr Co = 2700 ps przy Ugg =167V, I, =10mA, f=5MHz
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Tranzystor krzemowy dyfuzyjny BF506

(NPN)
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Szkic rozmiarowy tranzystora BF3506

Tranzystor krzemowy dyfuzyjny BF506 jest tranzystorem $redniej mocy
i wielkiej czestotliwo$ei, przeznaczonym do pracy w uktadach przelgczni-
kowych i wzmacniajacych wielkiej czestotliwoéci oraz w ukladach gene-
racyjnych.

Obudowe ma metalows. Ciezar jego nie przekracza 1,1 G.

Dane maksymalne (wartoéci graniczne)
UCB max = 45 V
UCE max a8V
UEB max v
IC max 50 mA
Pmax =250 mW przy ta = 45°C
=150°C

tj max

Dane statyczne (t , = 25°C)

ITcpo = 2uA przy Ugg= 6V, Ip=¢
U@ir cp =45V przy Icp,=10uA, Ip=0
Umry e = 4V przy Ipg, =10uA, I,=0
Ucpsat = 2V przy I =10mA, hy =10
hpg = =10 przy Ugp= 6V, I,=10mA

Dane dynamiczne (t, =25°C)

U(BR) CEo ~ 45V przy ICM=10 mA, IBZO

Pote >~ 10 przy Ucp=26V, I-=5mA, f=1kHz

fr > 100 MHz przy Usp=67V, I-=10mA, f=100MHz
C, = 35 pF przy Usp =61V, Ip=0, f=5MHz
Tppr Co = 2700 ps przy Usp =61V, Io=10mA, f=5MHz
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3. DIODY

Dioda germanowa ostrzowa DG20

#3705
| I 20,5

——%;L—N— — =
10£1
min 80

Szkic rozmiarowy diody DG20

Dioda germanowa ostrzowa DG20 jest przeznaczona do pracy przy sto-
sunkowo wysokim napieciu wstecznym.

Dioda ma obudowe catoszklang. Ciezar jej nie przekracza 0,5 G.
Dane maksymalne (¢t , = 25°C)

Up it max = 100 V¥

UR e v
IFM max 80 mA
IF R 25 mA**

Dane cha—i‘akterystyczne (ta = 25°C)

Up <1V przy IF =2mA
Ip, =<250uA przy Up =100V
Cry =1DF

* Napiecie sinusoidalne.

25
*=* Przy t 25°C 1 — .25 mA.
¥ a = F max t &
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Dioda germanowa ostrzowa DG21

.
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Szkic rozmiarowy diody DG21

Dioda germanowa ostrzowa DG21 jest przeznaczona giéwnie do ukladéw
modulacyjnych.

Dioda ma obudowe caloszklang. Ciezar jej nie przekracza 0,5 G.

Dane maksymalne (¢ . — 25° ©)

URp max =30 V*

UR ey — 10V
IFM max 50 mA

Ip max = 16mA*
Dane charakterystyczne (¢ ~— 25°C)
TH5mA =I; =125mA przy Up=1V
Ip =20uA przy Up=10V
Sredni wspolezynnik temperaturowy pradu wstecznego w zakresie
t,=25—60°C

I,(t 10°C
¢t ) =2 przy Up=10V
I(t)

Sredni przyrost spadku napiecia przewodzenia w zakresie t,= 25—860°C
AUp = 2mV/deg przy Ip=10mA

* Napiecie sinusoidalne.
25
** przy t 25°C 1
y a>

F max T 16 mA.
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DIODY

Dioda germanowa ostrzowa DOG31
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Szkic rozmiarowy diody DOG31

Dioda germanowa ostrzowa DOGS31 jest przeznaczona do pracy w ukla-
dach detekeyjnych dyskryminacyjnych i automatyki w odbiornikach tele-

wizyjnych.

Dioda ma obudowe caloszklang. Ciezar jej nie przekracza 0,5 G.

Bane maksymalne (t, =25° )

UrM max =30 V*

UR A =10V
II-‘Mmax =50 mA
IF e 16 mA**

Dane charakterystyezne (¢ , = 25°C)

IF > 2mA przy Up=1V
I, =8uA przy Up=10V
i 2650/0***

Cra =1DF

* Napiecie sinusoidalne.

25
*¥ t 25°C I = —,16 mA.
Brey a> F max ta i
*#* Sprawno$é detekcji mierzona w ukladzie

detekcyjnym
C = 150 pF, f =35 MHz.

przy R =100 kQ,
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DIODY

Dioda germanowa ostrzowa DOG52

e
S e
SN
e e
10£1
min 80

Szkic rozmiarowy diody DOG52

Dioda germanowa ostrzowa DOG52 jest przeznaczona do pracy w ukia-
dach detekeyjnych w odbiornikach radiowych i telewizyjnych.

Dioda ma obudowe catoszklang. Cigzar jej nie przekracza 0,5 G.

Dane maksymalne (¢, = 25° )

Uppt max =30V*
UR max v

IFM max 50 mA

Ip max = 16mMA*

Dane charakierystyczne (f, = 25° C)
Ip = 10mA przy Up=1V
Ip = 250 uA przy Up=10V
Cka =1pF

* Napiecie sinusoidalne:

5

o
=— .16 mA.
F max t

«* pPrzy ta > 25°C I
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Dioda germancwa ostrzowa DOG53

(%Y
S

Tla

RS

| e Bl o v
?M !f:"
10%1 !
min 80

Szkic rozmiarowy diody D OG353

Dioda germanowa ostrzowa DOG53 jest przeznaczona do pracy w ukla-
dach detekeyjnych, urzadzeniach pomiarowych itp.

Dioda ma obudowe caloszklang. Ciezar jej nie przekracza 0,5 G.

Diody DOG53 sa dobierane parami do pracy w ukiadzie detektora sto-
sunkowego.

Dane maksymalne (¢ , = 25°C)

URM max 30 V*

UR mas T 20V
IFM.max =50 mA
IF max =16 mA*

Dane charakterystyezne ({, = 25°C)

I >=2mA
I, =100uA
Cka=1pF

przy Up=1V
przy Up=30V

* Napiecie_sinusoidalne,

%)
o

. 16 mA.
F max t

** Przy i 25°C I =
y a> 5

o
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DIODY

Dioda germanowa ostrzowa DOG55

e
<
Sl
<8
e
10%1 !
min 80

Szkic rozmiarowy diody DOG55

Dioda germanowa ostrzowa DOG55 jest przeznaczona do pracy w ukla-

dach detekeyjnych i prostowniczych w odbiornikach radiowych i telewi-
zyjnych.

Dioda ma obudowe caloszklang. Ciezar jej nie przekracza 0,5 G.
Dane maksymalne (ta =25°C)

URM max 50 v*
UR max 3BV
Tpptmax =50mA

Ip max  —16MAFE
Dane charakterystyczne (t,=25°C)
IF >~ 2mA
Io =250 uA
Cr,=1pPF

przy Up=1V
przy Up =50V

* Napigcie sinusoidalne.

. 16 mA,
F max ta

* Przy t_>>2°C I -
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DIODY

Dioda germanowa ostrzowa DOG56

¢3+U,-5
t ¢0’5

—ﬁ‘EE —P— = -*—-” —
10%1
min 80

Szkic rozmiarowy diody DOG56

Dioda germanowa ostrzowa DOG56 jest przeznaczona do pracy w urzg-
dzeniach pomiarowych, w ukladach prostowniczych i detekeyjnych w od-
biornikach radiowych i telewizyjnych.

Dioda ma obudowe catoszklana. Ciezar jej nie przekracza 0,5 G.

Dane maksymalne (t, = 25° C)

URM max 50 v*
UR AR 3BV
Irm max = 50MA
IF max 16 mA**

Dane charakterystyczne (t, = 25°C)

IF >~ 5mA przy Up=1V
I, =500uA przy Up= 50V
Cr,=1DF

* Napiecie sinusoidalne.

)

5
.16 mA.

a

l[

wPrzy ¢ 25°C I =
2] a> S F max

o
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DIODY

Dioda germanowa ostrzowa DOG58

#3105
| 205

10
min 80

Il
== | -
i

Szkic rozmiarowy diody DOG58

Dioda germanowa ostrzowa DOG58 jest przeznaczona do pracy w ukla-
dach prostowniczych i detekeyjnych w odbiornikach radiowych i telewi-
zyjnych.

Dioda ma obudowe caloszklang. Ciezar jej nie przekracza 0,5 G.

Diody DOG58 s3 dobierane parami do pracy w ukladzie detektora sto-
sunkowego.

Dane maksymalne (¢ , = 25°C)

URM max =100 V*
UR T 0V
IF)I max 50 mA

IF max 16 mA**

Dane charakterystyczne (t,=25°C)

IF > 2mA przy Up=1V
IR = 500 uA przy Up =100V
Cr,=1pF

* Napiecie sinusoidalne.

25
** 25°C I =— ,16 mA.
Przy ta > 5 P ax tﬂ
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DIODY

Dieda germanowa ostrzowa DOG61

"
<
T |
SN
1
~E%‘——= —H—— — Hsu-
1021
min 80

Szkic rozmiarowy diody DOGS61

Dioda germanowa ostrzowa DOGS61 jest przeznaczona do pracy w ukla-
dach detekcyjnych w odbiornikach radiowych i telewizyijnych.

Dioda ma obudowe caloszklang. Ciezar jej nie przekracza 0,5 G.

Dane maksymalne (tH =.25°C)

UM max =30 V*
UR max — 10V
Ipptmax = B0 mA
IFmax = 16 mA**

Dane charakterystyezne (t,=25°C)

I, =5mA przy Up=1V
In =<200uA przy Up=10V
i 2450/0***

Cr,=1pF

* Napigcie sinusoidalne.

3y

4
* Przy t 25°C I =
¥ a > F max ta

mierzona w ukladzie

+16 mA,

“** Sprawno$§é detekeji

detekeyjnym przy R =3,3 kQ,
C =10 pF, f =35 MHz.
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DIODY

Dioda germanowa ostrzowa DOG62

#3*05
| " 05

1041
min 80

Szkic rozmiarowy diody DOG62

Dioda germanowa ostrzowa DOG62 jest przeznaczona do pracy w ukla:
dach detekeyjnych w odbiornikach radiowych i telewizyjnych.
Dioda ma obudowe caloszklang. Ciezar jej nie przekracza 0,5 G.

Dane maksymalne (¢, = 25° C)

Up i aze =90 V*
UR — 30V
IFM g 50 mA
I .. =16mA*

Dane charakierystyczne (f_ = 25°C)
a

IF > 2mA przy Up=1V
IR = 150 A przy UR=30V
Cra=10F

* Napiecie sinusoidalne.

)
w

o 50 = 16 mA.
Przy ,ta>2 CIFmax P

©®
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DIOCDY

Dioda germanowa ostrzowa impulsowa DGS51

| 205

01|
min 80

;
T gvas

Szkic rozmiarowy dicdy DG51

Ostrzowa impulsowa dioda germanowa DG51 jest przeznaczona do pracy
w ukladach impulsowych.

Dioda ma obudowe caloszklana. Ciezar jej nie przekracza 0,5 G.
Dane maksymalne ({, = 257 C)

UR;‘I max =35V

UR max = 33V
11’.'\1 max 150 mA*
Igax- = 16 mA**

Dane charakterystyczne (ta = 253°C)
04 =Up=1V
I, =TuA
Ck‘,i =1pF

przy IF=5mA
przy UR=10V

Prad wsteezny przy przelgczaniu impulsowym

Ip fmp &= 700 ©A po 0,5 us
Ip imp = 150 uA po 3,5 us
I = 30mA

FM 1 warunki pomiaru
oy 98| 1)

* £ > 50 Hz

o

#* przy t 25°C I = 5 16 mA.
24 a> g F max t

a
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DIODY

Dioda germanowa ostrzowa impulsowa DG52

$3*05
|’¢0,5

‘ 10%1
. min 80

Szkic rozmiarowy diody DG52

Ostrzowa impulsowa dioda germanowa DG52 jest przeznaczona do pracy
w ukladach impulsowych.

Dioda ma obudowe metalowa. Ciezar jej nie przekracza 0,5 G.

Dane maksymalne (¢ = 25°C)

URMmax =33V
UR —— =35V
I

FMmax — 150 mA*
IF max 16 mA**

Dane charakierystyczne (ta = 25°C)

04V =Up=<1V przy I,=5mA
I, =15uA

przy Up =10V
Cr,=1DpF

Prad wsteczny przy przelaczaniu impulsowym

Ip imp = 700 A po 0,5 us
I

Rimp = 150 uA po 3,5 us
I = 30 mA
FM _ 1 warunki pomiaru
Upy =35V - |

*f > 50 HzZ

25
¥ Przy t 25°C I = — ,16 mA.

2 a> 2 F max t

a
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DIODY

Dioda germanowa impulsowa ze zlotym ostrzem AAY37

3704
||¢0,5

-%;{ —”— > —%' —
10%1
min 80

Szkic rozmiarowy diody AAY37

Impulsowa dioda germanowa ze zlotym ostrzem AAY37 jest wykonana
z germanu typu N. Jest przeznaczona do pracy w ukladach przelaczaja-
cych.

Dioda ma obudowe caloszklana. Ciezar jej nie przekracza 0,4 G.

Dane maksymalne (t,=25°C)

Ip =110 mA
max
Tratmax =150mA  przy f > 50 Hz
R = 25 v
max

Dane charakterystyeczne

I, = 8uA przy Up =10V

Ip = 50uA przy Up=25V

Ip = 40 uA przy Up=10V; t, =60°C
UF = 0,5V przy IF=10mA

I = 250 uA po 0,5 us

. I.,,=5mA
Rimp = FM
IRimp = 25uA po 35us i { Ugu=5V

Dane charakterystyczne impulsu

Czestotliwo§¢ powtarzania impulsé6w 10 kHz
Czas narastania impulsu = 0,1us
Czas trwania impulsu 10 us

Dane charakterystyczne oscylografu

Pojemnos$¢ wejsciowa 50 pF
Czas narastania impulsu 0,03 us
KATALOG 33-R 195 1967
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DIODY

Dioda germanowa stopowa DZG1

D o~
) -
=
] —
20
min 80

Szkic rozmiarowy diecdy DZGI1

Dioda germanowa stopowa DZG1 $redniej mocy jest przeznaczona do
pracy w ukladach prostowniczych.

Dioda ma obudowe metalowg. Ciezar jej nie przekracza 3 G.

Dane maksymalne t.— 25°0C)

URM max 50V

Uppiax —16V*
Ippfmax — 900 mA
I max = 300mA*

Dane charakterystyczne (t, = 25° )

UF =05V przy IF i 300 mA**
Ip =05 mA Przy Upa mex = 50 Vx*x*

Cka = 25 pF

* W ukladzie prostownika jednopoléwkowego przy obcigzeniu o charakterze rezy-
stancyjnym.

** Przy przeplywie przez diode jednopoiéwkowego pradu sinusoidalnego.

#++ Przy przylozeniu na diode jednopoiéwkowego napigcia sinusoidalnego.

Uwaga: Przewiduje sie wycofanie z produkeji.
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Zalezno$é napiecia wstecznego diody DZG1 od temperatury

Dioda germanowa stopowa DZG2

3 5
Y
|20

 min80

Szkic rozmiarowy diody DZG2

Dioda germanowa stopowa DZG2 $redniej mocy jest przeznaczona do
pracy w ukladach prostowniczych.
Dioda ma obudowe metalows. Ciezar jej nie przekracza 3 G.

Dane maksymalne (t, = 25°C)

* W uktladzie prostownika jednopoléwkowego przy obcigzeniu o charakterze rezy-
stancyjnym.
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DIODY

Dane charakterystyczne (t, = 25°C)

Up <05V przy Iy . =300mA**
Ip =05mA przy Upy . =100 V¥*
Cre=25DPF

** Przy przeplywie przez diode jednopoléwkowego pradu sinusoidalnego.

*#x Przy przylozeniu na diode jednopoléwkowego napigcia sinusoidalnego.

U waga: Przewiduje sie wycofanie z produkcji.

1 T | T T 77
1 | T ) T i = Uor ot

|
|

Zalezno$¢ napiecia wstecznego diody DZG2 od temperatury
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DIODY

Dioda germanowa stopowa DZG3

=2 o~
< -
s
(1 |
| 1 20
| -
L min 80

szkic rozmiarowy diody DZG3
Dioda germanowa stopowa DZG3 $redniej mocy jest przeznaczona do
pracy w ukladach prostowniczych.

Dioda ma obudowe metalowa. Cigzar jej nie przekracza 3 G.

Dane maksymalne (t, = 25° C)

URM max=150v
URma.\' =48 V*
IFM = =900 mA
Ip i = 300 mA*

Dane charakterystyczne (t, = 25° ©)

Up < 0,6V przy IF AT 300 mA**
Ip, =05 mA Przy Uppmax = 150 V***
Ck

a=25pF

* W ukladzie prostownika jednopoiéwkowego przy obcigzeniu o charakterze rezy-
stancyjnym.
*+ Przy przeplywie przez diode jednopoiéwkowego pradu sinusoidalnego.

*£x przy przylozeniu na diode jednopoléwkowego napiecia sinusoidalnego.

Uwaga: Przewiduje sie wycofanie z produkcji.
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Zalezno$¢ napiecia wstecznego diody DZG3 od temperatury

Dioda germanowa stopowa DZG4

20,9
97

== ¢ [D——
20
min 80

Szkic rozmiarowy diody DZG4

Dioda germanowa stopowa DZG4 $redniej mocy jest przeznaczona do
pracy w ukladach prostowniczych.

Dioda ma obudowe metalowa. Ciezar jej nie przekracza 3 G.

Dane maksymalne (t, = 25°C)

URM max =200V
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DIODY

Ugmex = B4V
Ir o max =900 mMA
Ip oo =300mA*

Dane charakterystyczne (t,=25°C)

Up =05V przy Ip .. =300 mA**
I, =05mA przy Upgy . =200 V¥
Cr,=25pF

* W ukiadzie prostownika jednopoiéwkowego przy obcigzeniu o charakterze rezy-
stancyjnym.

** Przy przeplywie przez diode jednopoléwkowego pradu sinusoidalnego.

*** Przy przylozeniu na diode jednopoléwkowego napigcia sinusoidalnego

Uwaga: Przewiduje sie wycofanie z produkcji.
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Zalezno$¢ napiecia wstecznego diody DZG4 od temperatury
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Dioda germanowa stopowa DZGS5

o~
-
:[L 4 [ D—f—
20
min 80

209

Szkic rozmiarowy diody DZG5

Dioda germanowa stopowa DZG5 S$redniej mocy jest przeznaczona do
pracy w uktadach prostowniczych.

Dioda ma obudowe metalowg. Ciezar jej nie przekracza 3 G.

Dane maksymalne (¢ , = 25° C)

Ut max =300V
Ugmax = 95V*
Tppt max = 300mA
Ip ax  =100mA*

Dane charakierystyezne (f, = 25° )

Up <03V przy I .. =100 mA**
Ip =03mA  przy Up, ., = 300 V¥**
Cr,=25pF

* W ukladzie prostownika jednopoléwkowego przy obcigzeniu o charakterze rezy-
stancyjnym.

*x Przy przeplywie przez diode jednopoléwkowego pradu sinusoidalnego.

e Priy przylozeniu na diode jednopoiléwkowego napigcia sinusoidalnego.

Uwaga: Przewiduje sie wycofanie z produkecji.
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Zalezno§C¢ napiecia wstecznego diody DZG5 od temperatury

Dioda germanowa stopowa DZG6
N
I: e
20

min 80

20,9

Szkic rozmiarowy diody DZGS6

Dioda germanowa stopowa DZG6 $redniej mocy jest przeznaczona do
pracy w ukladach prostowniczych.
Dioda ma obudowe metalowa. Ciezar jej nie przekracza 3 G.

Dane maksymalne (t, =25°C)
U Rt max = 350V

Rmax =110V
Leamax =300 mA
Fmex =100mA

* W ukladzie prostownika jednopoldwkowego przy obcigzeniu o charakterze rezy-
stancyjnym.

Uwaga: Przewiduje sie wycofanie z produkcji.
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DIODY

Dane charakterystyczne (¢, = 252.C)

Up <03V przy Ip .. =100 mA**
Ip, =03 mA Przy Upprmax = 350 V*¥*
Cp,=25pF

#* Przy przeplywie przez diode jednopoldwkowego pradu sinusoidalnego.

*+x Przy przylozeniu na diode jednopoléwkowego napigcia sinusoidalnego.
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ZaleznoS$¢ pradu wstecznego diody DZGS6 od temperatury
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DIODY

Dioda germanowa stopowa DZG7

D o~
< -
ASS
Il
il —K— IL=|
20
min 80

Szkic rozmiarowy diody DZG7

Dioda germanowa stopowa DZG7 $redniej mocy jest przeznaczona do
pracy w ukladach prostowniczych.

Dicda ma obudowe metalows. Ciezar jej nie przekracza 3 G.

Dane maksymalne (¢, = 25° C)

URA‘I max 400V
URmax =128 V*
IF.M T 300 mA
Ip ax = 100mA*

Dane charakterystyczne (t, = 25° C)

UF =03V przy I m8x=100 mA**
I, =03 mA przy Upprmax = 400 VE**
Cka =25 pF

* W ukladzie prostownika jednopoléwkowego przy obcigzeniu o charakterze rezy-
stancyjnym.

#+ Przy przeplywie przez diode jednopoiéwkowego pradu sinusoidalnego.

=+ Przy przylozeniu na diode jednopoléwkowego napigcia sinusoidalnego.

Uwaga: Przewiduje sie wycofanie z produkeji.
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Uptt ey ! 5 5

n
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Zalezno$C¢ napiecia wstecznego diody DZG7 od temperatury

Dioda germanowa stopowa DMG1

min 80 ’
N Il ]
— ————
1

&
SIS
g x
i~]
S

#max 16,1 M5

Szkic rozmiarowy diody DMG1

Dioda germanowa stopowa DMG1 S$redniej mocy jest przeznaczona do
pracy w ukladach prostowniczych.

Dioda ma obudowe metalowg, Ciezar jej nie przekracza 18,5 G.
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Dane maksymalne (t, = 25° Q)

U
I

=200 V*
=5 A

RM max
F max
1. Praca w warunkach maksymalnego pradu wyprostowanego
U =120 V*
=bh-A¥*

RM max

IF max

2. Praca w warunkach maksymalnego napiecia wstecznego
U =200 V*
I =1A*

RM max

F max

Dane charakterystyczne (¢, = 25°C)
Up <028V przy I, =5A**
Io, =3mA przy Up, = 250 V¥***

S0 uktladzie prostownika jednopoléwkowego przy obciazeniu o charakterze rezy-
stancyjnym.

** Przy przeplywie przez diode jednopoléwkowego pradu sinusoidalnego.

*=x Przy przylozeniu na diode jednopoldwkowego napigcia sinusoidalnego.

U waga: Przewiduje sie wycofanie z produkcji.
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Dioda germanowa stopowa DMG2

min 80
[: | I
- — -
1
o)
N
>[N
"™
B x
h~]
&
O% [
#max 16,1 M5
o

Szkic rozmiarowy diody DMG2

Dioda germanowa stopowa DMG2 S$redniej mocy jest przeznaczona do
pracy w ukladach prostowniczych.
Dioda ma obudowe metalows. Ciezar jej nie przekracza 18,5 G.

Dane maksymalne (¢, = 25°C)

1. Praca w warunkach maksymalnego pradu wyprostowanego
URM max 105 v*
I =5 A*

F max

2. Praca w warunkach maksymalnego napiecia wstecznego
URpM max = 175 V*
I =2 A*

F max

Dane charakterystyezne (¢, = 25°C)

Up <028 v przy IF =5 A**
IR = 3mA przy Up; =230 Vorex
# W uktadzie prostownika jednopoldéwkowego przy obcigzeniu o charaktzrze rezy-
stancyjnym.

**x Przy przeplywie przez diode jednopoiéwkowego pradu sinusoidalnego.
**x Przy przyloZzeniu na diode jednopoiéwkowego napiecia sinusoidalnego.

U waga: Przewiduje sie wycofanie z produkcji.
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DIODY

Dioda germanowa stopowa DMG3

min 80 ,

U T
[
| Q
- 5[5
| bk
3
. g
i <
T
#max 16,1 M5

Szkic rozmiarowy diody DMG3

Dioda germanowa stopowa DMG3 S$redniej mocy jest przeznaczona do

pracy w ukladach prostowniczych.
Dioda ma obudowe metalowg. Ciezar jej nie przekracza 18,5 G.

Dane maksymalne (t,=25°C)

=150 V*
=5 A*

URM max
I

F max

1. Praca w warunkach maksymalnego pradu wyprostowanego

URM max =90 V*
=5 A*

F max

2. Praca w warunkach maksymalnego napiecia wstecznego

=150 V*
=3A*

URM max

F max

Dane charakterystyczne (¢, = 25°C)

Up =028V
I, Z3mA

przy Ip
przy URM = 200 V***

=5A"

* W uktadzie prostownika jednopoléwkowego przy obcigzeniu o charakterze rezy-

stancyjnym.

** Przy przeplywie przez diode jednopoléwkowego pradu sinusoidalnego.
*** Przy przylozeniu na diode jednopoléwkowego napigcia sinusoidalnego.

U waga: Przewiduje sie wycofanie z produkcji.
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Dioda germanowa stopowa DMG4

min 80

=

max 25
max 37

¢ma;( 16,1 [ M5
e

Szkic rozmiarowy diody DMG4

Dioda germanowa stopowa DMG4 $redniej mocy jest przeznaczona do
pracy w ukladach prostowniczych.

Dioda ma obudowe metalowg. Ciezar jej nie przekracza 18,5 G.
Dane maksymalne (t, =25°C)
URM max =100 V*
I =5 A*

F max
1. Praca w warunkach maksymalnego pradu wyprostowanego
URM max =75 V*
I =5A*

F max
2. Praca w warunkach maksymalnego napiecia wstecznego
URM max = 100 V*
j § =4 A*

F max
Dane charakterystyczne (t, = 25°C)
Up <028V przy Ip =35A**
In =3mA przy Up, =170 V***

* W ukladzie prostownika jednopoiéwkowego przy obcigzeniu o charakterze rezy-
stancyjnym.
** Przy przeplywie przez diode jednopoiéwkowego pradu sinusoidalnego.
*** Przy przylozeniu na diode jednopoléwkowego napiecia sinusoidalnego.

Uwaga: Przewiduje sie wycofanie z produkcji.
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Dioda krzemowa stopowa DKG60

M4

max 10 max 22 [
57

Szkic rozmiarowy diody DKG60

Dioda krzemowa stopowa DK60 S$redniej mocy jest przeznaczona do
pracy w ukladach prostowniczych.
Dioda ma obudowe metalowa. Ciezar jej nie przekracza 4,1 G.

Dane maksymalne (t, =25°C)

U gat max = 300V
1 =06A

F max

Dane charakterystyczne

UFél,2V przy IF =0,6 A t,=25°C
In =0,01mA przy Upo=300V ¢t =25°C
IR = 0,2 mA przy Up=300V ¢, =120°C
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D10ODY
/ L LT 1
R\DK60 e
BU!] [HEN] I‘ |
: 12=120
L L e max
100 a=ul
0 —
T I
L+
7 L+
/ et min |
]
o1
7 75 150 225 Uofv]

Zalezno§é pradu wstecznego diody DK80 od napie-
cia wsiecznego
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DIODY

Dioda krzemowa stopowa DK61

M4

max 10 max 22
min57

1
Szkic rozmiarowy diody DXKS61

Dioda krzemowa stopowa DK61 $redniej mocy jest przeznaczona do
pracy w uktadach prostowniczych.

Dioda ma obudowe metalowa. Ciezar jej nie przekracza 41 G.

Dane maksymalne (t, = 25° C)

=500V
=06A

U
I

RM max

F max
Dane charakterystyczne

Up=12V  przy I; =06A t,=25C
Ip <001mA przy Upg =500V t,=25C
Ip =02mA przy Upg=500V t,=120°C
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D1ODY

‘2 | DK61
(eA]
ta=120% pB
100 ]
Vi = — T
o o T+ -r;}-lr,',"_‘:
/] LT
A
%
A
1H4
o7 -
"0 125 250 375 R[V]

Zalezno§¢ pradu wstecznego diedy DK61 od napig-
cia wstecznego
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Dioda krzemowa stopowa DK62

M4

. 808
HH— —3(-)4#5—

max 10 max 22
min§7

Szkic rozmiarowy diody DKG62

Dioda krzemowa stopowa DK62 $redniej mocy jest przeznaczona do pra-
cy w ukladach prostowniczych.
Dioda ma obudowe metalows. Ciezar jej nie przekracza 4,1 G.

Dane maksymalne (t g 25° C)

=700V
=0,6A

URM max
I

F max

Dane charakterystyczne

Up=12V przy I, =06A t,=25C
Ip =£0,01 mA przy U, =700V t,=25°C

Ip = 0,2mA przy UR=700V t,=120°C
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DIODY

/ ! 2 K e S I - -
ua|DK6Z, s aas —
1 tg=120% '
TLH H 7 max
100 =hnl
> T
p%
10 g
NEB=CcumuE EREEE
=
AT il
gD
P
1
0
0 175 350 525 Ug[V]

Zalezno$é pradu wstecznego diody DK62 od napie-
cia wsteczrego

KATALOG 33-R
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DIODY

Dioda krzemowa stopewa DKG63

M4 g
[L: — 808 ]
[ '
max 10 max 22
min 857

i |

Szkic rozmiarowy diody DK63

Dioda krzemowa stopowa DK63 $Sredniej mocy jest przeznaczona do pra-
cy w ukladach prostowniczych.

Dioda ma obudowe metalowa. Ciezar jej nie przekracza 4,1 G.

Dane maksymalne (ta = 25°C)

Upit max =100V

IF.max =06A

Dane charakterystyczne

Up=12V przy Ip =06A t,=25C
Ipn =0,0lmA przy Up=100V t =25°C
Ip =02mA przy Up=100V t,=120°C
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Zalezno$é pradu wstecznego diody DK63 od napieg-

cia wstecznego
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DIODY

Blok prostowniczy z diodami krzemowymi PK220/60

max 3. 240,15

<

01|

92

o

169

H

[ max28

max {0

s

Szkic rozmiarowy bloku PK220/06

Blok jest przeznaczony do pracy w ukladach prostowniczych.
Jest wykonany jako zesp6t dwoéch do czterech diod krzemowych typu
DK60 ... DK63 polgczonych ze sobg szeregowo.

Dane maksymalne (té7 = 25°C)

=700V
=06A

Y RM max

Ip

max

Dane charakterystyczne (¢ o = 25°C)

Up<6V przy I, =0,6A
IR =0,01mA przy Up="T700V

Parametry w ukladzie prostownika jednopoléwkowego przy t, = 25°C.

Napiecie zasilajgce Ueff =220V
Prad wyprostowany I, =06A
Rezystancja ograniczajaca R 70
Pojemnosé¢ filtrujgca C, =100uF
KATALOG 33-R 241 1967
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DIODY

Diody krzemowe Zenera BZ1/C i BZ1/D

Czerwona kropkd

805 \ A
—i— 1 § &
L min 38 max 13 X

Szkic rozmiarowy diod BZ1/C i BZ1/D

Diody Zenera krzemowe BZ1 s3 przeznaczone do pracy w ukiadach
stabilizujacych i ograniczajacych napiecie w uktadach zabezpieczajgcych.
Moga byé réowniez stosowane jako elementy odniesienia.

Obudowe majg metalows. Ciezar ich nie przekracza 0,9 G.

Dane maksymalne (wartoSci graniczne)

I

FM max

max
IZ max

tj max

max

=150°C

= 300 mA
= 250 mW

1y,

zob. wykres na stronie 244.

Dane charakterystyezne (t, = 25°C)

UF_élv przy IF=100mA
I,=5mA ’ =
Przy z e ‘ *R max
Typ T ‘ lprzy Up=1V
U, |ZakresU, | Tzmax | TKUz-10—4 |
v | v Q | deg g nA
Diody BZ1/C o 5-procentowym rozrzucie napigcia Zenera
BZ1/C3V3 3,3 3,135 100 —8-—4 | —
BZ1/C3V6 3,6 3,438 100 —8+—3 | —
BZ1/C3V9 3,9 3,7+4,1 100 —7=+=—3 | =
BZ1/C4V3 4,3 4,0--4,6 100 —6+——2 £
BZ1/C4V7 4,7 4,4=5,0 90 —5=+1 | 500
BZ1/C5V1 5,1 4,854 75 —5+-43 | 500
BZ1/C5V6 5,6 5,3--6,0 60 —4 =14 | 500
BZ1/C6V2 6,2 5,8--6,6 40 —4= 16 | 500
BZ1/C6VS8 63| 6a=72 15 | —2+47 | 500
KATALOG 33-R 242 1967
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Przy IZ =5 mA

|

IR max

Typ 1 ‘przyUp =1V

U, | ZakresU, Tz max TKU,-10—%|

v \Y% | € deg nA
BZ1/C7V5 7,5 7,079 | 10 +2 =17 500
BZ1/C8V2 8,2 7,7=8,7 15 +3 =47 100
BZ1/C9V1 9,1 8,5--9,6 15 4418 100
BZ1/C10 10 9,4+10,6 15 +5—=—+38 100
BZ1/C11 11 10,4—=11,6 20 —+5-=-+8 100
BZ1/C12 12 11,4+12,8 30 4649 100
BZ1/C13 13,5 12,6--14,0 30 +7 =19 | 100
BZ1/C15 15 13,8=15,5 55 +7—=+49 100
BZ1/C16 16,5 15,3+17,0 55 -+8 = -+9,5 100
BZ1/C18 18 16,8--19,0 100 48 +49,5 100
BZ1/C20 20 18,8--21,0 120 +8 -+ 410 100
BZ1/C22 22 20,8--23,0 170 -+8 — 410 100
BZ1/C24 24,5 22,8--25,6 200 +8 =+ -+10 100
BZ1/C27 927 25,4--28,6 200 +8 = +10 100

Diody BZ1/D

o 10-procentowym rozrzucie napiecia Zenera

BZ1/D1*
BZ1/D3V3
BZ1/D3V9
BZ1/D4V7
BZ1/D5V6
BZ1/D6VS8
BZ1/D8V2
BZ1/D10
BZ1/D12
BZ1/D15
BZ1/D18"
BZ1/D22
BZ1/D27

0,7
3,3
3,9
4,7
5,6
6,8
8,2
10
12
15
18
22
27

0,66--0,76
2,937
3,5-4,3
4,1+5,2
5,0=6,3
6.0--7,
7,3--9,2
8,8--11,0
10,7-+-13,4
13,0<-16,5
16,0--20,0
19,6--24,4
24,1--30,0

100
100
90
75
15
10
15
30
55
100
200
200

—35+——25
—9 -+~ —4
—7=+—3
—6—-+3
—5—=+46
—4 =17
+2—+138
+4 48
—+5—+-49
—+7+—-+49,5
+8 =410
4810
+8—+-+10

500
500
500
100
100
100
100
100
100
100

* Dioda BZ1/D1 pracuje w kierunku przewodzenia.
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Zalezno§é maksymalnej mocy strat diod Zenera BZ1/C i BZ1/D od

temperatury otoczenia
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Zalezno$§¢ rezystancji dynamicznej diod Zenera BZ1/D od pradu Zenera
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Przyrost napiecia Zenera (napiecie przewodzenia diod Zenera BZ1/Cl
i BZ1/D1) w zalezno$ci od temperatury
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Charakterystyka przewodzenia diod Zenera BZi/C i BZ1/D
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DiODY

Diody krzemowe Zenera BZ2/C i BZ2/D

4

max 10 max 22
min§7

Szkic rezmiarowy diocd BZ2/C i BZ2/D

Diody Zenera krzemowe BZ2 sa przeznaczone do pracy w ukladach
stabilizujgeych i ograniczajgcych napiecie w ukladach zabezpieczajacych.
Mogg by¢ réwniez stosowane jako elementy odniesienia.

Cbudowe maja metalowa i sa przystosowane do pracy z radiatorem
i bez radiatora. Ciezar ich nie przekracza 4,1 G.

Dane maksymalne (wartosci graniczne)

IFM max 3A

Pmax — zob. wykres na stronie 250.
IZ max = Pmax/UZ

tJ. i = 150°C

DBane charakterystyezne (t. = 25°C)

Up=11V przy Ip,=500mA
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DIODY

I

Typ ! UZ ZakresUy, Tz .o TKUZ .10 I 1 - 5 rra:\ §s
| v | v e deg mA } " ~R
| ; UvA

Diody BZ2/C o 5-procentowym rozrzucie napiecia Zenera

|
|
=
|

BZ2/C3V9 3,9 | 3,74, 7 —7+-12 | 100 =
| BZ2/C4V3 43| 4,046 7 —7 =+ 100 —
BZ2/C4V7 4,7 4,450 5 —7++4 100 -
BZ2/C5V1 51 | 4,8=54 5 —6 -5 | 100 —
BZ2/C5V6 56 | 5,360 2 =8 L5 | 100 1
BZ2/C6V2 62| 5866 | 2 | —l-=-46 | 100 1
BZ2/C6V8 6,8 | 6472 | 2 0=—-+7 | 100 1
BZ2/CTV5 75| 7,079 2 0-+-+7 | 100 1
. BZ2/C8V2 8,2 7,7--8,7 2 +2 =47 100 1
BZ2/C9V1 9,1 | 85:-9.6 4 4248 50 1
BZ2/C10 10 9,4--10,6 4 44138 50 1
BZ2/C11 11 10,4--11,6 7 1418 50 1 .
| BZ2/C12 12 11,4128 7 4418 50 1 l
| BZ2/C13 13,5 | 12,6--14,0 | 11 4418 50 1
| BZ2/C15 15 | 13,8155 | 11 4519 50 1
| BZ2/C16 16,5 | 15,3=17,0 | 15 4519 25 1
BZ2/C18 18 | 168190 | 15 4519 25 1
BZ2/C20 20 | 18,8=-21,0 15 -+5-—=+-49 25 1
BZ2/C22 | 22 | 208230 | 15 4549 25 1
BZ2/C24 | 24,5 22,8256 | 15 | +5-++ 25 1
BZ2/C27 27 25,4286 15 459 25 1
Diody BZ2/D o 10-procentowym rozrzucie napiecia Zenera
BZ2/D1* 0,8 11 0,7--0,9 9 | —40-=—20 100 |
BZ2/D3V9 39| 3543 7 —7—=—-12 | 100 | =
BZ2/D4VT | 47 | 41552 5 | —6-=-44 | 100 | —
BZ2/D5V6 56 | 5063 4 —3-=-+5 | 100 | 1
BZ2/D6V8 68 | 6,075 2 —2-17 ! 100 1
BZ2/D8V2 8,2 | 7,392 3 4217 | 100 1
BZ2/D10 10 i 8,8--11,0 5 | 4448 50 1
BZ2/D12 12 10,7=13,4 7 4418 50 1
BZ2/D15 15 | 13,0=-16,5 | 11 +45—+49 50 1
BZ2/D18 18 16,0-20,0 | 15 45-+49 25 1
BZ2/D22 22 19,6244 | 15 15-+-19 25 1
BZ2/D217 27 24,1--30,0 | 15 4519 25 1

* Dioda BZ2/D1 pracuje w kierunku przewodzenia.
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Fotodioda germanowa stopowa FG2

8045 (zerwona kropka
A
=
1!
min 30 K

Szkic rozmiarowy fotodiody FG2
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DIODY

Fotodioda germanowa stopowa FG2 jest przeznaczona do pracy w urza-
dzeniach sygnalizacyjnych i przelgcznikowych, w ukladach liczniko-

wych itp.
Fotodioda ma obudowe caltoszklang. Ciezar jej nie przekracza 1 G.

Czerwona kropka na obudowie oznacza elektrode, ktéra powinna by¢
dolgczona co minusa zZrdédia polaryzujacego fotodiode.

Dane maksymalne (ta = 25°C)

UR A 30V

E_,. =20001x

P = 50 mW
max

Dane charakterystyczne (¢, = 25° )

In=15uA przy UR=1OV, E=01x
IR545yA przy UR=10V, E=10001x
S = 0,03uA/lx przy Up=10V, E=10001x
N ) i i
P82 A
Ug=10V
Ry=0,1MR
100 2
~
~
N
~
80 A\
N
AV
\
AV
80 \
2\
1}
90 \
1 17 100 flkHzl

Zaleznoéé czulo$ci fotodiody FG2 od czestotliwo$ci
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ZaleznoS$¢ pojemnosci fotodiody FG2 od napiecia wstecznego
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4., ZASTOSOWANIE ELEMENTOW
POLPRZEWODNIKOWYCH

Wzmacniacz akustyczny 100 mW

Wzmacniacz jest przeznaczony do miniaturowych odbiornikéw tranzy-
storowych. W stopniu przeciwsobnym wprowadzono ujemne sprzezenie
zwrotne (Rg).- Oprécz tego oba stopnie wzmacniacza sa objete petla ujem-
nego sprzezenia zwrotnego (z uzwojenia wtérnego transformatora wyjscio-
wego przez opornik R, na baze tranzystora sterujacego). Dzieki tym sprze-
zeniom parametry wzmacniacza sg malo zalezne od rozrzutu parametréw
zastosowanych tranzystorow.

Dane techniczne

Napiecie zasilajgce . . . . . . . . . U,=86V
Prad zasilajacy przy Pwy max I,=40mA
Moc wyjsciowa najwieksza . . . . . . . P__ . =100mW
Warto§é skuteczna napiecia wejsSciowego przy

s t o mow m v aLw e w5 (H =ds@T
Rezystancja wejseiowa . . . . . . . . R, =40002
Rezystancja obeiazenia . . . . . .. . . R =400
Znieksztalcenia nieliniowe sygnatu przy Pwy R

R,=60002, f=1000Hz . . . . . . . h=8Y%
Pasn?o czestotliwo$ei przenoszone . . . . . Af=200—7000Hz
Temperatura otoczenia najwyzsza . . . . . ¢, max — 45°C
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

Schemat wzmacniacza akustycznego 100 mW

Wykaz elementéw

R =2 kQ,
, =15 kQ,
R, =330 Q,
R, =100 Q,
5 =3 kQ,
5 =4 Q,
R, =200 kQ,
C,=4uF,
C, =10 uF,
C,=0,1uF,
T, — TG2
T, T;—2XTG2
Try A
2y = 2500 zw.,
%2

Typ rdzenia:

Tr,

0,1W
0,1W
0,1W
0,1 W
0,1W
01w
0,1W
3V
6V
30V

g 0,08 mm

=2z;,=480zw.,, O 0,1mm

P50B, permaloy 509,

z,=2,= 350 zw., @ 0,12 mm

23 = 265 zw.,

g 0,08 mm

Typ rdzenia: P50B, permaloy 509,

KATALOG 32-R
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

Wzmacniacz akustyczny 400 mW

Wzmacniacz jest przeznaczony do odbiornikéw tranzystorowych. Po do-
laczeniu stopnia wstepnego o duzej impedancji wejsciowej mozna go za-
stosowaé¢ jako wzmacniacz adapterowy.

W stopniu sterujacym przewidziano regulacje punktu pracy. Do tego
celu stuzy opornik R,. Z uzwojenia z, transformatora Tr; jest podawane
napiecie ujemnego sprzezenia zwrotnego.

W stopniu przeciwsobnym takze zastosowano ujemne sprzezenie zwrot-
ne, ktére wprowadza opornik R.

Dane techniczne

Napiecie zasilajace . . . . . . . . . U,=6V
Prad zasilajacy przy Pwy s I,=135 mA
Moc wyjSciowa najwieksza . . . . . . . Pwy = 04W

Wartosé szezytowa napiecia wejSciowego przy
U = 280 mV

wy max . & . . . . . . . . . » weM =
Warto$é szezytowa pradu wejSciowego przy
1 = 0,49 mA

wy max . : 5 : . 5 : s . weM =
Znieksztalcenia nieliniowe sygnalu przy Pwy -
Rg = 500002, f=1000Hz h = 6%,
Rezystancja obcigzenia . . . . . . . . R =50
Prad spoczynkowy kolektora tranzystora T, Ic;=F6 mA
Prad spoczynkowy kolektoréw tranzystoréw T2 i T3 IC02 = ICoz =3 mA
Temperatura otoczenia najwyzsza t = 56°C

Schemat wzmacniacza akustycznego 400 mW
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW FPOLPRZEWODNIKOWYCH

Wykaz elementow

R, =12kQ, 025W
R,=39kQ, 025W
R, =200 2, 0,25 W
R, =302, 0,25 W
R. =30kQ, 0,5 W
R.=50, 0,5 W
C, =10 uF, 6V
C,=50uF, 6V
T, —TG2
T,, T, — 2XTG50
TT1
2,12,=2 :z3=2,17
Z1z,= 13
Tr

Wzmacniacz adapterowy 400 mW

Cecha charakterystyczng wzmacniacza jest brak transformatora wyjscio-
wego. Stopien mocy pracuje w ukladzie przeciwsobnym z szeregowym
wlgczeniem tranzystoré6w wzgledem zasilania. Dzieki temu wzmacniacz
przenosi szerokie pasmo czestotliwo$ci i ma male znieksztalcenia nielinio-
we. Stopien sterujgcy oraz stopien mocy sa objete petla ujemnego sprze-
zenia zwrotnego (R,). W stopniu wejSciowym w celu zwiekszenia impe-
dancji wejsciowej zastosowano opornik szeregowy R,.

Dane techniczne

Napiecie zasilajagce . . . . . . . . . U, =9V
Prad zasilajacy przy P, .. I,=60mA
Moc wyjsciowa najwieksza . et e o Nl PW e 400 mW

Warto$¢ szezytowa napiecia wejsciowego przy
Cor i e e W e W T = 02

wy max ° : wem
Rezystancja weijsciowa . . . . . . . . R ,=230k0
Rezystancja obeiazenia . . . . . . . . R =200
Znieksztalcenia nieliniowe przy Pwy S Pg =
=05M2 i f=1000Hz . . . . . . . h=2%
Pasmo czestotliwosei przenoszone (przy nieréwno-
mierno$ci charakterystyki — 3db) . . . . Af=170—20000Hz
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

-39V
o+
Schemat wzmacniacza adapterowego 400 mW

Wykaz elementow
R, =220 kO, 0,1W
R, =220 kQ, 0,1W
R, =33 kQ, 0,1 W
R,=68 kQ, 0,1 W
R, =10 kQ, 0,1 W
R,=22 kQ, 0,1W
R, =100 Q, 0,1 W
R, =38 kQ, 0,1W
R, =100 Q. 0,1 W
R,,=3 kQ, 0,1W
R, =100 Q, 0,1 W
C1 =5 uF, 3V
C, =5 uF, 3V
C, =50 uF, 12V
C, =50 uF, 3V
C, =100 uF, 12V
T, —TG2
T, 6 —TG5
T, T,2XTG55
Tr — transformator; rdzen permalojowy P50B

z, =12400 zw., G 0,08 mm
2, =23= 300 zw., @ 0,12 mm
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

Wzmacniacz akustyczny 10 W
(Stopien sterujacy oraz stopien mocy)

Regulacja punktu pracy w stopniu sterujacym jest moziliwa za pomoca
opornika nastawnego R;.

W stopniu mocy tranzystory pracuja w ukladzie o wsp6lnym kolekto-
rze. Dzieki temu przy duzej mocy wzmacniacz ma mate znieksztalcenia
nieliniowe.

Oba stopnie wzmacniacza sg objete petla ujemnego sprzezenia zwrot-
nego. Obwdéd sprzezenia zwrotnego sklada sie z uzwojenia z, transforma-
tora Trz, opornika R, i kondensatora C,,.

Dane techniczne

Napiecie zasilajgce . . . . . . . . . U,=14V
Prad zasilajgcy przy Pwy _— I,=11A
Moc wyjéciowa najwieksza . . . . . . . P . =10W
Wartoéé szezytowa napiecia wejSciowego przy ’

wy max °* : : : ' N & B 5 Uu'em =13V
Wartosé szczytowa pradu wejsSciowego przy

Wy max Iwem é 8 mA
Znieksztalcenia nieliniowe sygnatu przy P, S

g=200.Q,3':1000Hz T e w e .« o« hZTY%
Rezystancja obcigzenia . . . . . . . . R =15 Q
Szeroko$é pasma przenoszonego . . . . . Af=60—10000Hz
Prad spoczynkowy kolektora tranzystora T ol Y Ic01 =140 mA
Prad spoczynkowy kolektoré6w tranzystoréw T_ iT, Icoe = Icos= 0
Temperatura otoczenia najwyzsza . . . . . t . .= 45°C
] 7 T !
Ry 12 |
I . 251823 )
2
© E’l_“ Z A
L ! Z3 N
Z; 4 Uz

-+

Schemat wzmacniacza akustycznego 10 W
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| ZASTOSOWANIE ELEMENTOW PCLPRZEWODNIKOWYCH

Wykaz elementéw

R, in=13 kQ

R, =500 Q2

R, =100

C, =25 uF, 12V

C,=1000 uF, 8V

T, —TGT70

T, T,—2XTGT70 [radiator S = 400 cm?]
Try

z, =400 zw., @ 0,45 mm
) =23 = 650 zw., ¥ 0,25 mm
Typ ksztaltki: EI-66, 22X22 mm
Tr,
z, =2z,=100zw., & 0,7 mm

[
[l

z, =142 zw., g 0,7mm

z,=8zw., @ 0,7 mm
Typ ksztaltki: EI-66, 22>X22 mm

Wzmacniacz akustyczny Hi-Fi

Stopierh mocy pracuje w ukladzie przeciwsobnym beztransformatorowym.
Sprzezenie miedzy stopniem sterujacym i stopniem mocy jest réwniez bez-
transformato: owe. Sygnat do stopnia mocy jest podawany z emitera i ko-
lektora tranzystora sterujacego. Sygnal z kolektora jest odwrécony o 180°
wzgledem sygnatu emitera. Dzieki wyeliminowaniu transformatora steru-
jacego oraz wyjéciowego mozna bylo wprowadzi¢ silne ujemne sprzezenie
zwrotne obejmujace stopien sterujacy i stopien mocy i osiggnal mate znie-
ksztalcenia nieliniowe i szerokie pasmo.

Potencjometr R,, stuzy do regulacji wzmrocnienia. We wzmacniaczu za-
stosowano regulacje charakterystyki czestotliwosciowej (barwy dzwieku)
niezalezng dla malych czestotliwosci (potencjometr R,,) i dla duzych czesto-
tliwosei (potencjometr Rg).
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH
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Charakterystyki czestotliwoSciowe wzmacniacza Hi-Fi

Dane techniczne

Napiecie zasilajgce
Prad zasilajgcy przy P

wy max

Moc wyjSciowa najwieksza .
Rezystancja wejSciowa
Rezystancja obcigzenia

Znieksztalcenia nieliniowe svgnalu przy P

Rg-—SkQ, f=1000 Hz .
Charakterystyka czestotliwoéciowa .

Wykaz elementow

MR R

o =1 @ O

=510kQ,
=24 kO,
= 5,6 kO,
=6,2k0,
=3,9kQ,
=10 kQ,
=510 2,
=2,7TkQ,
=50k0,
R,,=2kQ,
R, =10kC,
R, =10kQ,

0,1W
0,1W
0,1 W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
1,0W
0,1W
0,1W
0,1W

=6W

wy max

R, =600%kQ

Wy max’
h

zob.

R, =50kQ,
R, =1kQ,
R, =4TkQ,
R, =39KkQ,
R, =18kQ,
R, =39kQ,
R,y =510,
R,, =680 0,
R21 =150 0,
R,, =25kQ,
R, =5,6k0Q,
R,, = 2,2k,
R, =22kQ,

R,=15Q

=1%
wykresy

1LOW
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1W
0,1 W
0,1W
0,1W
0,1W
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

R26=10 kQ, 0,1 W
By —109, 0,1W
R, =2100Q, 01W
R =10kQ, 01W
R, = 2,TkQ, 0,1 W
Ry, =4700, 01W
Ry, =220 Q, 1w
By—3510, 05 W
R, =51 Q, 0,5 W
R =102, 0,1W
R,,=1500Q, 01W
R, =1500Q, 01W
C, =5 uF, 6/8V
C, =100uF, 12V
C; =100 uF, 12V
C, =10 uF, 12V
C, =1500 pF

C, = 10000 pF

C, =10 uF, 12V

C, = 25000 pF

Cy = 0,25 uF

C o =100 uF, 50V
C;; =100 uF, 50V
C,, =100 uF, 12V
C,3 =10 uF, 12V
C,, =100 uF, 12V
C,; =10 uF, 12V
C,e =100 uF, 12V
C,. = 3000 pF -

17

C,s = 10000 pF

C g =100 uF, 12V

C,o =100 uF, 12V

C,, = 500 uF, 335V

T,T,T;—TG5

T, — TG50

I —T1G70

Ts’ T7 — 2XTGT70 [radiator
S = 400 cm?

D — DZG2

Zasilacz stabilizowany z diodg Zenera

Jest to najprostszy uklad zasilacza stabilizowanego. Parametry wyjscio-
we zasilacza okre$la zastosowana dioda Zenera.

Maksymalny prad zasilacza (I
pradu diody Zenera (I

z max)'

wy max

) Jjest mniejszy od maksymalnego

Niestabilno$é napiecia wyjsciowego okre$la wzor:

AUwy =AU - g,z, + AIwy “R,+T_ . 4T,
gdzie: .

AUWV — zmiana napiecia wyjsciowego,

AU"‘; — zmiana napiecia wejsciowego,
AIwy — zmiana pradu obcigzenia,

AT  — zmiana temperatury otoczenia,

R, — rezystancja dynamiczna diody Zenera,
Rs — rezystancja szeregowa,

T — wspobiczynnik temperaturowy.
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Ze wzoru wynika celowo$¢ stosowania diod Zenera charakteryzujacych
siec maltym R, oraz celowo$¢ zwiekszania Rs do pewnych granic. Gdy
o niestabilno$ci zaczyna decydowa¢ drugi czion réwnania, wéwezas dalsze
zwiekszanie R D traci sens.

Dane techniczne

Napigcie wyjsciowe przy U,, =220V £10% . . U“,y =6V +1%,
Maksymalny prad wyjsciowy . . . . . . I,, max =80mA
Maksymalne napiecie tetnien przy I“.y s wa e I max < 10mV

Rezystancja wyjsciowa . . . . . . . . R“,y =10

—6V

+

Schemat zasilacza stabilizowanego z dioda Zenera

Wykaz elementow

Rg=2002, 2W

C=500uF, 35V

D,...D,—DZG2

D, — BZ2/D6

Transformator T,
Rdzen — blacha krzemowa EI; S ;, =45 cm?
2, = 2300 zw., & =0,1 mm

z, =300zw., O =0,3mm

Zasilacz stabilizowany z tranzystorem szeregowym

Jest to prosty uklad zasilacza stabilizowanego, w ktérym przez zastoso-
wanie tranzystora szeregowego uzyskano rozszerzenie zakresu pradu wyj-
Sciowego do wartosci

Iury max <@ Iz max
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gdzie:
B — wzmocnienie pradowe tranzystora,

I — maksymalny prad diody Zenera.

Zmax

Maksymalny prad wyjsciowy zasilacza nie moze przekroczy¢é maksymal-

nej wartosci pradu kolektora tranzystora.
Napiecie wyjsciowe zasilacza jest okre$lone zalezno$cig
U,,=Uz—Ugg
gdzie:
u, — napiecie Zenera,
Ugp — napiecie baza-emiter tranzystora szeregowego.

Dane techniczne

Napiecie wyjéciowe przy U, =220V £10% . . U, =6V +19%,
Pragd wyjSciowy maksymalny . . . . . . Iwy max — 0,5 A
Napiecie tetnien maksymalne przy Iwy =05A . Ut max = 30 mV
Rezystacja wyj§ciowa . . . . . . . . R y = 10
B T
o— Tr . m oO—

~20V  z g 2,

=
O—Cf A 2

1

Schemat =zasilacza stabilizowanego z tranzystorem szeregowym

Wykaz elementow

R, =3000, 1w
C,=500uF, 35V
C,=>500 uF, 35V
T — TG0
D,...D,—DZG2

D, — BZ2/D5V6

B — bezpiecznik 1 A

P — przelacznik

Tr — transformator; blachy krzemowe, S_;, = 6,25 cm?
z,= 1440 zw., G 0,25 mm
2, =135zw,, g 0,7mm
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Zasilacz stabilizowany
z kaskadowym tranzystorem szeregowym

W ukladzie zasilacza tego typu dzieki zastosowaniu kaskadowego polg-

czenia tranzystoréw maksymalny prad wyjSciowy zasilacza I“,y max Jest
okres$lony zaleznoscig:
Iwy max << lgl = /)72 'IZ max,
gdzie:
ﬁl,ﬁz — odpowiednio wzmocnienie pradowe tranzystoréw Tl, T2.

IZ,ma.\; — maksymalny prad diody Zenera.

Daje to korzy$ci dwojakiego rodzaju: mozna zwiekszy¢é maksymalny
prad wyjSciowy zasilacza (pod warunkiem nieprzekraczania maksymal-
nej mocy tranzystora) lub zastcsowaé diode Zenera mniejszej mocy.

Napiecie wyjsciowe zasilacza jest okreslone zaleznos$cig

U,y =Uz—Ugg; + Ugp,),
gdzie:
U, — napiecie diody Zenera,
Uggys UBE2 — odpowiednio napiecie baza-emiter tranzystorow Tl, ’1‘2.
Dzieki zastosowaniu filtru Cz, Rz uzyskano znaczne zmniejszenie tetnien.

Dane techniczne

Napiecie wyjSciowe przy U, =220V +10%, . . Uwy =9V 10,59,
Prad wyjSciowy maksymalny i s va max = 0,5 A
Napiecie tetnien maksymalne przy Iwy =0,5A . Uf'max =10 mV
Rezystancja wyjsciowa . . . . . . . . Rwy =10

~220V

A

Schemat zasilacza stabilizowanego z iranzystorem szeregowym
kaskadowym

1967
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWGDNIKOWYCH

Wykaz elementow

R, =50002, 05W
R,=5002, 05W

2

R,=2kQ, 05W
R,=2kQ, 05W
C, =500 uF, 35V
C,=500 uF, 35V
T, — TG50

T, —TGT70

D, — D, — DZG2

D, — BZ1/D10

B — Dbezpiecznik
P — przelgceznik
Tr — transformator: blachy krzemowe, S _;, = 6,25 cm?
z = 1440 zw., O 0,25 mm
g == 120zw., @ 0,7mm

Zasilacz stabilizowany
ze wzmacniaczem sprzezenia zwrotnego

Jest to typ zasilacza, w ktérym dzieki zastosowaniu wzmacniacza sprze-
7enia zwrotnego uzyskano znaczne zmniejszenie rezystancji wyjsciowej.

Dziatanie stabilizujace ukladu jest nastepujace: zmniejszenie napiecia
wyjéciowego powoduje — za posrednictwem dzielnika Ry, Ry, Rg — zmniej-
szenie polaryzacji zigcza baza-emiter tranzystora T,, a tym samym
zmniejszenie pradu kolektora tranzystora T1'

Poniewaz przez opornik R, (na ktérym w przyblizeniu jest staly spadek
napiecia) ptynie suma pradéw (kolektora tranzystora T, i bazy tranzy-
stora T,), wiec zmniejszenie pradu kolektora T, powoduje zwiekszenie
pradu bazy tranzystora T,, T3. Napiecie kolektor-emiter tranzystora Tg
maleje, przeciwdziatajac poczatkowej zmianie napiecia.

Ze wzgledu na wiasciwag stabilizacje dobrano taki punkt pracy diody
Zenera, ze prad plynacy przez opornik R, jest o rzad wiekszy od pradu
emitera tranzystora Tl; daje to uniezaleznienie napiecia Zenera od zmian
pradu emitera.

Wiaczenie opornika R; na wyjécie stabilizatora eliminuje wplyw zmian
napiecia sieciowego na stalo$é napiecia Zenera.
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Dane techniczne

Napiecie wyjsciowe przy U, =220V +10% . . Uwy =9V +0,3%
Prad wyjsciowy maksymalny i U S Iwy e 0,5A
Napiecie tetnien maksymalne przy Iwy =0,5A « Uy pax = 10mV
Rezystancja wyjsciowa . . . . . . . . Rwy =020

~220V

I

Schemat zasilacza stabilizowanego ze wzmacniaczem sprzezenia zwrotnego

Wykaz elementow

R, =1kQ, 1w
R,=56kQ, 05W
R, =3kQ, 0,5 W
R,=1002, 1W
R,=15002, 1W
R, =1kR, 1W
C,=500uF, 35V
C,=500uF, 35V
T — TG5

i1 — TG50

T — TG0

D, — D, — DZG2

D, — BZ1/D6V8

B — bezpiecznik

P — przelaeznik

Dt — dilawik: blachy krzemowe, S,4, = 6,25 cm?
2= 360 zw., @ 0,6 mm

Tr, — transformator: blachy krzemowe, Srdl = 6,25 cm?2
2, =1440 zw., @ 0,25 mm,
z,=195zw., @ 0,7mm
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Zasilacz stabilizowany
z podwéjng stabilizacja napiecia odniesienia

Jest to zasilacz ze wzmacniaczem sprzezenia zwrotnego, w ktérym zasto-
sowano podwo6jna stabilizacje napiecia odniesienia (diody Zenera D, i D,
D ) W ten sposéb polepszono parametry wyjéciowe zasilacza.

Przez odpowiednie dobranie opornika R, uzyskuje sie minimum napiecia

tetnien.
Regulacje plynna napiecia wyjsciowego od 8 do 12 V zapewnia poten-
cjometr R..

Dane techniczne

Napiecie wyjsciowe przy U 6 =220V +10% . . Uwy =8V 0,29,
12V +0,3%
Prad wyjsciowy maksymalny Iwy ax =05 A
Napiecie tetnien maksymalne przy Iwy =0,5A. Utma\ = 0,5 mV
Rezystancja wyjéciowa . . . . . . . . R, =01 Q

BT .- s
i
220 Ry
o—o/ -— 3 R
Y g
—o+

Schemat zasilacza stabilizowanego z podwéjna stabilizacja napiecia odniesienia

Wykaz elementow

R, =3kQ, 1W
RZ =220 Q, 1W
R, =500kQ, 0,25W
R,=1k&, 0,5 W
R,=1500, 1W
R,=1002, 1w
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R, =5k0, . 1w
C, =500 uF, 35V
C, =500 uF, 35V
C,; =100 uF, 35V
T — TG5

T, — TG50

i — TG0

D, —D,—DZG2

D, — BZ1/D5V6

Dy —D,—BZz2/D10

B — bezpiecznik

P — przelgeznik

Dt — diawik: blachy krzemowe, S,.4, = 6,25 cm?
2, =600zw., @ 0,6 mm

Tr — transformator: blachy krzemowe, S,q, = 6,25 cm?
z; =1440zw., @ 0,2 mm
z,=195zw., O 0,7mm

Zasilacz stabilizowany
wysokiej klasy duzej mocy

Jest to zasilacz o napieciu wyjSciowym regulowanym w zakresie 2—16 V
i maksymalnym pradzie wyjsciowym 10 A.

Napiecie wyjsciowe reguluje sie skokowo w oémiu zakresach przelacz-
nikiem P1 oraz plynnie wewnatrz kazdego zakresu opornikiem nastaw-
nym R23.

Punkt pracy zasilacza dobiera sie opornikiem nastawnym R,,. Zasada
pracy stabilizatora jest taka sama, jak w poprzednich ukladach. Jedynie
w stopniu wyjsciowym ze wzgledu na parametry polaczono 8 tranzysto-
réw réwnolegle.

Zasilacz ma automatyczne zabezpieczenie przed przecigzeniem dziatajace
W spos6b nastepujacy:

Podczas normalnej pracy tranzystory T1 i T, przewodza, a T, i T3 nie
przewodza. Tranzystor T6 jest wowezas sterowany tylko przez tranzystor
T. Przekroczenie wartosci pradu 10 A daje na oporniku R,y spadek na-
piecia powodujacy przewodzenie diody D,,. Tranzystor T, przestaje prze-
wodzi¢. Woéwezas dzieki diodzie D,, zaczyna przewodzi¢ tranzystor T.,
a T, przestaje przewodzi¢. Powoduje to dzieki diodzie D,, przewodzenie
tranzystora T,. W efekcie przestaje przewodzié tranzystor TG, a tym sa-
mym tranzystory mocy.
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Powr6t do stanu pracy uzyskuje sie przez nacisniecie przycisku P,, co
powoduje powr6t tranzystoréw ukiadu zabezpieczajgcego do stanu odpo-
wiadajacego normalnej pracy zasilacza.

Dane techniczne

Napiecie wyjsciowe przy U, =220V +10% . . UWy =2—16 V + 0,19,
Prad wyjsciowy maksymalny . Iwy max — 10A
Napiecie tetnien maksymalne przy Iwy =10A " Utmax = 1mV
Rezystancja wyjsciowa . . . . . . . . Rwy =4mQ

Wykaz elemenfow

R, =4702, 0,5 W R,, =4kQ, 0,5 W
R, =510 0, 0,5 W R, =2kQ, 0,5 W
R, =1002, 2W Ry = 40 0, 0,5W
R, =1002, 2W Ryrg4 =020
R, =10kQ, 0,5 W Ra 4, =820, 05W
R, = 6200, 0,5 W C,_, =5000uF, 35V
R, =2kQ, 0,5 W C, ¢ =1000uF, 35V
R, =28200, 0,5W C, =1nF
R, =2k, 0,5 W Cq =1nF
R,,=1kQ, 0,5 W C, =1nF
R, =30kQ, 0,5 W Cio =20 nF
R,,=9,1kQ, 0,5 W € = 5000 uF, 35V
R, =2kQ, 0,5 W D, — BZ2/D10
R, =30kQ, 0,5 W D, ; —BZ2/D6V8
R;;=09,1k0, 0,5 W D, — BZ2/D8V2
R =2k0, 0,5 W D, ;; —DMG5
R,,=1M&, 0,5 W D,, ;5 —DZG2
R;; =019, 2W D s 19 — DZGT7
R =109, 4w D 445 — DOG62
R,, = 25kQ, 05 W T, 5 —TG2
- R, =2200, 0,5W T — TG50

R,, =330 0, 05 W T, —TGT70
R,, =100 9, 1w T, 15 —TGT2

T?‘l — transformator: blachy krzemowe, Srdz =24 cm?2

z, =430 zw., g 0,7mm

z,= 62zw., O 2mm, odczepy na 27, 32, 37, 42, 47, 52, i 58 zw.

Tr2 — transformator: blachy krzemowe, Srdz = 6,5 cm?

z = 1550 zw., & 0,2 mm

z,= 175 zw., 2 0,25 mm
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2y = 270 zw., @ 0,3 mm
Dt — diawik: blachy krzemowe,
z=400zw., O 2mm

Przetwornica 6/60 V

S, =24 cm?

Przetwornica przetwarza niskie napiecia baterii 6 V na napiecie state
60 V. Stuzy do zasilania ukladéw lampowych malej mocy (odbiorniki). Dio-
da D, utatwia wzbudzenie drgan przetwornicy, nie pogarszajac jej spraw-
nosci. Opornikiem nastawnym R, mozna regulowa¢ moment wzbudzenia
przetwornicy. Elementy C,, R i C, polepszaja ksztalt impulsu. Przetwor-
nice nalezy ekranowa¢, gdyz moze ona by¢ zZrédlem zaklécen w odbiorze

fal radiowych.

Dane techniczne

Napiecie zasilajace

Prad zasilajgey . . . .
Moc wydzielana w obcigzeniu
Rezystancja obcigzenia
Czestotliwo$¢ robocza .

Sprawno$¢ przetwornicy .
Temperatura otoczenia najwyzsza

U,=6V
I,=60mA
P, =250 mW
R, =15kQ
f=4kHz

7 = 60—80%/,

Schemat przetwornicy 60 V

KATALOG 23-R
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Wykaz elementéw

R, =51k0Q,
P =47kQ
C,=10nF
C,=50nF
C,=2uF,

0,1 W C4 =2 uF, 100V
C, =100 uF, 6/8V
Cy =100 uF, 6/8 V
T — TG52

100V Tr

Typ rdzenia: M/25/16/4 ,,Polfer”
2z, =56zw., @ 0,25 mm
z,=28zw., O 0,25 mm
z;=284zw., @ 0,25 mm

Uiv] lolm#] By k]
I mA] [

120 { 2 600
) Upy=6V 4 -
(7 ; L1
100 100 ; uo// 0 500
| | » il .

| ) |
8o sa\l / ! & -{a00
h\ || o4 | .
I~ Y [ | [~
60 60 'X/&\ | B 6 —300
- | o
;; el [T
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[ | LA
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Przetwornica do §wietlowki 20 W

Przetwornica przetwarza napiecie stale 12V na napiecie zmienne 220 V.
Wybrana czestotliwo$é pracy przetwornicy zapewnia najwiekszy strumien
$wietlny $wietlowki.

Tranzystory pracujg w ukladzie o wspélnym emiterze. Kolektory tranzy-
stor6w sa polaczone galwanicznie, mozna’ je wiec mocowaé bezposrednio
na wspélnym radiatorze o rozmiarach 5X8cm. Z uzwojenia z, jest po-
dawane napiecie na elektrode zaplonowsa (w postaci paska folii naklejo-
nego na $wietléwke).

Dane techniczne

Napiecie zasilajace . . . . . . . . . U,=12V
Sprawno$é przetwornicy . . . . . . . . n=280
Czestotliwo$é robocza I e L P f=23,5kHz
Temperatura otoczenia najwyzsza . . . . . t . = 50°C

Schemat przetwornicy do $wietlowki

Wykaz elementow

R, =200, . 2W

5 =20 Q, 2W
R,=51kQ, 0,25 W
C, =02 uF, 250 V

T,, T2 —2XTGT0 (R, =15°C/W dla kazdego tranzystora)
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S — Swietlowka 20 W

Y — taéma zaplonowa (folia)
Tr

2, = 12 zw., @ 0,45 mm

z, =150 zw., & 0,45 mm
z, = 12 zw., @ 0,45 mm
z,= 330 zw., @ 0,3mm
Z,= 7Tzw., @ 0,8mm

0

Zg=12,= 23zw., @ 0,8mm
zg="Tzw, g 0,8 mm

Typ ksztaltki: EI-84, S ;, =9 cm?

Przetwornica do lampy blyskowej

Przetwornica przetwarza niskie napiecie akumulatora 6 V na napiecie
state 450 V. Prostownik pracuje w ukladzie podwajacza napiecia. Dzigki
temu udalo sie unikngé duzych przektadni transformatora, co bylo nieko-
rzystne ze wzgledu na wieksze pojemnosci miedzyzwojowe 1 indukcyj-
noéci rozproszenia.

W kondensatorze C, gromadzi sie energia elektryczna, ktéra nastepnie
przetwarza sie w lampie blyskowej w energie $wietlna. Kondensator C,4
taduje sie do napiecia 450 V. W momencie natadowania sie kondensatora
zapala sie neonéwka L, i styki S, przekaznika S przerywaja obw6d zasi-
lania tranzystorow.

Przycisk K, powoduje start przetwornicy, a przycisk K, — btysk.

Dane techniczne

Napiecie zasilajagce . . . . . .+ . . - U,=6 v
Prad zasilajacy . . - . o« o .. e Iz =15A
Napiecie na kondensatorze C; po natadowaniu . Ug =450V
Prad ladowania kondensatora c, . . L . I,=15mA
Czas tadowania kondensatora C; . . . . - tz=20s
Czestotliwo$¢é robocza . . . . . . . . f=0500Hz
Temperatura otoczenia najwyzsza . . . . o« b, = 50°C
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Schemat przetwornicy do lampy blyskowej

Wykaz elementow

=390 Q,
=470,
=390 0,
=120kQ,
=120 kQ,
=36kQ,
=120kQ,
=120kQ,
=1,5MQ,
R, =1—10kQ,

s Jg=s p=vii=vi=v = A=Y= e
W 0 1 O U W N

R,, =6800,
R, =15 MO,
R, =1MQ,
C,=1uF,
C,=1uF,

C, =500 uF,
C,=0,1uF,

0,25 W
0,25 W
0,25 W
0,25 W
0,25 W
0,25 W
0,25 W
0,25 W
0,25 W

0,25 W

0,25 W
025 W
0,25 W
700 V
700 V

(stosowany w przypadku znacznej

kondensatora C3)

450/500 V

500V

T,, T,—2XTG70

D, _,—DZG7

L, —neonéwka 220V
L2 — lampa blyskowa XB-81-00

uplywnosci
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S — przekaznik B2(D-4426-132-2) ,Telfa”
K, —przycisk starter
K, —przycisk do spowodowania biysku

’I"r1

2, =2,= 30zw.,, D 0,45mm

2=z, 10zw., O 0,35mm

25 =1350zw., ¥ 0,15 mm

Typ rdzenia: ferrytowy M-47/32/6/F-1001/0,0 ,,Polfer”
Tr

2
z2g=1000zw., O 0,1l mm

z,=40zw., @ 0,3 mm
Typ rdzenia: ferrytowy M-25/20/4/F-1001/0 ,,Polfer”

Przetwornica 60 W

Przetwornica jest przeznaczona do zasilania ukladéw lampowych duzej
mocy. Przetwarza napiecie stale 12 lub 24 V na napiecie state 280 V.

Przetwornica sktada sie z dwéch ukladéw przeciwsobnych. W przypadku
napiecia baterii 12V uklady przeciwsobne laczy sie réwnolegle wzgledem
zasilania, to znaczy lgczy sie punkt I z punktem 3 i punkt 2 z punktem 4.
W przypadku zasilania 24V uklady przeciwsobne gczy sie szeregowo
(punkt 2 z punktem 3).

Diody D, i D, utatwiaja start przetwornicy.

Dane techniczne

Napiecie zasilajgce . . . . . . . . . U,=121ub24V
Napiecie wyjsciowe . . . . . . . . . Uwy =280V
Moc wyjsciowa najwieksza . . . . . . . Pwy max = 60 W

Sprawnos$é przetwornicy przy Pwy A 7 =80,
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D, 0
D5 Ds

Schemat przetwornicy 60 W

Wykaz elementow

R,= 1750, 6W
R,= 302, 05W
R,= 300Q, 05W
R,=2100Q, 05W
R,=2702, 05W
T ,T, —2XTG72

2
T,, T, — 2XTG72

C =200 uF
Tr, — transformator: rdzen — permaloy P50B typ T-4
z;=60zw., O 0,4mm
2, =2, =2,=2z;=12zw.,, g 0,4 mm
T'r2 — transformator: rdzen ferrytowy kubkowy typu 20X47X40, 6 =0

Zy=2z,=z,=z;,=2lzw.,, O 1lmm

1 2
2z, = 530 zw., & 0,4mm
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Generator lancuchowy RC

Generator sklada sie z czterech ogniw RC. Opornik nastawny Rj stuzy
do regulacji wzbudzania oraz ksztaltu sinusoidy.

Zakres czestotliwo$ci drgan od wartoSci C podano na zalgczonym Wwy-

kresie.

Dane techniczne

Napiecie zasilajgce

Czestotliwo$¢ generacji

Zmiana czestotliwo$ci

do 40°C

Temperatura otoczenia najwyzsza

U,=9V
f—zob. wykres na
stronie 288.

Af

— przy zmianie napiecia zasilajgcego o 209 ; <5%
— przy zmianie temperatury otoczenia od 20 £, —F
20 40 <30/0
fa0
ta max . 500c
G
R]
f 5 2
Gs
Uz
¢ o | [
S+

Wykaz elementow

R, =220kQ,
R,= 22kQ,
Ry =120 0,
R,= 10kQ,
Ry =470 Q

Schemat generatora RC-4 II

0,1 W
0,1 W
0,1 W
0,1W

R=6kQ
C,=4uF, 12V
C, =4 uF, 12V

C — zob. wykres na stronie 288.
Ty, Ty—TG2
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/05 1 T

[He

‘704 | ] l‘ ‘ : \l

Vi

/03 - |

, \
% ;
10? |
10 10° 10° 0* clpF] 0°

Zalezno§¢ czestotliwoSci generacji f od wartoseci C

Generator RC z czwdrnikiem dwuteowym

Czestotliwos¢é generacji okreSlajg elementy R, C. Zalezno$é f od war-
tosci R i C podano na wykresie. Punkt pracy generatora dobiera sie opor-
nikiem nastawnym R,.

Dane techniczne

Napiecie zasilajgece . . . . . . . . . U,=6—-15V
Czestotliwo$¢ generacji . . . . . . . . f=20—100000Hz
Zmiana czestotliwosci
— przy zmianie napiecia zasilajgcego o 200, . . %gB%
— przy zmianie temperatury otoczenia od 20 fo it

do 50°C 220750 1)

- . . . . . . . - - . . f \ /0
20

Znieksztalcenia nieliniowe napiecia generacji . . h =49,
Temperatura otoczenia najwyzsza . . . . . t, max=50°C
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’i‘ ‘\_?* =0
T —0
r = R
p UZ
Lo o
—i : 3
G, ﬁ
3
—5+

Schemat generatora RC

Wykaz elementow
R, =36kQ, 01W c
a R
R,=1kQ, 0,1W p
R,=1MQ, 05W T—TGIA

Zalezno§¢ czestotliwoSci generacji f od wartoSeci R i C

KATALOG 33-R 289
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

Generator akustyczny z czwornikiem dwuteowym

Jest to generator RC ze sprzezeniem zwrotnym, zbudowany na dwoéch
stopniach wzmacniajacych.

Tranzystor T; pracuje W uktadzie OC, T, w ukladzie OE. Punkt pracy
poszczegblnych stopni dobiera sie opornikami nastawnymi R, iR, Galaz
sprzezenia zwrotnego tworza C iR, O czestotliwo$ei decyduja wartosci
elementéw mostka dwuteowego: Rg, Rg, Ryg C, C;1Cy

Elementy tego mostka muszg spelniaé zalezno$ci:

R,=Ry,=10kQ €=
Ry
Ry = " Co=mCy

gdzie:
m — stala.

Optymalna warto§¢ m (ze wzgledu na wzbudzanie sie generatora) wy-
nosi 4,8. W praktyce stosuje sie m w granicach 3—T.

Dane techniczne

Napiecie zasilajgce U,=24V
Czestotliwo$é generacji j —zob. tablice na
stronie 291
Znieksztalcenia nieliniowe h = 0,25%
Moc wyjsciowa Pwv >~ 2mW
o—24V
R
i R5 R7 RM
| S— O—lp,
=3 s N ’
R, I Rs I~ —&—:——»
1 C [
I 4 |
2 ' -
(== CZ | Ls |
1 - AL i {LLﬁ |
il oy oot 2]
Ll ]J |
Schemat generatora akustycznego z czwornikiem dwuteowym
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f 1 kHz 2 kHz | 25 kHz 40 kHz
Ry, 25 kQ 5 kQ E 50 kQ 50 kQ
C4=C5 10 nF 10 nF | 300 pF 300 pF
]) Cs 55 nF 15 nf‘ 1,5 nF 510 pF

Generator LC

Uktlad sktada sie z dwoch stopni: generatora (tranzystor T,) oraz wzmac-
niacza mocy (tranzystor T,). Obwdd drgajacy tworzy uzwojenie 2, + 2z,
transformatora Tr1 oraz pojemnosé Cl, przy czym czestotliwo$é drgan ob-
1
22\/LC
Kolektor trazystora T, jest dolgczony do czeSci uzwojenia obwodu drgaja-
cego w celu zmniejszenia tlumienia obwodu przez impedancje wyjsciowa
tranzystora T,. Z uzwojenia z; transformatora Trl jest podawane na baze
tranzystora T, napiecie dodatniego sprzezenia zwrotnego. Opornik nasta-
wny R, stuzy do regulacji wzbudzenia sie generatora. We wzmacniaczu
zastosowano opornik stabilizujgcy R,.

wodu wynosi f= , gdzie L jest indukeyjnoscig uzwojenia zz+z3.

Dane techniczne

Napiecie zasilajgee . . . . . . . . . U,=12V
Prad zasilajgey . . . . . . . . . . I, =08A
Moc wydzielana w obecigzeniu . . . . . . Pwv=2W
Czestotliwo$é generacji . . . . . . . . f=400Hz
Zmiana czestotliwo$ei przy zmianie napiecia zasi-

lajacego o 20% . . . . . . . . . % =1%
Rezystancja obcigzenia . . . . . . . . R, =160002
Znieksztalcenia nieliniowe napiecia generacji . h =179,
Prad spoczynkowy kolektora tranzystora T1 . IC01=15 mA
Prad spoczynkowy kolektora tranzystora T, . . I =056 A
Temperatura otoczenia najwyzsza t, max = 40°C
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e = e
{ | |
| AR (R N |
IR & J |
n = | i
| |~1 [ :——~V‘> | Z,<1.>Zz R,
{ | | e = ) <{i 2
T || |l T | <
| 2 E T s
1] 2) [ L7
| 7 ) 3‘\>Z4
[l
[ ey g T i |
- | Ml | ]z e |
U"z éfz |13 == !_‘“, | R 1
i el | J L,_' |
1 | 3

Schemat generatora LC

Wykaz elementéw

R1=5009, 0,1W
R,=100Q, O01W
R,=120%, 0,1W
R,= 3902, 3W
R,= 5%, 1w
R 29, 1w
R, =220 0

C, =05 uF, 30V

C,=100uF, 6V

2

C,=T50 uF, 12 A%
T, — TG50
T, — TGT0 [opornoéé termiczna radiatora Rf < 4°C/W]

Tr1 — transformator: rdzen — permaloy P50B, Sr dz = 0,35 cm?2

2z, = 15zw., @ 0,1 mm

y == 250 zw., @ 0,1 mm
z,=500zw, Z 0,1 mm
2, = 35zw., @ 0,3mm

Ty — transformator: blachy krzemowe EI, S, =324 cm?

z, = 140 zw., 9 0,45 mm

z2,= 700 zw., @ 0,2 mm
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Przelacznik czasowy

Jest to uklad .umozliwiajacy wilgczenie jakiego§ urzgdzenia na czas
okre$lony z géry.

Uklad pracuje w sposOb nastepujgcy:

W stanie spoczynku styki przekaznika P znajdujg sie w pozycji I, kon-
densator C jest natadowany do napiecia zasilania. Tranzystor T, jest od-
lgczony od zasilania. Po naci$nieciu przycisku K nastepuje zadzialanie
przekaznika P; jego styki przechodzg w pozycje 2. Powoduje to zabloko-
wanie tranzystora T; napieciem kondensatora C, tranzystor T2 przewodzi,
podtrzymujac prace przekaznika, kondensator C rozladowuje sie przez
oporniki R,, R,. Po roziadowaniu kondensatora tranzystor T, zaczyna
przewodzié, powodujge zablokowanie tranzystora T,, przekaznik przestaje
pracowaé. Nastepuje powrdt do stanu speczynku. Czas pracy ukiadu regu-
luje sie opornikiem R,. Dioda D zapobiega powstaniu przepie¢ w uzwoje-
niu przekaZznika, co mogloby spowodowa¢é zniszczenie tranzystora.

Dane techniczne

Napiecie zasilajace T U,=15V
Czas pracy przekaznika przy C= 20uF . . . t=15—18s
C=200uF . . . t=19—220s
] T
| l 1 = —12V
| m P
! |
:[:JR’ 172 [1as s B
()
el
| %2
—”]—— P e WA T
| ’ (4 > R4 /‘)
< ‘ I [e]
Y : _o!pz
I ‘ g
! |
il
H —o+
| Z
C/J—_®—_—c

-~
55 S
—F0

Schemat przelacznika czasowego
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Wykaz elementow

=56 2, 0,25 W
—50kQ—15MQ2, 05W
,=18k0Q, 025W
R,=47kQ, 025W

R: =10kQ, 0,25 W

‘1"1 — TG5

T, — TG50

P — przekaznik 12V o rezystancji cewki =500 Q2
D —DOGS61

K — przycisk

Przekaznik fotoelektryczny

Jest to uklad umozliwiajacy wiaczenie jakiego$ urzadzenia pod wplywem
przerwania strumienia $wietlnego oswietlajacego fotodiode.

Uktad dziata nastepujgco:

Rezystancja o$wietlonej fotodiody D jest mata i plynie przez nig stosun-
kowo duzy prad bazy, ktéry wprowadza tranzystor T, w nasycenie. Wow-
czas tranzystory T, i T, sa zablokowane. Wskutek przerwania strumienia
Swietlnego rezystancja fotodiody zwieksza sie, zmniejsza sie prad kolek-
tora tranzystora T,, a zwieksza sie prad bazy tranzystora T,. Tranzystory
T,iT, zaczynaja przewodzié, powodujac zadzialtanie przekaznika P.
Dane techniczne

Napiecie zasilajgce RN IS, TN AR SR L) UZ=12V
Prad zadzialania przekaznika . . . . . . I=10mA

- [L —12v
y ; .VG :
%To

]

L

el

Schemat przekaznika fotoelektrycznego

-+
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Wykaz elementow

R, =10kQ, 0,1 W
R,=18kQ, 0,1 W
R,=51k0, 0,1 W
R,=39 0, 0,1W
P — przekaznik RU910
T, —TG2

T2 — TG52

T3 — TG52

D —FG2

Multiwibrator astabilny I

Jest to najprostszy uktad multiwibratora astabilnego. Moze on by¢ uzyty
w ukladach, gdzie jest potrzebne odksztaicone napiecie.

Dane techniczne

Czas opadania impulsu*

Moec wydzielana w obcigzeniu

Napiecie zasilajace

Czas opadania impulsu (od 0,9 do 0,1 amplitudy) .

Zmiana czestotliwosei
— przy zmianie napiecie zasilajacego od 4 do 7,5V

— przy zmianie temperatury otoczenia od 25 do
50°C .

Amplituda generowanych przebiegow

Zakres czestotliwosci

Czestotliwo$é (R,= R,=R, C,=C,= ©)

f = 50 kHz
1

f=14.R.

Q

# Pod terminem ,narastanie” lub ,,opadanie” impulsu nalezy rozumieé narastanie
lub opadanie napiecia odpowiadajacego wzrastaniu lub maleniu pradu w obwodzie.
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Schemat multiwibratora astabilnego I

ANEN

Przebieg napieé¢ na oporniku R1
przy réinych warto$ciach

rezystancji obciazenia Ro

Wykaz elementow

R, =47kQ +10%, 0,05W

R, =33kQ +59), 0,05 W
R,=33kQ +5%, 0,05 W
R,=22kQ +10%, 0,05W
R,>3kQ

C,,C,=400pF +5%, 8V
T,, T, — TG2

Multiwibrator astabilny II

Jest to zmodyfikowany uklad multiwibratora astabilnego. Ksztalt napie-
cia wyjéciowego zblizony do prostokatnego. Uklad charakteryzuje sie sto-
sunkowo duzg mocg wyjsciowa i malym wplywem temperatury na czesto-
tliwos$¢ dzieki zastosowaniu matych rezystancji R, i Rs;. Czasy narastania
i opadania impulsu wynosza okolo 1 us.

Dane techniczne

Napiecie zasilajagce . . R S U ) , =6V
Moc wydzielana w obc1azen1u AR SN IR LT Pw = 120 mW
Amplituda generowanych przebiegbw . . . . U om= U,
Zakres czestotliwo$ei . . . . . . . . . f=<50 kHz

X o g o 1
Czestotliwosé (R,= R5 =R, C1 =C,=0. . . f= I1.R.C
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Przebieg napiecia na opornikach R, i R4

Wykaz elementow

R,=1kQ +5%, 005W
R,=6,8kQ +5%, 0,05W
R,=1500Q  +5%, 025W
R,=1500Q +5%, 025W
R, =68kQ +5%, 005W
R,=1kQ +5%, 005W
C,C,=5nF +5%, 8V
T T — TG3A

nego II

Multiwibrator astabilny III

Schemat multiwibratora astabil-

Uklad ten charakteryzuje sie duzg mocg wyjSciowg (TG2) i dobrg stabil-
noscig temperaturowg w poréwnaniu z innymi ukladami multiwibratoréow.

Dane techniczne

Napiecie zasilajace

Moc wydzielana w obc1azen1u

Czas opadania impulsu (od 0,9 do 0,1 amphtudv)
Zmiana czestotliwos$ei

— przy zmianie napiecia zasilajacego od 4 do 7,5V

— przy zmianie temperatury otoczenia od 25 do
50°C .

Amplituda generowanych przebiegéw
Zakres czestotliwosei .

Czestotliwoé¢ (R,=R,=R, C,=C,=C) .

U,=6V
Pwy460mW
t, =2us

Jo—ts <5%

U2 m = Uz
f =50—50000 Hz

— 1
f=iir.c
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U;

Schemat multiwibratora astabil- Przebieg napiecié. na opornikach R, iR,
nego III

Wykaz elementow

702 +59, 0,25 W

R, =2

R,=33kQ +5%, 00W
R,=33kQ +5%, 005W
R,=210Q +5%, 025W
C,,C,=5nF—5 uF +5%, 8V
T,, T, —TG2

-2

Multiwibrator na napiecie zasilajgce 15 V

Jest to zmodyfikowany uklad multiwibratora astabilnego umozliwiajgey
stosowanie napiecia zasilajacego o wartosci réwnej maksymalnemu napie-
ciu kolektor-emiter (U, =Ucg .-

Jezeli w ukladzie zastosuje sie diody krzemowe (D,, D,), ukiad charakte-
ryzuje sie duzg statoScig czestotliwo$ei przy zmianach temperatury.

Dane techniczne

Napiecie zasilajgce . . . . . . . . . U,=15V
Moc wydzielana w obciazeniu . . o ol LA Pwy = 300 mW
Czas opadania impulsu (od 0,9 do 0,1 amplitudy) . t =Z2us

Zmiana czestotliwoS$ei

— przy zmianie napiecia zasilajacego od 10 do 15V —fli_f—fw <2%
15

Amplituda generowanych przebiegow . . . . U, =T,

Zakres czestotliwo$ei . . . . . . . . . f=250—5000Hz
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Uz

Schemat multiwibratora na napiecie zasilajace 15 V

Wykaz elementow

R, =68002 5%, 0,5 W
R,=82kQ 5%, 005W
R,=82 kQ +5%, 0,05 W
R,=68002 5%, 0,5W
R,=1kQ £20%, 0,05W
R,=1k2 £20%, 005W
C,,C,=2nF—2 uF +5%, 20V
T,s Ty — TG2

D

P

Przebieg napiecia na opornikach R1 i R4

Multiwibrator na napiecie zasilajace 30 V

Uklad multiwibratora astabilnego na tranzystorach TG5 jest przystoso-
wany do zasilania ze Zrédla o napieciu 30 V. Moc ukladu (R; lub R)) jest
jednoczeénie bardzo duza, gdyz 12-krotnie przewyzsza dopuszczalng moc
strat tranzystoréw uzytych w ukladzie.

Dane techniczne

Napiecie zasilajagce . . . . . . « . . U,=30V
Moc wydzielona w obcigzeniu . . . . . . PwyéGOO mW
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Czas opadania impulsu (od 0,9 do 0,1 amplitudy) . ty =2 us

Zmiana czestotliwosei

— przy zmianie napiecia zasilajgcego od 20 do 30 V M < 2%
30

Amplituda generowanych przebiegéw . -. . . u,,.=U,

Zakres czestotliwo$ei . . . . . . . . f=>50—5000Hz

Schemat multiwibratora na napiecie zasilajace 3¢ V

Wykaz elementow

R, =15kQ +5%, 1W
R,=18kQ +5%, 01W
R,=18kQ +5%, 01W
R,=15kQ +5%, 1W

R.=1kQ +20%, 01W
R,=1kQ +20%, 01W

C,, C, = 8000 pF—0,8 uF 5%, 40V
Y 8 o TG5

D,, D, — DOG58

ETE

Przebieg napiecia na opornikach R1 i R4
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Multiwibrator astabilny o przebiegu prostokatnym

Jest to multiwibrator o ksztalcie napiecia wyjSciowego najbardziej zbli-
zonym do prostokatnego. Czasy narastania i opadania impulsu nie prze-
kraczaja 1 us. Ksztalt napiecia jest niezalezny od wartoSci wspolczynnika
wzmocnienia pradowego h,,,. Mozna zaprojektowaé uklad na tranzysto-

rach o h2le>6.

Dane techniczne

Napiecie zasilajace . . . . . . . .- . U,=4-15V
Moc wydzielona w obcigzeniu . . ) Pwy = 8mW
Czas narastania impulsu (od 0,1 do 0,9 amphtudy) t, = 0,5us
Czas opadania impulsu (od 0,9 do 0,1 amplitudy) . tf = 1us

Zmiana czestotliwo$ci

— przy zmianie napiecia zasilajacego od 4 do 7,5V

— przy zmianie temperatury otoczenia od 25 do f
50°C . 2

fas
s s . . f3 foo
— przy rezystancji obcigzenia R =3k i Ro =00 ; < 1%,
Amplituda generowanych przebiegéw o ksztalcie
prostokgtnym . . . . . . . . . . UZm_Uz
Zmiana amplitudy przy rezystancji obcigzenia U U
Ro=3kQ i R,j=00 - 3U ot 19,
3
Zakres czestotliwo§ei . . . . . . . . . f<{50kHz
Czestotliwoéé (R;,=R,=R, C,;=C,=C). . . f 2141th
T . s
R, R 1R | |Rs
G ¢,
| %
’ B}
Y [y
Jakdl

Schemat multiwibratora astabilnego o prze-
biegu prostokatnym
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

Wykaz elementow

R, =41kQ +10%, 0,05W
R,=22kQ +10%, 005W

;=33kQ £59, 0,05W
R,=33kQ +5%, 0,05W
R,=22kQ £10%, 005W
R,>3kQ
C,,C,=>400pF +5%, 8V
T, T, — TG2
D — DOG53

NG N

e —

—— e

Przebieg napiecia na oporniku R1

Generatory impulsowe

Przykladowo podano uniwersalny uklad generatora impulséw prosto-
katnych i zestawiono w tablicy wartosci elementéw_dla réznych mocy
wyjSciowych przy napieciach zasilajacych 6, 12, 24 V.

Dane techniczne

Napiecie zasilajace U,=6,12,24V
Amplituda generowanych przebiegéow . . . . U2m=Uz
Czestotliwo$é najwieksza . Tnax = 2 kHz
Temperatura otoczenia najwyzsza . t, max = 90°C
A — e e R
| — Ce——
Przebieg napiecia na opornikach R1 i R6
302 1967
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

Schemat geuneratora impulsowego

P 2X60 | 2X100 | 20,25 | 2X0,25 | 2X0,5 2X1
o mW mwW w w W W
U, 6V 12V | 24V 6V | 12V | 24V
: \
] |
P, T TG2 TG5 TG5 TG53 | TG52 TG52
|
D,, D, |DOG53 | DOG53 | DOG53 | DOG53 W DOG53 | DOGS53
1
b D, — R DOG58 = ' — DZG4
m_p | 302|600 |12 k2 | 68Q | 120 Q 220 Q
07" | 025 W | 025 W | 05 W | 05 W 1w 3 W
5 680 Q | 12 kQ | 22 k2 | 120 Q | 230 2 470 Q
2 1 01W | 00W |025W | 025W | 05 W 1w
|
- 47 KO | 82KkQ | 15kQ | 820 2 | 1,5 kQ 3,3 kQ
: 005W |005W | 01W | 01W | 01W 0,25 W
|
. 47kQ |82k | 15kQ | 820 2 | 15 kQ 3,3 kQ
4 005W [ 006W | 0lW | 01 W | 01W 025 W
| |
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= 2X60 |2 X 100 2X0,25 | 20,25 | 2X0,5 1 X1
0 mW mW W W W W
U, 6V 12V | 24V 6V 12V | 24V
|
5 680 2 | 12kQ | 22kQ | 12002 | 230 Q 470 Q
2 01W | 01 W |025W | 025W | 05 W 1w
g 3002 | 680 2 | 12k | 6802 | 120 2 220 Q
YA =
9 6 1025 W | 025W | 05 W | 05 W 1w 3 W
- 1 kQ 1 kQ
¢ 0,1 W 01 W
5 1 kQ 1 kQ
8 o 0,1 W 0,1 W

Multiwibrator symetryczny astabilny

Uklad jest generatorem impulséw prostokatnych. Dzieki zastosowaniu
potencjometréw P, i P, mozna uzyskaé symetryczny przebieg wyjSciowy
(czas trwania impulsu jest réwny czasowi trwania przerwy) przy uzyciu
w ukladzie elementéw o piecioprocentowych tolerancjach. Potencjome-
trem P, nastawia sige symetrie przebiegu, a potencjometrem P, zadana

warto$é czestotliwo$ei.

Dane techniczne

Napiecié zasilajgce

Czas narastania impulsu .

Czas opadania impulsu

Amplituda generowanych przebiegow o ksztalcie

prostokatnym

Moc wydzielana w obcigzeniu

Temperatura otoczenia najwyzsza .

Zakres nastawiania czestotliwos$ci

U,=@—15V

t,=1lus
ty=1us

U, =0,

2m

P =Z8mW
= 50°C

t

amax

Af = 250/!0

KATALOG 33-R
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

Ty
Zakres nastawiania czasu trwania impulsu do cza- (;IT
= 2/max
su trwania przerwy —T2max — 1,5

(7
Ts/min

Przyblizone wartoSci czestotliwoSei przy réinych
wartoSciach pojemnoSci C

f [Hz] C
0,83 20 uF
8,3 2 uF
83 0,2 uF
830 20 nF
8500 2 nF
20000 1 nF

Wykaz elementdéw

R, =22kQ +10%, O0,1W
R,=2TkQ =+5%, 005W
R,=2TkQ +5%, 0,05W
R,=22KkQ +5%, 005W
R,>3k0Q, 01W

P

=
P,=10kQ, typ A, 0,1 W
C,
T,

Schemat symetrycznego multiwibratora
astabilnego

KATALOG 33-R 305
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7ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

Przebieg napiecia na coporniku R5

Multiwibrator niesymetryczny

Jest to generator impulséw prostokatnych. Na przykladzie pokazano
mozliwosei realizacji przebiegéw o czasie trwania przerwy (¢,) 2, 5, 10 razy
dtuzszym od czasu trwania impulsu (tl). Mozna zrealizowaé uklad o czasie
trwania impulsu (¢;) 2, 5, 10 razy dtuzszym od czasu trwania przerwy,
wykorzystujac napiecie z kolektora tranzystora T|,. Zmieniajgc odpowied-

t
nio wartosci, mozna uzyskaé¢ zadany stosunek -2, Mozna uzyskaé przebie-

: 1
gio t—z > 10, jednak w tym przypadku uklad jest niepewny i stosunek

ten jest zalezny od temperatury.

Dane techniezne

Napiecie zasilajgce . . . . . . . .« . U,=6V
Czas narastania impulsu . . . . . . . . t.=Z1lus
Amplituda generowanych przebiegéw , , , . U, = U 2
Najmniejszy czas trwania impulsu . . . . . ;=01ms

Uz

b+

Schemat multiwibratora niesymetrycznego
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

= —~

‘tfi iz

-

Przebieg napiecia na oporniku R5

Wykaz elemenow

iyt 2 5 10 Uwagi
R, 470 Q | 470 Q | 470 Q +5%, 01W
R, 33 k2 | 82 k2 | 18 kQ +5%, 005 W
R, 3,3 kQ | 3,3 kQ | 3,3 kQ +5%, 0,05 W
R, 220 Q | 560 Q | 1,2 kQ +59, 025 W
R,=R, 220 2 | 560 Q | 1,2 kQ +5%, 025 W
(O C2 2 2 2
C;>50nF +5%, 8V
D — DOGS53
T, T.— TG2

Multiwibrator nastawny

Uklad ten umozliwia ptynne nastawianie stosunku czasu trwania impul-
su do czasu trwania przerwy w do$é szerokich granicach przy zachowaniu
statej czestotliwos$ci.

Wada ukladu jest konieczno$é strsowania tranzystoréw o duzym wsp6l-
czynniku wzmocnienia prgdowego Py

Dane techniczne

t
Zakres regulacii . . . . . . . . t_1= 0,25—4

2
Napiecie zasilajgee . . . . . . . . U,=6%+1V
Najwieksza czestotliwos¢ . . . . . . = 50kHz
Czas trwania przerwy . . . . . . . {,=07.(R,+ R,)-C;
Czas trwania impulsu . . . . . . . t,=07. (R;+ Rp) - C,
KATALOG 33-R 307 1967
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

Wykaz elementow

R, =22kQ
R,=15kQ
R,=15kQ
R,=22kQ
P, =47kQ,

5%,
+5%,
+5%,
+5%,
typ A,

C,C,>=>1nF, 8V
T,, T, — TG3A

0,05 W
0,05 W
0,05 W
0,05 W
05 W

Nalezy ograniczy¢ kat obrotu potencjometru o 20° gdyz w krancowych
polozeniach wystepuje 209/, wzrost czestotliwo$ci (zmiana rezystancji spo-
wodowana nakladaniem warstwy oporowej na metalizowane koncowki).

Schemat multiwibratora nastaw-
nego

r

Przebieg napiecia na oporniku R s (RB - RA)

KATALOG 33-R
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

Multiwibrator tréjtaktowy

Multiwibrator tréjtaktowy jest generatorem trzech napieé zblizonych do
prostokgtnych kolejno po sobie nastepujacych. Wzorujgc sie na pokaza-
nym schemacie, mozna budowaé uklady cztero- i wielotaktowe, w ktérych
cztery lub wiecej impulséw bedzie nastepowalo kolejno po sobie. Uktad
nadaje sie szczegélnie do ukladéw automatyki, jako urzadzenie kierujace
cyklicznie wykonywaniem kolejno po sobie nastepujacych czynnosei (Wyl,

Wy, Wy,).

Dane techniczne

Napiecie zasilajace
Moc wydzielana w obcigzeniu
Zmiana czestotliwo$ci

— przy zmianie napiecia zasilajacego od 4 do 7,5V

— przy zmianie temperatury otoczenia od 25 do
50°C .

Amplituda generowanych przebiegdéw

Zakres czestotliwosei . x>

Czestotliwo$é (R1 = R3 = R5 =R,
C,=C,=C,=0C) .

Wykaz elementow

R, =33kQ 45%, 005W
R,=22kQ 459, 005W
R,=33kQ 45%, 005W
R,=22kQ +45%, 005W
R,=33kQ +5Y%, 0,05W
R,=22kQ +5%, 0,06W

C;, Cy, C, =500 pF  +5%, 8V
T, T,, T, — TG2

U

f

fzs E

2m

f50 = 10%

fas
=UZ

f = 50 kHz

1

2,1.R.C
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ZASTOSOWANIE ELEMENTCW POLPRZEWODNIKOWYCH

Schemat multiwibratora tréjtaktowego

(/[E 1

t
.

st

w1 | t
i
z
i

Przebiegi napieé na kolektorach kolejnych tranzystoréw

Multiwibrator astabilny o czestotliwos$ci regulowanej I

Na schemacie przedstawiono najprostszy uklad multiwibratora astabil-
nego o czestotliwosci regulowanej za pomoca zmiany rezystencji w obwo-

dach baz.

Dane techniczne

Napiecie zasilajgce . U,=6V +10%,
Czas opadania impulsu (od 0,9 do 0, 1 arnphtudy) t, = 1us
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW

POLPRZEWODNIKOWYCH

Amplituda generowanych przebiegow .

Zakres czestotliwosei .

Czestotliwos¢ (R, + R, =R, + R, = RB,

C,=C,=0

Minimalna warto$é rezystancji opornikéw w ob-

wodach baz (R1 =R;=R)

Maksymalna warto$é¢ rezystancji opornikéw w ob-

wodach baz (R1 =R;=R)

Maksymalna zmiana czestotliwos$ei .

R,+R,=R,+ R, ~
~08«Rcehyie min
Fmax _ 10

f min

Przy zastosowaniu w obwodach baz opornikéw Rp o duzej rezystancji
(rzedu setek kilooméw) wystepuje duzy wplyw czestotliwo$ei przy zmia-
nach temperatury otoczenia.

Schemat multiwibratora astabilnego o na-

Wykaz elementéw

stawnej czestotliiwos$ci I

8kQ2 }

R, =1

R,=68kQ +5%, 005W
R.=6

R

kQ  +5%, 025W

potencjometr podwéjny sprzezony o charakterystyce

logarytmiczne]

R,=68kQ +50, 0,05W

1
T,,T,— TG3A

C,=C,=C=5nF—5uF, 8V

KATALOG 33-R
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

Multiwibrator astahilny o czestotliwo$ci regulowanej IT
Na schemacie przedstawiono uklad multiwibratora astabilnego o czesto-

tliwo$ei regulowanej za pomocg zmiany napiecia zasilajgcego w obwodzie
baz.

Dane techniczne

Napiecie zasilajgce . . . . . . U, =9V +10%
Napiecie zasilajgce bazy - - .« . U,p=U,05—49
Czas opadania impulsu (od 0,9 do 0,1
amplitudy) N 7T 1 us
Amplituda generowanych przebiegbéw . U,,=1U,
Zakres czestotliwoéei . . . . . f<C50kHz
Czestotliwo§e (R, = R = RB U
? U
C,=C,=0 . . . 2 L=RB.c.I U+ Usc
f " U,p+02
Zakres regulacji czestotliwosei . f(Uzm) =0,6—2,5

f(Uz="Uc)
Przy U,p .in Wystepuje znaczny wplyw zmian napiecia zasilajacego
i zmian temperatury otoczenia na czestotliwos$é.
Ciekawostka ukladu jest mozliwo$¢ zastosowania w obwodzie baz napieé
zasilajacych przewyzszajacych Ucgp ..., 8dyZz napiecie to nie wystepuje
bezposrednio miedzy elektrodami.

Schemat multiwibratora astabilnego o nastaw-

nej czestotliwosSei IX

KATALOG 33-R 312 1967
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Wykaz elementow Q) A
R, =22kQ +5%, 025W
R,=33kQ 5%, 005W

R, =33 kQ 4+5%, 0,05W
R,=22kQ +5%, 0,05W
C,=C,=5nF—5 uF, 8V

t)
T,, T,— TG3A // ’

Oscylogramy napieé na opornikach R,
i R5 przy rbéinych napieciach zasilaja-

7 A
cych bazy
- = —U_. =U__ =
8~ Yopmin =" 1:] 7B e
= 9 V, ¢ — ZB—

f
[knz]
R =22 kR
R3=33 kR
4 C =20nf
B=ok.40 L
/
3 /'/
///
2 ,//
)
L zsl LA
i
| &3
S
°
0 4 8 12 16 20 24 28 Uyg [V]

Wykres zaleznoS$ci czestotliwoSci od napiecia zasilajacego bazy
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

Multiwibrator astabilny z bramkg

Uktad generuje ciag impulséw o liczbie zaleznej od dlugo$ci impulsu
sterujacego. Szczegblng cecha ukladu jest to, ze czas trwania ostatniego
impulsu jest identyczny jak poprzednich, niezaleznie od momentu zakon-
czenia impulsu sterujacego. Uklad moze byé zastosowany np. jako gene-
rator znaku kropki do pélautomatycznego nadawania znakéw Morse’a.

Dane techniczne

Napiecie zasilajgce . . .- ... U, =10V £200,
Amplituda impulséw steruJacych e e .. Ui=6—20V
Minimalny czas trwania impulsu sterujgcego po-

wodujacy wyzwolenie pierwszego impulsu . . t,=10us
Czas trwania impulsu sterujacego . . . . . t1>to
Amplituda generowanych impulséw . . . . U,,=U,
Czas trwania pojedynczego impulsu wyjsciowego . t,=20,7. R,.C,
Czas trwania przerwy miedzy impulsami . . . t,=0,7. R, C2

Liczba generowanych impulséw

n=1 dla o< —5 <1
z+f

n=g2da1< 2"t <3 i
2+t

Minimalny czas podawania dwoéch impulséw sterujacych powodujacy ge-
nerowanie dwéch kolejnych impulsow t, > i, -+ t, -+ to

Jesli na wejscie uktadu podaé kilka impulséw w czasie (t, -+ t,), to uklad
wytworzy tylko jeden impuls wyjsciowy.

Wykaz elementow

R, =22kQ +59%, 005W

R; =33kQ +5%, 0,01W
R,=33kQ +5%, 001W
R, =22kQ +5%, 0,05 W
R,=22kQ +5%, 005W
R, =33k0Q is%, 0,01 W
R,=33kQ £5%, 0,01W
R,>41k0Q, 005W

C,C,>=1nF, +5%

T,T, T,—TG5

D, — DOG53
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

Impulsator tranzystorowy

Jest to oszczedno$ciowy uklad (z tranzystorami malej i $redniej mocy)
multiwibratora astabilnego, powodujacy zapalanie sie i gasniecie zaréwki.

Uktad moze by¢ zastesowany jako urzadzenie sygnalizacyjne, ostrzegaw-
cze, a przy zastosowaniu tranzystoréw o wiekszej mocy (zmiana uktadu) —
jako migacz samochodowy.

Dane techniczne

Napiecie zasilajgce . . . . . . . . . U,=6V%1V
Moc wydzielana w obeiazeniu . . . . . . P, ~1W
Czestotliwoé¢ impulséw $wietlnych . . . . . f=~08Hz

Przy zmianie typu zaréwki rezystancje opornika R nalezy dobraé
W sposéb nastepujacy: Zaréwke wraz z szeregowo polaczonym nastawnym
opornikiem wigcza sie pod napiecie zasilajace i reguluje sie warto$é rezy-
stancji opornika od minimalnej do wartosci, przy ktérej $wiecenie widkna
zaré6wki przestaje by¢ widoczne. Zaletg zastosowania opornika R; jest
zmniejszenie potrzebnej mocy tranzystora T,, wada — wiekszy prad pobie-
rany z zasilacza.

o— Wykaz elementow
R, =240 Q  +109%, 025W
R,=10kQ £10%, 0,06 W
R,=12kQ 4109, 005W
p R,=620Q £10%, 01W
3 ? R ,=1002 £209, 05W
C,=1T50 uF, 8V
C, =100 uF, 8V
T,=TG3A
T, = TG52

. i
: *  Z — zaréwka 6,3V, 03A
Schemat impulsatora tranzystorowego

Trigger 1

Uklad ten ma dwa stany réwnowagi trwalej. Moze on byé stosowany
jako dzielnik czestotliwo$ci (na wyjSciu dwukrotnie mniejsza czestotli-
wo$§¢). Jest to uklad podstawowy szeroko stosowany w maszynach mate-
matycznych.
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Dane techniczne

Napiecie zasilajace Uzc =12V
U,p=1V
Prad zasilajacy . I, =5mA
Amplituda napiecia wyjsciowego U..mn=U,p
Najwieksza czestotliwo$e 100 kHz
Czas narastania impulsu ok. 0,5 us
Czas opadania impulsu ok. 2 us
Impulsy sterujace
polaryzacja . dodatnia
czas trwania =05 us
amplituda 1V
Temperatura otoczenia najwyzsza t, max=50°c
- e
R, R
1 [:2 E; 7
Yz
T R R 1
. 3
Rl| X [;/a, Rs T:
e D, 1%, \Ues
G 4 +
—I—
Schemat triggera I
!
L ! ! 1 1 —.i L_ ]
05 us
2
Oscylogramy mnarastania (I) i opadania
(2) impulsu wyjSciowego na opornikach
R, i Ry
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Wykaz elementow

R, =22kQ +5%, 0,05W
R,=15kQ 45%, 0,01W
R,=51kQ +£5%, 0,01W
R,=22kQ +209% 0,01W
R,=51kQ £5%, 001W

15kQ  +5%, 0,01W
22kQ +5%, 0,05W
,C;=500pF £5%, 15V
—TG2(hy, T, = hyy, T
— DOG55

Rg
R, =
Cp Gy
T, T,

Dl’ DZ

9)

Trigger II

Uklad podstawowy o dwoch stanach réwnowagi trwaltej szeroko stoso-
wany w maszynach matematycznych. Moze byé¢ uzyty jako dzielnik czesto-
tliwo$ci. Wymaga jednego zrodia zasilania.

Dane techniczne

Napiecia zasilajace
Prad =zasilajgcy .
Czestotliwo$é najwieksza .
Czas narastania impulsu .
Czas opadania impulsu
Impulsy sterujace:
polaryzacja .
czas trwania
amplituda . . . .

Temperatura otoczenia najwyzsza

U,=10V
I, =5mA
f=100kHz
ok. 0,5 us
ok. 2 us

dodatnia
=05us
1—-3V

t = 50°C

amax

el & (ki

Schemat triggera II

?Uwg I G ‘

R B
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

Uy Une=15V05pus ﬂ ( i
L

Y|

Oscylogramy impulséw wejSciowych i wyjSciowych
na opornikach Ri i R7

Impulsy sterujace co 10 us (czestotliwo$é 100 kHz)
Sonda oscylografu o danych C = 12 pF, R = 10 MQ.
Pasmo oscylografu O — 6 MHz,

Wykaz elementow

R, =22kQ +£5%, 005W R,=22kQ +5%, 005W
R,=15kQ +£5%, 0,01W R,=22002 £5%, 001W
R,=51kQ +£5%, 0,01W C,=1uF, 38V

R,=22kQ £20%, 0,01W Cy; Cy, C, =500 pF +5%, 15V
R,=51kQ +£5%, 001W T, T,—TG2 (hy, T, = hy,, T,)
R,=15kQ +5%, 0,00W D,, D, — DOG55

Trigger 111

Uklad ten ma dwa stany réwnowagi trwalej. Wtasnos$ciami odpowiada
triggerowi I i II. Wada ukitadu jest wieksza liczba elementéw, zaletg —
mozliwos¢ stosowania tranzystorow TG2 bez specjalnego ich dobierania
pod wzgledem parametréw; wieksza pewno$¢ pracy i wieksza czestotli-
wo$¢ robocza.

Dane techniczne

Napiecia zasilajgee . . . . . . . . . U,,=10V
U,pg=1V

Prad zasilajgey . . . . . . . . . . ,=5mA

Amplituda napiecia wyjsSciowego . . . . U, =U_,

Czestotliwo§¢é maksymalna . . . . . . . f=200kHz

Czas narastania impulsu . . . . . . . ] zob. oscylogramy

Czas opadania impulsu . . . . . . . j na stronie 320.
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Impulsy sterujace:

polaryzacja . . . . . . .« .+ < . . dodatnia

czas trwania . . . . . . . . . . >=05us

amplituda . . . . . . . . . . . 610V
Temperatura otoczenia najwyzsza . . . . . t . = 50°C

Schemat triggera III

R

=200 kHz
605 us

Oscylogram impulsu wyjSciowego na opor-
nikach R1 i R8

Oscylogramy narastania (I) i opada-
dania (2) impulsu wyjSciowego
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Wykaz elementow

R, =22kQ +5%, 005W R,=11kQ 45%, 0,01W
R, =11 k% $5§; , 0,01 var R, =22kQ +50, 0,05W
R,=12kQ +5%, 0,05 -

S a2 C,,C,, C,=500pF =+5%, 15V
R,=47kQ +£5%, 0,05W Dl Dz D,g p _:J‘?
R, =47kQ +5%, 0,06 W 1> Dy» D3, Dy, D, — DOG55
R,=12kQ 5%, 0,056 W T, T,— TG2

Multiwibrator monostabilny I

Uklad multiwibratora monostabilnego umozliwiajgcy uzyskanie impulsu
wyjsciowego o statych parametrach zaleznych od ukladu, a niezaleznych

od parametréw impulsu sterujacego.

Dane techniczne
Napiecia zasilajace

Prad zasilajgey . . .

Czas trwania impulsu (opdznienia) .

Najmniejszy czas trwania impulsu (opdznienia) .

Czas narastania impulsu .
Czas opadania impulsu
Amplituda impulsu
Impulsy sterujace:

polaryzacja .

czas trwania

amplituda

czestotliwo$¢ najwyzsza
Temperatura otoczenia najwyzsza

Oscylogram

U,,=10V
U,p=15V
I,=5mA
0,7-R,.C,
3 us

ok. 0,3 us
ok. 1 us

U =UZC

2m
dodatnia

0,2 us

1—3V

100 kHz

t = 50°C

amax

impulsu wyjSciowego na
oporniku R5

KATALOG 33-R
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

Rs
Uge
o0
¢, L/
?__—_l‘U | — [g/?z 28
1 Uwe 1
~&4
Schemat multiwibratora monostabiine-

go L

Wykaz elementow

R kQ +5%, 0,05W
R 5kQ  +5%, 0,01W
R,=51kQ +5%, 0,01W
R,=33kQ +5%, 001W
R,=22kQ +5%, 0,05W
=500pF +5%, 15V
C,=500pF +5%, 15V
C,>= 50 pF £5%, 15V

Multiwibrator monostabilny II

Jest to uklad generatora spustowego umozliwiajacy uzyskanie impulsu
wyjéciowego o stalych parametrach zaleznych od ukladu, a niezaleznych

od parametréw impulsu sterujgcego.

Uklad ten umozliwia realizacje okreslonego opdZnienia impulséow. Wy-

maga on jednego Zrodia zasilania.

Dane techniczne

Napiecie zasilajgce
Prad zasilajgcy

Czas trwania impulsu (opozmema) . k
Najmniejszy czas trwania impulséw (opéznienia) . 3us
Czas narastania impulsu .
Czas opadania impulsu

Amplituda impulsu

Impulsy sterujace:
polaryzacja .
czas trwania
amplituda

czestotliwo$é najwieksza

Temperatura otoczenia najwyzsza

U,=10V
I, =5mA
T=0,7OR4'CS

ok. 0,3 us
ok. 1us
R,
2

R;+ R

dodatnia
=02 us
1—3V

100 kHz

t = 50°C

amax

KATALOG 33-R
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POELPRZEWODNIKOWYCH

Wykaz elementow

R, =22kQ +5%, 005W
R,=15kQ 4+5%, 0,01 W
R,=51kQ +5%, 0,01W
R,=33kQ 5%, 0,01W
R,=22kQ =459, 0,05W
R,=2002 +5%, 0,01W

L =500pF +5%, 15V

C,=500pF +5%, 15V Y Lo
C3 = 50pF +5%, 15V o=
C 1ufF 3
4 2 H v Schemat multiwibratora monosta-
Tl’ T2 —TG2 bilnego II

Dekada licznika

Uklad ten jest podstawows czeécig licznika impulséw elektrycznych.
W oparciu o liczniki impulséw elektrycznych buduje sie obecnie przyrzady
z cyfrowym odczytem wielkoSci badanej, np. czestotliwosei, czasu, napie-
cia, pradu, rezystancji itp.

Uklad sklada sie z czterech identycznych triggeré6w. Dekada realizuje
zliczanie impulséw elektrycznych w ukladzie dwoéjkowym, dzieki jednak
dodatkowym sprzezeniom uklad ma 10 charakterystycznych stanéw, ktére
odpowiadaja jednej dekadzie ukladu dziesietnego. Na rysunkach na str. 326.
pokazano oscylogramy napie¢é w charakterystycznych punktach ukladu.
Aby uzyska¢ okreSlony stan wszystkich multiwibratoréw bistabilnych (np.
po wiaczeniu zasilania), w ukladzie znajduje sie przycisk P, ktérego roz-
warcie powoduje podanie ujemnego napiecia na bazy prawych tranzysto-
réow w triggerach, a zatem przejscie ich w stan nasycenia.

Dane techniczne

Napiecie zasilajace . . . . . . . . . U,=104£1V

Prad zasilajgey . . . . . . . . . . I,=25mA
Amplituda impulséw sterujgecych . . . . . 5—10V

Czestotliwo$§é robocza najwieksza . . . . . f=100kHz
KATALOG 33-R 323 1967
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Polaryzacja impulsu sterujacego . . . . . . dodatnia
Czas trwenia impulsu . . . . . . . . . 05—bus
Temperatura otoczenia najwyzsza . . . . Toae 50°C

Schemat dekady licznika

! ® T =2
Ry
2
Uz
4
5
Schemat dekady licznika
KATALOG 32-R 324
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

Wykaz elementéow

+5%,
+5%,
+5%,
+5%,
+5%,
i 1 00/07

0,06 W (14 szt.)

0,01 W (8 szt.)
0,01 W (8 szt.)

0,01 W (4 szt.)

0,01 W (1 szt.)
15V (13 szt.)

C2 =1uF, 3V (4szt)
C,=5,1nF +10%, 15V (1szt.)
T —TG2 (9szt.)

D — DOGH53 (9 szt.)

P — przycisk zwierny (1 szt.)

Licznik fotoelektryczny

Licznik jest sterowany strumieniem §wietlnym. Zmiana natezenia stru-
mienia §wietlnego powoduje zmiane rezystancji fotodiody, na skutek czego
zmienia sie warto$¢é pradu plynacego w obwodzie wejsciowym. Zmiana
pradu wejsciowego, wzmocniona za pomoca dwustopniowego wzmacniacza,
powoduje zadziatanie licznika. Przy odpowiednim ustawieniu fotodiody
(nie na okno lub dodatkowe zrédio $wiatla) uklad moze pracowal przy

S§wietle dziennym.

Dane techniczne

Napiecie zasilajace

Oéwietlenie potrzebne do zadziatania .

Zakres temperatury otoczenia

Wykaz elementéw

U,=12V
E,in = 10001x
t, =156—30°C
N
|
4; . H ° L
Ys X1
Ll
7 Y,
+
Schemat licznika fotoelektrycznego

R, =41kQ 5%, 01W

T, — TG3A
T, — TG53

D, —FG2 (fotodioda)
L — licznik produkeji ,,Telfa” o rezystancji cewki 100 Q, nr katalog. 256001

Z —zar6wka 12V, 0,1 A

KATALOG 33-R

325

1967
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'

ety

e e TE S S S

2v__

N2}

a)

7)

Oscylogramy przebiegdw napiecia w deka-

dzie. Oznaczenia literowe odnoszg sie do

punktéw ukladu oznaczonych na schema-
cie
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ZASTOSOWANIE ELEMENTOW POLPRZEWODNIKOWYCH

Przekaznik fetoelektryczny

Przekaznik jest sterowany zmiang strumienia $wietlnego, ktoéra powo-
duje zmiane rezystancji fotodiody. Dzigki wtasnosciom fotodiody naste-
puje zmiana pradu w cbwodzie wejsciowym tréjstopniowego wzmacniacza
tranzystorowego, ktéry powoduje zadzialanie przekaznika.

Przekaznik reaguje na promieniowanie widzialne i bliska podczerwien.
Najwieksza czutoéé osigga dla dtugosei fali Swietlnej 1,6 .

Dane techniczne

Oswietlenie potrzebne do zadziatania . . . . E; =3501x
Najwieksze dopuszczalne o$wietlenie . . . Ema =20001x
Os$wietlenie, przy ktérym nastepuje zwolrneme . E,= 100 Ix
Zakres temperatury otoczenia . . . . . . t = 15—30°C
Obcigzenie: przekaznik o rezystancji . . . . RO=ZOOQ +5%
Prad przy rezystancji obciazenia Ro=2OOQ
iv,=10V:

przy o$wietleniu 3501x. . . . . . . 20mA

przy o$§wietleniu 1001x. . . . . . 0,5 mA
Napiecie zasilajgee . . . . . . . U,= 7—10V
Liczba i rodzaj zestykéw . . . . . . . . 2 zwierne

2 rozwierne

Obcigzalnoéé zestykow . . . . . . . . 03A,60V

Schemat przekaznika fotoelektrycznego

Wykaz elementow

R, =68kQ2 =+20%, 01W

R,=68002 4209, O0,1W

R,=18kQ +10%, 01W
,=22kQ $10%, 01W

R, =22 k2 nastawny

T,,T,—TG2

T, — TG52

D, —FG2 (fotodioda)

1
P — przekaznik B-1 o rezystancji R =20002

N -
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Przystawka do pomiaru niejednoczesno$ci zwierania

stykow

Przystawka umozliwia pomiar / niejednoczesnodei zwierania

stykéw

w przypadku, gdy nie jest znanaalub jest przypadkowa kolejno$é zwiera-
nia styk6éw. Przystawka stanowi’ uzupelnienie elektronowego miernika

czasu.

A B
Dane techniczne
Napiecie zasilajgee . .. . . . . . . . U,=6—-15V
Napigcie wyjsciowe . . . . . . . . . U,= U,
Temperatura otoczenia najwyzsza . . . . .. t, max = 950°C

(zosomierz
E’/‘E.‘.’ t /’[}nﬁwy

Schemat ' przystawki do pomiaru niejednoczesnosci
zwierania zestykow

Wykaz elementow

3kQ  +10%, 0,05W

R, =3

R,=22kQ 410%, 01W
R,=33kQ +10%, 0,05W
Tl’ T2 — TG2

Dl’ D2 — DOGH53

S, S, —badane styki.
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